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The majority of the products included in this condensed catalogue
are available or can be obtained quickly through S.S.C.
distributors.

In addition, to satisfy problems concerning immediate supply, the
types marked with an asterik are always kept on stock.

The complete specifications of the devices are written in the

4 volumes general S.5.C. catalogue,

This condensed version does not constitute a control or reception
document.

The S.8.C. reserves the right to maodify in part or completely, the
mechanical and/or electrical characteristics presented.

La majorité des produits inclus dans ce catalogue condensé sont
disponibles ou peuvent étre obtenus rapidement chez les
distributeurs SSC.

De plus, pour répondre d tout probléme de dépannage urgent,

les types signalés par un astérisque sont tenus rigoureuserment en
stock.

Les spécifications complétes des dispositifs sont consignées dans
le Catalogue Général SSC 4 volumes.

Ce candensé ne constitue pas un document de contréle ou de
réception.

SSC se réserve la possibilité de modifier, en partie ou entigrement,
les caractéristiques mécanigues ou électrigues annoncees.
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INFORMATION ABOUT §.5.C. SERVICE IN THE FIELD OF " ASSEMBLIES"

In addition to the series of diode and thyristor assemblies whose power
has been presented in this catalogue, SILEC-SEMI-CONDUCTEURS
can provide all types of electrical mountings such as : AC power
switching systems or multiphase rectifiers up to 2 000 KW.

These can be used with natural convection or under forced ventilation
depending on the most economical solution or the imposed technical
constraints.

Please note that this service is not limited to mechanical assemblies
for electrical power requirements only. S.8.C. can associate thyristor
trigger circuitry allowing the regulation of the outputs a function of

a circuit parameter.

The above can be carried out as a function to be incorporated ina
unit or as a complete assembly in itself a definite function.

In all cases, we can supply protection adapted to the semi-conductors

used, by including fuses or by blocking the gate pulses at a pre-defined
threshold current.

INFORMATION SUR LE SERVICE "ENSEMBLES" DE LA §.5.C.

En plus de la gamme des montages & diodes et thyristors de puissance
présentée dans ce catalogue, la SILEC-SEMI-CONDUCTEURS réalise
tous les montages électrigues, tels gue : variateurs de puissance alterna-
tifs ou redresseurs polyphasés jusqu’a des puissances de 2.000 KW.
Ceux-ci peuvent étre utilisés en convection naturelle ou en ventilation
forcée suivant la solution la plus économique ou les impératifs techni-
ques imposés.

Nous attirons I'attention sur le fait que |'activité de ce service ne s'arréte
pas aux montagss mécanigues el électriques de puissance. Nous leur
associons, les éléments électronigues de déclenchement des thyristors
ainsi que les circuits permettant d'effectuer s régulation d'une
grandeur de sortie en fonction d'un paramétre quelcongue.

Ces réalisations peuvent étre faites sous la forme de fonctions a
incorporer dans un ensemble, ou bien sous |a forme d'une unité
compléte réalisant une fonction définie.

Dans tous les cas nous pouvons adjoindre les protactions adaptées

aux semi conducteurs employés par le montage de fusibles, ou bien
par biocage élsctronique des impulsions de gachette & partir d'un

seuil de courant défini.
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SYMBOLS RECAPITULATION
RECAPITULATIF DES SYMBOLES

ZENER DIODES

DIODES de REGULATION de TENSION

¥ Temperature ceefficient of VT Coefficient de température de la tension de
régulation
IR Reverse current Courant inverse
Iz Knee Zener current Courant de régulation minimal
Izm Max regulator current Courant de régulation maximal
Izt Test Zener current Courant de contréle de la tension de
regutation
N8 Noise density Niveau de bruit
rzK Differential resistance at Iz Résistance différentielle a 1zK
rzZr Differential resistance at Iz T Résistance différentielle & IZT
vzr Test Zener voltage Tension de régulation
RECTIFIER DIODES DIODES de RECRESSEMENT
c Capacitance Capacité
IF DC forward current Caurant direct continu
IFRM Repetitive peak forward current Courant direct de pointe répétitif
IFsm Surge non repetitive peak forward Courant direct non répétitif de surcharge
current accidentelle
lo Mean forward current Courant direct moyen
IR Reverse current Courant inverse
ter Reverse recovery time Temps de recouvrement inverse
VF DC forward voltage Tension directe cantinue
VEM Peak forward voltage Tension directe de crete
VRA Avalanche voltage Tension d‘avalanche
VRRM Repetitive peak reverse voltage Tension inverse de pointe répétitive
Vesm Non repetitive peak reverse voltage Tension inverse de pointe non répétitive
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TYPES é’gﬁc -’F'\F';’E'SACEMENT UTE GAMT EE Page TYPES FDEC- TYPES MEN g;gm GAMT §§ Pags
TION | REMPLACES 85.910 EE TION | REMPLACES : c5
IN 1686 R L 33 1N 3156 ZCT 20
N 1887 R P L] 23 1N 3156 A i G L ] 20
1IN 1737 ZCT 19 1N 3167 ZCT 20
IM 1737 A ZCT 19 1N 3157 A ZCT G 20
iN 1738 ZCT 19 1N 3189 R H P L] 32
IN 1738 A ZCT 19 1M 3180 R H P L] 32
1N 2887 THT 38 TN 3197 R H B L] 32
1N 2891 THT 38 1M 3282 THT 39
1N 2897 THT 38 1N 3283 THT ® 39
1N 2801 THT P 38 1N 3284 THT [ ] 38
1N 29086 THT 38 1N 3285 THT L 38
TN 2911 THT G L] a8 1N 3288 THT 38
1N 2915 THT as 1N 3306 B Z P L ] 27
1N 2919 THT G L] 38 1N 3306 8 z P i
1N 2821 THTE a8 1N 3307 B Z P 27
1N 2923 THT P L 38 IN 3308 8 Fd P [ ] 27
1N 2825 THT 38 N 3309 B £ H P L] 7
1N 2970 B Z G L 26 IN 33708 Fa H P 27
iNZ2a71 B Z G 28 1IN 33118 b4 H P L 27
1N 29728 Z G L] 26 1N 33128 Z H P L 27
1N 2073 B z G @ 26 1N 3314 B Z H P @ 27
1N 2974 B Zz G L] 26 1N 3316 B F.4 H P 27
1N 2976 8 & G L] 26 TN 3317 B £ H P L 27
1N 2976 8 g G L ] 28 1N 3319 B Z H P L] 27
1N 29778 4 G 26 1N 33208 F A H P L ] 27
1N2979 8B Z G - 26 1N 33218 Z H P ° 27
1N 2980 B Z G L ] 26 1N 3323 B Z H i L 27
1N 2082 B Z G ° 26 TN 3324 B £ H P [ ] 27
1N 2984 B Z G L 26 1N 33256 r H P ® 27
1N 29858 Z G L ] 26 1N 3326 8 Z H P 27
1N 2986 B Z G - 26 TN 33278 £ H r 27
1N 2988 B 4 G e 26 1N 3328 B z H P 27
1N 2989 B Z G L] 26 1N 3330 B - H P ° 27
TN 2980 B z G | e 26 1N 3332 B 2 H P 27
1N 2991 B Z G L ] 26 IN3334 B & H P 27
1N 29928 Z G L 26 1N 3336 8B Z H P 27
TN 2893 B Zz G L] 26 1M 3336 B Z H P L 27
1N 2095 B Z G L ] 26 1IN 3337B £ H P 27
1N 2997 B 3 G 26 1N 3338 8 F H P 27
1N 2899 B F 4 G L] 26 1N 3339 B & H P 27
1M 3000 8 2 G ° 26 1N 3340 B z H P © 27
1N 3001 B 2 G L 26 1N 3342 B F H P 4
1N 3002 8 Z G 26 1N 3343 B Z H P L 27
1N 3003 B Z G L] 26 TN 3344 B F H P 27
1N 3004 B z G o 26 TN 3346 B z 5 P | ® 27
1N 3005 B ‘ G L 26 N 3347 B F H P g 27
1N 3007 B r G 26 TN 3340 B : 4 H P L ] 27
1N 3008 B .4 G L] 26 1N 3350 B & H P 27
1N 3009 B z G 26 1N 3496 ZCT 20
1IN 3011 8B .4 G L] 26 1N 3487 2CT 20
1N 3028 4 G e 26 1N 3498 ZCT 20
1N 30148 Z G 26 1N 3600 ZCT 20
1N 30158 Z G 26 1N 3879 RF 30
IN3016 B Z H P * 25 1N 3880 RF G 30
TN30178 Z H P L 25 1N 3881 AF G L ] 30
1N 3018 8 z H P . 25 1N 3882 RAF [ 30
1N 30198 Z H P 25 1N 3883 RF G ° a0
1N 3020 B 2 H P L] 25 1N 3889 RF 30
1N 30218 pd H P L ] 25 1N 3880 RF G 30
1N 30228 z H P L ] 25 1N 3891 RF G L] 30
1N 3023 B £ H P L] 25 1N 3882 AF 30
TN 3024 B Z H P L 25 1N 3883 i G 30
1N 30258 £ H P 25 1N 3899 RF 30
1N 3026 B z H P e 25 1N 3800 RF G a0
1N 3027 B8 Z H P - 26 1N 3801 RF G 30
1N 3028 8B F3 H P L ] 25 1N 3202 RF 30
1N 3028 B Z H P ° 25 1N 3903 RF G ] 30
TN 30308 £ H P L 25 1N 3909 RF 30
IN3031 8 4 H P L ] 26 1N 3910 RF G 30
1N 3032 8 z H P L 25 1N 3911 RF G 30
1N 3033 B & H P L] 25 1N 3912 RF 30
1N 3034 B Z H P L] 25 TN 3813 RF G 30
1N 3036 B z H P L 25 1N 3338 AC H P L] 37
1N 3036 8 z H P L 26 1N 3939 AC H P L] 37
TN 3037 8 Z H P L] 25 1N 3940 AC H P L a7
1N 3038 B Z H B ° 25 1N 3941 AC H P 37
1N 3039 B 7 4 H P L ] 25 1N 3842 AC H E a7
1N 3040 B Z H P o 25 1N 3988 R H P 33
TN 30418 Z H p L] 25 N 3920 R 33
1N 3042 B Z | H P L 25 1N 4001 R 32
1N 3043 B Z H P L 25 1N 4002 R 32
1N 3044 B Zz H P L 25 1N 4003 R 32
1N 3045 B 4 H P 25 1N 4004 R a2
1N 3046 B z H ] [ 25 1N 4008 A 32
1N 3047 B Z H P [ 25 1N 4008 R a2
iN 3048 B z H P L ] 25 1N 4007 R 32
1N 3049 B z H P 25 1N 4059 zcT 18
1N 3050 B 4 H P e 25 1N 40568 A 2CT 19
1N 3051 B 4 H P 25 1N 4060 ZCT 19
IN 3154 ZCT o 20 IN40BDA | ZCT 19
TN 3154 A ZCT G 20 1N 4083 ZCT 19
1N 3155 ZCT L 20 1N 4063 A ZCT 18
TN 3155 A ZCT L 20 1N 4064 2CT 19
Zener Diodes | Z | Diodes de régulation de tension Controlled Avalanche Diodes AC | Diodes Avalanche Controlée
General use Diodes | D | Diodes usage géneral Fast recovery controlled Avalanche Diodes | ACF | Diodes Avalenche Controlée rapide
Rectifier Diodes | R | Diodes Redressement

Fasi recovery Diodes | RF | Diodes rapides

High voltage Diodes | THT | Diodes Hauts Tension
Power schottky | DS | Diodes Schorttky
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TION | REMPLACES gpen0 4 TION | REMPLACES ssai0 [GAMT) 8 £ i
1N 4064 A ZCT 19 2N 1671 Bx | TWJ G ® 47
1N 4065 Zer 19 2N 1671 Cx | TUJ 47
IN 4085 A | ZCT 19 2N 1770 T 43
1N 4099 z G 21 2N 1771 T G 43
1N 4100 z G 21 2N 1772 T G o 43
1M 4101 z G 21 2N 1773 )] 43
1N 4102 z G 21 2N 1774 T G ® 43
1N 4103 Z G 21 2N 1775 T 43
1N 4104 Z G 21 2N 1778 T G ° 43
1N 4105 z G 21 2M 1777 i G @ 43
1N 4106 4 G 21 2N 1778 T 43
1N 4107 z G 21 2N 1843 A i G 44
1N 4108 z G 21 2N 1844 A T G 44
1N 4110 z G 21 2N 1848 A T G e 44
IN4y12 z G 21 2N 1848 A T G o 44
1N 4114 2 G 2 2N 1849 A T G a4
1N 4115 z G 21 2N 18E0 A T 44
1N 4118 z G 2 2N 1911 T £l 45
1N 4118 2 G 21 2N 1912 T 45
1N 4120 7 G 21 2N 1913 T a 45
1N 4121 z G 21 2N 1914 T 45
1N 4122 z G 21 2N 1918 F 45
1N 4123 z G 2 2N 1916 T ° 45
1N 4124 z G 21 2N 2160 Tul 3 47
IN 4125 z G 21 2N 2322 T 42
1M 4126 z G 21 2N 2323 T G El 42
1N 4127 z G 21 2N 2324 F G @ 42
1M 4129 2 G 21 2N 2325 T 42
1N 4130 z G 21 2N 2326 T G o 42
1N 4131 z G 21 2N 2327 i 42
1N 4132 z G 21 2N 2328 T G 42
1N 4134 2z G 21 2N 2329 T G L] 42
IN 4135 z G | o 2N 2648 Tuld G o a7
1IN 4158 B z @ 24 2N 2847 TUud G ° 47
1N 4158 B z ° 24 2N 3479 T 47
TN 4180 B z @ 24 2N 3480 TUl 47
1IN41618 z 24 2N 3483 TUJ 47
1N 41628 2 DZ 10 A . 24 2N 3484 TUJ 47
1N 4163 B Z 24 3N 81 5| 48
iN 4164 B 2 DZ12A = 24 3N 82 T 48
1N 41658 z 24 3N 84 T 48
1N 4166 B Zz DZ 15 A L 24 3N 85 T 48
1N 4167 B z 24 3PT 40 T 48
1IN 4168 B z DZ 18 A ° 24 3PT 60 L 48
1N 41698 z 24 3PT 80 T 48
1N41708 4 DZ22A o 24 3PT 100 T 48
IN41T1B z 24 4GZ 10 A z 26
1IN41728 Z DZ 27 A 24 4GZ 10 B z 26
IN4173 8 z @ 24 aGZ 12 A z 26
1M 4174 8 z DZ 33 A o 24 4GZ 128 z 26
1N 41758 z @ 24 4GZ 16 A z 26
1N 4176 B Z DZ39 A 24 4GZ 158 Z 26
1IN 41778 T 24 4GZ 18 A z 26
1N41788 Z DZ47 A 24 4Gz 188 z 26
IN4179 B z 24 4GZ 22 A z 26
1N 4180 B z DZ 56 A 24 4GZ 27 A Z 26
1N 41818 z 24 4GZ 33 A z 26
1N 41828 z DZ B8 A 24 4GZ 39 A z 26
1N 4183 B z 24 AGZ 4T A z 26
IN4184 B > DZ82A 24 4GZ 56 A z 28
1N 4185 8 Z 24 4GZ 68 A z 26
1N 41868 - DZ 108 24 4GZ 82 A 4 2%
1IN 41878 z 24 AG 056 R a3
1N 4188 B .4 DZ 128 24 AG 106 R a3
1N 4189 B z 24 AG 206 R a3
1N 4180 B Z DZ 158 24 AG 406 R 33
N4191 8 Fd e 24 BE5012 R R 36
1N 41928 4 Dz 188 24 86014 R R 36
1IN 41838 7z 24 BE5016 R R 36
1N 4383 R 32 BS01B R R a6
1N 4384 R - 32 B 6020 R R 36
1N 4385 R L] a2 B 6022 R R 36
1N 4585 R 32 B 5024 R R 36
1N 4586 R £ 32 B 5026 R A 36
2N 494 A TU 47 B 5028 R R 36
2N 494 B TUJ 47 B 5030 R R 36
ZN 494 C TUld @ a7 BA 167 RF 28
2N 681 T 44 BA 168 RF 28
2N 6382 T TRO6 G bl 44 BA 159 RF 28
2N 683 T TR 1 G L] 44 BAY 17 D . N
2N 685 T TR 2 G ® kS BAY 18 o 31
2N B87 ¥ TH: 3 G ° 44 BAY 18 D 21
2N 688 K TR 4 G L] 44 BAY 20 D 31
2N 689 T TR & 44 BAY 21 D L] 31

650 = 2 TR 6 G L 44 BAY 24 THT 39
2N 631 T TR 7 ° 44 BAY 25 THT 38
2N 6§92 T TR 8 G L 44 BAY 26 THT 38
2N 1595 T M 43 BB 12 T 47
2N 1596 T M e 43 BB 14 TUJ) 47
2N 1597 T M L 43 8B 18 Tl 47
2N 1598 T M 43 BTW 39-50 T 44
2N 1599 T ™M 43 BTW 33-100 T 44
2N 1671 Ax | TW G L 47 BTW 33-200 i

| 44

Compensated temperature Zener Diodes | ZzoT
Low noise Zener Diodes | 7Fg
Reference Diodes | RD

Darlistor | DTF

Diodes Zener sbmponsdes en température

Diodes Zener Taibie bruit
Diodes de référencs directe
Dartistor

Thynistors | T
Fast switching Thyristors  TF
Thyristars trigger circuit | BT

Programmable UJ.T. | TUP | T.U.J. Programmable

Thyristors
Thyristors rapides
Circuit de déclenchement de Thyristor
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MZ 12A Z H M . 22 PL 1202 z 24
MZ 128 z 22 PL 130Z z 24
MZ 15A z H Mm | e 22 PL 150Z z 24
MZ 158 F ° 22 PL 1602 ot 24
MZ 18A Z H M . 22 PL 1802 Z 24
MZ 188 < 22 PL 2002 z 24
MZ 22A = H M| ® | 22 PZ 6A z 27
MZ 27A Z H M . 22 PZ BA Z 27
MZ 33A Z H M L] 22 PZ 10A & L 27
MZ 39A z H | M| ® 22 PZ 108 Z ® 27
MZ 47A Z H M L) 22 PZ 12A z ® 27
MZ 564 Z H M L 22 PZ 128 z ® 27
MZ 6BA z H M b 22 PZ 15A o L] 7
MZ 82A z H M| e 22 PZ 158 F 27
F 4HZ AC 37 PZ 18A Z ® 27
PEHZ AC e a7 PZ 18B rd 27
P 8HZ AC L 37 PZ 22A Z . 27
P32H THT G 38 PZ 27A & . 27
P 40H THT G a8 PZ 33A Z L] 7
P 48H THT 38 PZ 39A Z L 27
P 66H THT G 38 PZ 47K Z L 27
P 64H THT G 38 PZ 66A z ° 27
P 70H THT 38 PZ 68A = L] 4 |
P 80H THT G L] 38 PZ 824 z L 27
P 1004 THT a8 R 4HZ AC H ® 37
P 200H THT 38 R &6HZ AC H G ® 37
P 400H THT as R 8HZ AC H G ® 37
P 504 R . 33 R 43HZ AC L 37
P 506 R . 33 R 63HZ AC 37
P 510 R . 34 R B3HZ AC L] 37
P 1004 R . 33 RG 602 R G 34
P 1006 R L 33 RG B02FT RF 30
P 1010 R . 34 RG 602T R RU 802 34
P 1104 R 33 RG 604 R G 34
P 1106 R 33 RG 604FT RF 30
P1110 R 34 ARG 604T R RU 804 34
P 1204 R 33 RG 606 R G 34
P 1206 R 33 RG 606FT RF 30
P 1210 R 34 AG 606T R RU 808 34
P 1506 R 33 RG 608 R G 34
P 2004 R . 33 RG GOBFT RF 30
P 2006 R ® 33 AG 608T R AU BOB 34
P 2010 R ° 34 RG 610 R 34
P 3006 R b 33 AG B10FT RF 30
P 3010 R s 34 RG 610T R RU 810 34
P 4004 R L 33 RG 612 R 34
P 4006 R . 33 RG 612T R 34
P 4010 R . 34 RN 820 R ® 34
P 5006 R ° 33 AN 835 R 34
P 6010 R L 34 AN 1120 R 34
P 8004 R ° 33 AN 1135 R 34
P 6006 R ° 33 RN 1220 R 34
P 6010 R e 34 AN 1520 R 4
P BOO4 R L a3 RP 4HZ AC 37
P 8006 R ° 33 RP BHZ AC 37
P 8010 R ® 34 RP 8HZ AC 37
PL 3V3Z Z 24 AP 44HZ AC 37
PL 3v9Z z 24 AP B4HZ AC 37
PL 4V3Z Z 24 AP B4HZ AC a7
PL 4V7Z Z 24 RP 1020 R AN 1015 34
PL BV1Z Z 24 RP 1040 R 34
PL SVBZ z 24 RP 1120 R AN 1118 34
PL 6V2Z Z 24 RP 1140 R 34
PL 6VBZ 4 24 RP 2020 R RN 2015 34
PL 7V5Z Z 24 RP 2040 R 34
PL 8v2Z z 24 RP 4020 R RN 4015 34
PL9V1Z 2 24 AP 4040 R 34
PL 10Z r4 24 RP 6020 R RN 6018 34
PL 112 z 24 RP 6040 R 34
PL 122 z 24 RP 8020 A RN BO15 34
PL 132 Z 24 RP 8040 A 34
PL 15Z z 24 RPAR 540 RF 30
PL 162 Z 24 RPR 1040 RF 30
PL 18Z z 24 RPR 2040 RF 30
PL 202 Z 24 RPR 3040 RF 30
PL 222 Fd 24 RPR 4040 RF 30
PL 242 Z 24 RS 52 Ds 39
PL 27Z z 24 RZ BA z 27
PL 302 F 24 RZ BA z 27
PL 332 Z 24 RZ 10A & H M L 27
PL 362 4 24 RZ 108 Z H M L] 27
PL 392 z 24 RZ 12A z H M 27
PL 432 Zz 24 AZ 12B i M L] 27
PL 472 Z 24 AZ 16A z H M L] 27
PL 512 Z 24 RZ 168 Z 27
PL 562 z 24 RZ 18A z H M| e 27
PL 622 Z 24 RZ 188 Z 27
PL 68Z Z 24 RZ 22A E H M L4 27
PL 752 z 24 RZ 27A z H M| ® 27
PL 82Z Z 24 RZ 33A Z H M L] 27
PL 912 z 24 AZ 39A Z H M L 27
PL 100Z F 4 24 RZ 47A z H M| e 27
PL 1102 Z 24 RZ 56A 4 H M L 27
Zener Ujodes Diodes de régulation ge tergian

Fast recovery Diodes

General use Diodes
Rectifier Diodes

Dicdes usage général
Dicdes Redressernent
Diodes rapides

R oon

Controlled Avalanche Diodes AL
Fast recovery controlled Avalanche Diodes | ACF

High voltage Diodes | THT

Power schottky D5 |

Diodes Avalanche Controlés
Diodes Avalanche Controlée rapide
Diodes Haute Tension

Diodss de::k;



USE _|REPLACEMENT| yTg [ Og USE | REPLACEMENT| 7= ‘?E
TYPES FONG{TYPES a5.510/GAMT 2| Page TYPES FONC/|TYPES 85.510{BAMT| §2| Page
TION |REMFLACES | E5| TION |REMPLACES ? c§
RZ 68A z H M L4 27 TJ 7080 T TG 8A 4€
RZ 824 z H M 27 Td 7100 T a5
S 106.06 T 42 TJ 71120 T 43
S 106-1 W 42 TJAL 602D Triac 51
5106-2 T a2 TJAL 604D Triac 51
S 1064 T | 42 | TiaLeoso Triac 51
5107.05 L g 42 TJAL 608D Triac 51
51071 x 42 TJAL 610D Triac 51
51072 i 42 TK 1 T 45
S$1074 i 42 TK IFA/FB TF 41
SA 2006R R 35 TK 2 ¥ 45
SA 2008°H R 35 TK 2FA/FB TF 41
SA 2010 R R a5 TK 4 T ® | 45
SA 2012 R R 35 TK 4FA/FB TF a1
SA 2014 R il 35 TK 6 T 45
SA 2016 R R 35 TK 6FA/FB TF 41
SA 2018 R A 35 TK 8 17 45
SA 2020 R R 35 TK BFA/FB i 41
SU 2BHZ AC | 37 TK 10 % a5
SU 2006 A 35 TKAZ i} 48
Su 2008 R 36 TK 14 T 45
SU 2010 R 3s TK 16 T 45
sU 2012 R 35 TK 110 i3 45
SU 2014 R 35 TK 110FA/FB TF 41
5SU 2018 R 35 TK 120 T 45
Su 2018 R 35 TK 120FA/FB e 41
SU 2020 R 35 TK 140 T 45
TA 3002RF RF 31 TK 140FA/FB FF 41
TA 3003RF AF 3 TK 180 F 45
TA 30048F RFE n TK 180FA/FB TF 41
TA 3006R R 35 TK 180 T 45
TA 3006 RF RF <)) TK 180FA/FB TF 41
TA 3008R A 35 TK 1100 T 45
A 3008RF RF 31 TK 1100FA/FB TF a4
TA 3010R R 35 TK 1120 i L] a5
TA 3010RF RF 31 TK 1140 & 45
TA 3012R R 35 TK 1160 i 45
TA 3014R A 35 TK 1401 T 45
TA 3016/ R 35 TK 1401F A B TF 4
TA 3018R R 36 TK 1402 T 45
TA 3020R R 35 TK 1402F A B TF 41
TA 3022R R 35 TK 1404 T a5
TA 30248 R a5 TK 1404F A B TF 41
TA 3026R R 35 TK 1406 T 45
TA 3028R R 35 TK 1406F A.B 1F a1
TA 3030R A 35 TK 1408 T 45
TB 410 ¥ 46 TK 140BF A B TF 41
TE 420 T 46 TK 1410 T 45
TH 440 T 46 TK 1410F AB TF 41
T8 460 T 46 TK 1412 T 45
T8 480 T 46 TK 1414 T 45
TEB 4100 T 46 TK 1416 = 45
TEB 4120 T 46 TKAL 110 Triac 61
TEB 4140 Ll 48 TKAL 120 Triac 51
TB 4160 T 46 TKAL 140 Triac 51
TD 5 T 43 TKAL 180 Triac 51
TD 8 T 43 TKAL 180 Triac 51
TD 501 T 43 TKAL 1100 Triac 3]
TD 5018 L TDH 05 * 42 TKAL 1120 Triac 51
TD 503 T 43 ™™ 507 T TO 507 L 43
TD 1001 il ® 43 ™™ 1007 T TO 1007 . 43
TD 10018 T TOH 1 42 T™M 2007 T TO 2007 43
TO 1003 ¥ 43 TM™ 3007 h 4 TO 3007 bed 43
TD 2001 T 43 TM™ 4007 T TO 4007 ® 43
TD 20018 T TOH 2 42 T™ 5007 T TO 5007 43
TD 2003 T 43 TM 6007 i TO 6007 43
TD 3001 T 43 TRO T b
TD 30018 T TDH 3 - 42 TR 10 T L 44
TD 3003 I 43 TR 11 I j 44
TD 4001 T 43 TR 12 L) 2
TD 40018 T TDH 4 42 TR 1010 T 44
TD 4003 T 43 TR 1110 T 44
TD 5001 T 43 TH 1210 T a4
TD 5003 T 43 TA 6010 T a4
TD 6001 T ° 43 TR 7010 T 44
TD 6003 15 43 TR 8010 T 44
TDAL111AB Triac 50 TR 9010 T 44
TDAL{113ABS Triac 50 TRA 518DFX.Z TF 40
TDAL221A B Triac 80 TRA1016DFX.Z TF 4ag
TDAL223ABS Triac 50 TRA2016DF X, 2 TE 40
TDALBD1A B Triac 50 TRA3016DFX,2 i3 40
TODALB03.ABS Triac 50 TRA4A0M6DFX 2 TF 40
TH 358 T 42 TRASMMBDFX.Z TF 40
TH 558 # 42 TRABD16DF X, Z TF 40
TH 1088 T 42 TRAL 6100 Triac 50
TH 1555 T 42 THAL B18D Triac 50
TH 2068 i 42 TRAL 625D Triac 50
TH 3058 T 42 TRAL 830D Triat 50
TH 4058 . 42 TRAL 640D Triae 51
T4 701D T TG 1A 45 TRAL 11100 Triac 60
TJ 702D 1§ TG 2A 45 TRAL 1115D Triac 50
TJ 704D W TG 4A 45 TRAL 1125D Triac 50
TJ 706D T TG 6A 45 TRAL 11300 Triac 50
Compensated temperature Zener Diodes | ZCT | Diades Zener compensées en température Thyristors | T | Thyristors
Low noise Zener Diodes | ZFB | Diodes Zenar faible brult Fast switching Thyristors | TF | Thyristors rapides
Refarence Diodes | RD | Diodes de référence directe Thyristors trigger circuit | DT | Circuit de déclenchement de Thyristor
Darlistor | DTE | Darlistor Programmable UJ.T, | TUP | T.U.J. Programmable




UsE REPLACEMENT J3 U REPLACEMENT -2
TYPES FONC{ TYPES GAMT| 88 | Page TYPES w28 TYPES GAMT E‘E Pags
[TION REMPLACES s $9-1 memPLaces cE
TAAL 1140D Triac 51 TY 2007 T a3
TRAL 2210D Trisc 50 TY 2007F TF 43
TRAL 22150 Triac 50 TY 2010 T a4
TRAL 22250 Triac 50 TY 3004 % 43
TRAL 22300 Triac 50 TY 3005F TF | TM 3007F 40
TRAL 2240D Triac 51 TY 3007 T 43
TSO35F A B TF 40 TY 3007F TF 43
TS 135 X | a4 TY 3010 T 44
TS 135F A8 TF 40 TY 4004 T 43
TS 235 T 44 TY 4005F TF | TM4007F 40
TS 235F A B TF | 40 TY 4007 T a3
TS 435 T a4 TY 4007F TF 43
TS 435F A B TF 40 TY 4010 ¥ a4
TS 635 & 44 TY 5004 T 43
TSE35F AB TF 40 TY S005F TF 30
T8 835 T aa TY 5007 T 43
TS 835F,A 8 TF e | 40 TY 5007F TF 43
TS 1035 T 44 TY 5010 T 4a
TS 1235 T a4 TY 6004 T 43
210 W 46 TY 600SF TF 40
TT 210FA/FB TE 41 TY 6007 T 43
220 o 48 TY 6007F TF 43
TT 220FA/FB T a TY 6010 ¥ aa
TT 240 T 46 TYAL113,MB,C.G |Triac 50
TT 240FA/FB g 41 TYAL116MB.C.G |Triac 50
TT 260 T 46 TYAL11BMB.C.G |Trisc 50
TT 260FA/FB TF 4 TYAL223MB.C.G |Triac 50
7T 280 i 46 TYAL226MB.C,G |Triac 50
TT 280FA/FB TF 41 TYAL228MB.C.G |Triac 50
TT 310 T 46 TYALBO3IMB.C.G |Triac 50
TT 310F,A8 TF 41 TYALEOBMB.C.G |Triac 50
TT 320 23 48 TYALGOB.MB.C.G |Triac 50
TT 320F A B TF 41 TYALB1OMB.C.G |Triac 50
TT 340 AR 46 TYALEISM.B.C.G |Triac 50
TT 340F A B G 41 TYAL1110,M.8,C,G | Triac 50
TT 360 T 48 TYALI115MB.C.G | Triac 50
TT 360F A B TF 41 TYAL2Z210,M.B,C.G | Triac 5O
380 3 46 TYAL2216 M B.C.G | Triac 50
TT 380F A 8 TF a1 ZC 240 zcT 20
TT 2100 T 46 2C 247 ZCT 20
TT 2100F A 8 T 41 ZF 5AR K 25
TT 2120 T 46 ZF GA z 25
TT 2140 T 46 ZF 8A | z e |25
TT 2160 ¥ 46 ZF 10A z 25
TT 3100 T 46 ZF 108 z 25
TT 3100F,A B TF ' a1 2F 12A z 25
TT 3120 T a6 ZF 128 z 25
7T 3140 1 46 ZF 15A z 25
TT 3160 i a6 ZF 158 z 25
TTAL 210 Triac 61 ZF 18A z o |35
TTAL 220 Triac 51 ZF 188 z 25
TTAL 240 Triac 51 ZF 22A z 25
TTAL 260 Trisc 51 ZF 27A £ o |2
TTAL 280 Triac 51 ZF 33A z 25
TTAL 2100 Triac 61 ZF 394 z 25
TTAL 2120 Triac 51 ZF 4T7A Z 25
TU 36 Hz AC 37 ZF 56A z 25
TU 3006 A a5 ZF 68A Z 25
TU 3008 A 36 ZF 82A z 25
TU 3010 R 38
TU 302 R 36 STANDARD UTE Appelations for our devices
;ﬂ %}g 2 ° % APPELATIONS UTE de nos DISPOSITIFS
TU 3018 A 36 $5C Corresponding types
b Kt o % TYPES UTE TYPES SSC Correspondants
TUI 1R TUd | 47
TUP 1,48 TUS 47 FR 55A G 1010
TUP 2.A B TUJ 47 Frﬂt gg'“ G 2013
TXAL'118M,B,C,G | Triac| TDAL116 TOAL116 50 Aaiiy G 401
TXAL 118MB'C.G | Trisc 50 i g%’g
TXAL 226M 8/C.G | Triac| TDAL226 TOAL226 50 s 1
TXAL 228MB.C.G | Triac 50 gl G110
TXAL 606M.8.C.G | Triac| TDALG06 TOALEOS 50 &4 IN 1184
TXAL B0BMB.C.G | Trisc 50 FR 65 IN 1186
TXAL B1IO0MEB.CG | Triac 50 £H 68 IN 1188
TXAL 816MB.C.G | Triac 50 e IN 1190
TXAL 1110,M,8,6,6{ Triac 50 @ RN 835
TXAL 1115:M,B.C,G| Triac 50 e RN 1135
TXAL 2210.M.8.0.G| Triac 50 e M aHz
TXAL 2215,M.B.C.G| Trisc 50 4y A BHz
TY 504 T 43 = o Site
TY 50SF TF | TMEOTF 40 FR'74 G 4Hz
TY 807 T 23 FR 75 G 8Hz
v B0 TE Te b FR 76 G 8Hz
T¥ 510 T 5 FR 77 R 4Hz
TY 1004 T 43 FR 78 R 6Hz
TY 1005F TF | T™M 1007F 40 FR 79 R 8Hz
TY 1007 T 43
TY 1007F TF a3 - OTA types
TY 1010 = 44 Wpasgﬁﬂd:::: classification intar-armées
TY 2004 3 43
TY 2005F TF TM 2007E 40 code number manufacturer F 4759 formely F 2214
n® code Fabricant F 4758 anciennement F 2214
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COMPENSATED TEMPERATURE ZENER DIODES
DIODES ZENER COMPENSEES EN TEMPERATURE
=
v
—[_ T ( 'z WV max. =T
I74 = It max. @lyy AT Case
! | (10 Boitier
TYPES AT o
(mA) — 5% | rom. [ + 5% imAl | (o (mv) \ e °cl |
autres tensions ou autre boitier, nous consulter. Please consult us for other voltages or other cases.
[ ]
moulding
moulage
| |
1N 1737 30 17,67 18,6 19,53 .5 80 288 — §5 + 100 10
IN 1737 A 30 17,67 18,6 19,53 7,5 60 144 -554 1900 | 6 A29
N 1738 30 23,56 24,8 26,04 7.5 60 | 3 —~ 55 + 100 | 10
IN1738 A | 30 23,56 24,8 26,04 7.5 80 192 — 55 + 100 5
1N 4059 a5 15,96 16,8 17,64 0 | 30 130 - 55 - 100 5
1N 4059 A 85 15,96 16,8 17,64 10 30 53 - 55 + 100 2 |
1N 4060 80 17,58 18.5 19,42 10 30 143 — 65 + 100 5
1N 4060 A 8o 17,58 18,5 19,42 10 30 58 - 55 — 100 2 A T8
1N 4063 50 25,65 27 28.35 10 a5 | 210 - 55 - 100 5
1N 4063 A 50 25,65 27 28,35 10 45 81 - 55 + 100 2
1N 4064 45 28,50 30 31,50 10 50 233 - 55 | 100 5
1N 4064 A 45 28,50 30 31,50 10 50 a3 — 55 + 100 2
1N 4065 40 31,35 33 34,65 10 B5 256 — BE ' 100 5
TN 4085 A 40 [ 31.35 33 34,65 | 85 103 - 55 + 100 2 |
| | |




COMPENSATED TEMPERATURE ZENER DIODES FOR A CURRENT RANGE
DIODES ZENER COMPENSEES EN TEMPERATURE POUR UNE GAMME DE COURANT

A" L3 max. E=T
ZT T

] Izm V) Izr i | @ I7T o Case
TYPES AT (107 Boitier

| (mA) — 5% nom. +5% (mA) 0 {mV) "¢ ifel

500 mW  /taymbh, = 25°C tyj) = 125°C & 20mA| 5->20mA 5—+20mA
moulding
ZC 240 20 23 24 25 5-*20 (20 6 372 —55-+100 | 10 moulage
ZC 241 20 23 24 25 §E—=20 |20 B 186 — 55+ 100 5 2¢
|

COMPENSATED TEMPERATURE ZENER DIODES
DIODES ZENER COMPENSEES EN TEMPERATURE

: VZT 7T LV max. xT
= v 'zt | max. | @ipy - 5| Cos
TYPES AT 3 1 Boitier
{mA} - 5% nom. + 5% (mA) €2 ImV1 " C) (e
400 mW  /tgmp = 25°C  tfyj) = 150°C
1N 3496 60 59 6.2 6.5 7,6 15 23 0 +78 5
1N 3497 60 5,9 6,2 6.5 75 15 ] 0 +75 2 Do 7
1N 3498 80 5,9 6,2 6.5 7,5 15 5 0 +75 1
1N 3500 60 59 6.2 6.5 7.5 15 a8 0 +75 10
400 mW / tamb = 25°C t"ﬂ = 160° C
1N 821 60 5,9 6,2 6,5 75 l 18 9 — 55 +100 10
1N 823 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 a8 —55 +100 5
N 825 50 59 5,2 6,5 7,5 15 19 — 55 + 100 %
IN 827 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 9 — 55 + 100 1
1N 829 60 5,9 6,2 6,5 7.5 15 4 — B5 +100 05| pov
IN 821 A 60 5,9 6,2 6,5 7,5 10 96 — 56 4100 10
1N 823 A 60 5,9 6,2 6,5 7.5 10 48 — 55+ 100 5
IN 825 A 60 5,9 6,2 6,5 7.5 10 19 — 55 + 100 2
IN 827 A 60 5,9 6,2 6.5 7.6 10 9 ~55+100 1
IN 828 A 80 59 6.2 5.5 l 75 | 10 a -55+100 | 05
400 mW  /tgmp = 50°C tyj) = 175°C
1N 3154 45 ] 8,4 8,8 10 15 130 —55+100 10
1N 3155 45 8 8.4 8,8 10 15 65 ~ 56 + 100 5
1N 3156 45 8 8,4 8,8 10 15 26 — 551100 2
1N 3157 45 8 8.4 838 10 15 13 - 56 + 100 1 007
1N 3154 A 45 8 8,4 88 10 16 172 — 55 150 10
1N 3155 A 45 8 8.4 8.8 10 15 86 - 55 + 150 5
1N 2156 A 45 8 8.4 8,8 10 15 a4 —55+150 2
1N 3157 A 45 8 8.4 88 10 15 17 —55+150 1 |
500 mW /tamb = 25°C  tiyjj = 175°C
1N 938 50 8,55 9 9,45 %8 20 67 0+75 10
N 936 50 8,55 9 9,45 7.6 20 33 0475 &
1N 937 50 8,55 9 9,45 7.5 20 13 0+75 2
1N 938 50 8,55 9 9,45 7,5 20 6 0+75 1
1N 539 50 8,65 9 9,45 7,5 20 g 0+75 05
1N 935 A 50 8,55 9 9,45 7.5 20 139 ~ 55+ 100 10
1N 936 A 50 8,55 9 9,45 7.6 20 89 — 55 + 100 5
1N 937 A 50 8,55 g 9,45 7,5 20 27 —B85+100 2 DO 7
1N 938 A 50 8,55 9 9,45 7.5 20 13 — 55+ 100 1
1NG39 A 50 8,55 9 9,45 7.5 20 7 - 55 + 100 0.5
10N 935 B 50 8,55 9 9,45 7.5 20 184 — 55 +150 10
1N 936 B 50 8,55 9 9,45 7.5 20 92 — 551150 5
1N 9378 50 8,55 9 9,45 7,5 20 a7 — 854 150 2
1N 938 B 50 8,56 9 9,45 7.5 20 18 — 55+ 150 1
1IN 939 B 50 8,55 g 9,45 7.5 20 9 — 56 +150 0.5 |
500 mW  /tgmp = 25°C Yuj) = 175°C
1N 841 10 11,12 11.7 12,28 16 30 88 0+75 10
N 842 40 1112 1,7 12,28 7.5 30 a4 0178 6
1N 943 40 .12 11,7 12,28 7.5 30 18 0+75 2
1N 944 40 1,12 1,7 12,82 7,6 30 9 0+75 1
1N 841 A 40 11,12 1.7 12,28 7.5 30 181 — B5+ 100 10
1N 942 A 40 11,12 11,7 12,28 7.5 30 90 — 55+ 100 5
1N 943 A 40 11,12 1,7 12,28 7.5 30 36 - 55 + 100 2 DO 7
1N 944 A 40 11,12 11,7 12,28 7,5 30 18 — 55 + 100 1
1N 9418 40 11,12 11,7 12,28 7.5 30 239 —55+150 10
1N 942 B 40 11,12 1,7 12,28 75 30 120 — 55 +150 5
1N 9438 40 11,12 1,7 12,28 7,5 30 47 — 55 + 150 2
IN944 B 40 1112 "7 12,28 7,6 30 24 —55+150 1




LOW NOISE ZENER DIODES
DIODES ZENER FAIBLE BRUIT

v :
wv) max. max. @ Vg Nive}u de g:::ier
TYPES bruit @ lzt
= . ) A" mak
{mA) 5% nom {mA) 19 (A (V) VI ViTz)
= M " Tensions supérieuras, nous consulter,
250 mW / tease = 26° C tvj) = 150° C Please consult us far upper voltages.
BZV 17 C 6VE 42 5,2 E6 8 0,25 300 10 4 1
BZV 17 C6V2 38 6.8 6,2 6.6 0,25 300 10 4.5 1
BZV17C6V8 35 6,4 6.8 7.2 0,26 300 10 5,2 1
BZV 17C 7V5 32 7 7.5 7.8 0,25 300 10 5,7 1
BZV 17 C8V2 23 7.7 8,2 87 0,25 400 1 6.2 2
BZV 17 C a1 26 B5 9,1 98 0,25 400 1 6,9 2
BZV17C10 24 9.4 10 10,6 0,25 400 1 1.6 2
BZVI7TE 1N 22 104 1 1.8 0,25 400 0,056 B4 1
BZV17C112 20 1.4 19 12.7 0,25 400 0,05 9,1 5
BZV17C13 18 124 13 14,1 0,25 400 0,05 a9 5
BZV17C15 16 13,8 186 16,6 0,25 400 0,06 1 B
BZV 17C 16 15 15,3 16 17,1 0,25 400 0,05 12 5 Do 7
BZV 17C18 13 16,8 18 18,1 0,25 400 0,05 14 5
BZV17C20 12 18.8 20 21,2 0,25 400 0,056 15 5
BZV17C22 11 20,8 22 233 0,25 400 0,05 17 5
BZV17C24 9.8 228 24 256 0,25 400 0,01 18 10
BZV 17C 27 8,7 25,1 27 288 0,25 60O 0,01 21 10
BZV 17C 30 7.8 28 30 32 0,25 600 0,01 23 10
BZV17C33 71 31 3 35 0,25 600 0.0 25 10
BZV 17C36 6.6 34 38 38 0,26 800 0,01 27 10
BZV 17C 39 6,1 37 38 0,256 600 o,m 30 10
BZV 17 C 43 54 40 43 0,25 600 0,01 a3 10
BZV 17C47 5 44 47 0,25 600 0,01 36 10
B2V 17C 51 46 48 51 0,25 600 0,01 39 10
BZV 17 C 56 4,2 52 56 0.25 600 0,01 43 10
250 MW /1cae = 25° C  tfyj) = 200° C
1N 4099 36 64 6,8 0,25 200 10 5,2 40
1N 4100 32 7 7.8 0,25 200 10 57 40
1N 4101 29 7,7 B2 0,25 200 1 6,2 40
1N 4103 26 85 9.1 0,26 200 1 6.9 40
1N 4104 24 9,4 10 0,25 200 1 1.6 40
1N 4105 22 10,4 11 0,25 200 0,05 84 40
1N 4106 20 11,4 12 0,25 200 0,08 9,1 40
1N 4107 18 124 13 0,25 200 0,05 9,9 40
1N 4109 16 13,8 15 0,25 100 0,05 1 40
1N 4110 15 153 16 0,25 100 0,05 12 40
TN 4112 13 16,8 18 0,25 100 0,08 14 40
1N 4114 12 18,8 20 0,26 160 0.01 15 40
IN 4115 11 20,8 22 0,25 150 0,01 17 40
1N 4116 9,8 22.8 24 0,25 160 0,01 18 40
1N 4118 8,7 251 27 0,25 150 0,01 21 40 DO 7
1N 4120 78 28 30 0,26 200 0,01 23 40
INdI2Y 2.3 3 33 0,25 200 0.0 25 40
1N 4122 6,6 24 36 0,25 200 0,01 27 40
1IN 4123 8,1 37 39 0,25 200 0,01 30 40
1N 4124 54 40 43 0,25 250 0,01 33 40
1N 4125 5.0 44 47 0,25 250 0.01 36 40
1N 4126 456 48 b1 0,25 300 0,01 39 40
1N 4127 4,2 52 56 0,25 300 0,01 43 40
1IN 4129 38 58 62 0,25 500 0,01 a7 40
1N 4130 35 64 68 0,25 700 0,01 52 40
INa131 32 70 75 0,25 700 0,01 56 40
1N 4132 29 77 82 0,25 800 0,01 62 40
1N 4134 2,6 a5 91 0,256 1200 0,01 69 40
1N 4135 24 94 100 0,25 1500 0,01 76 40
REFERENCE DIODES
DIODES DE REFERENCE EN DIRECT
Ig = 100 pA Ig = 1mA Ig = 5mA Ig = 10 mA lg = 100 mA
Ve (V) Ve (V) Q Veivh |, VEWVL | (0 Case
TypES F r i F r (5 r (€Y F 1] F ) e
min. | max | max | min. | max | max max | min. | max-| max | min. | max | max
MD 1 0,40 A 600 | 0,62 | 0,83 90 0,65 | 0,74 12 0,76 | 0,85 2
MD 2 0,85| 1,05 { 1200 | 1,10 | 1,30 | 180 1,32 (1,74 | 24 | 1,556 | 1,80 | 4 Do 7
MD 3 1,30 1,50 | 1800 | 1,65 | 1,85 | 275 200|220| 36 | 222|260 6
MD 4 1,60| 2,00 (2400 | 2,20 | 2,50 | 360 270 (290 | 50 | 292|320 8
ME 1,5 20 Do7
ME 2 30




R

! ras lzk - «T 'n | | e
max. a
b3as ) | <~/ i Vi Va Baitier
TYPES T . n
(mA) | — 5%—[ nom. | +5% | (mA) (52 | (mA) (19)] 104 C![ (LA} v
250 mW /' tgmp = 25°C t{yj) = 150°C P{10ms) = 3W + 10%

MZ 4A 48 4,1 4,7 52 | 25 I 2% | & 300 1 I l
MZ 5A 40 5 5.6 6.2 | 25 o |8 300 2

MZ 6A 33 6,1 6,8 7.5 | 185 14 | 2 300 3

MZ 8A 27 74 8,2 9,1 |15 16 | 2 300 4 |

MZ 10 A 23 9 10 1 12,8 18 | 05 500 5

MZ 12 A 19 108 | 12 135 | 105 20 | 05 | 500 57 |

MZ 15 A 15 13 15 165 @ 85 24 | 0,8 500 6.3

MZ 18 A 12 16 18 20,5 7 38 | 056 750 68 |

MZ 22 A 10 20 22 245 | 55 50 | 0.5 1000 7.3

MZ 27 A 83 24 27 30 a5 80 | 0,25 5000 7.7

MZ 33 A 6.9 29 33 38 3,8 115 | 0,25 5000 8

MZ 39 A 58 35 39 43 3,2 200 | 0,25 5000 8,3 Do 7
MZ 47 A 4.9 42 47 52 2.7 300 | 0,25 7500 8,6

MZ 56 A 4 50 56 62 22 400 | 0,25 7500 8,8 |
MZ 68 A 33 61 68 75 1.8 800 | 0,25 7500 9

MZ 82 A 2,7 74 82 91 1,5 1000 | 0,25 7500 | 82

MZ 10 8 2.2 20 100 110 1.3 1600 | 0,25 | 10000 93 I
MZ 128 1.9 | 105 120 135 1 2000 | 0,25 | 10000 9.4

MZ 15 B 1.6 | 130 150 165 085, 2400 | 0,25 | 10000 9.6

MZ 18 B 1.2 | 180 180 205 0,68 | 3200 | 0,25 16000 96 | :

| 1
250 mW /' tamb = 25°C tyj) = 175°C P(10ms) = 3W

TN 708 A 42 5,2 5,6 6 25 36 | 2 300 2,5 250 a

1N 708 A 38 5,8 6.2 66 | 25 a1 | 2 300 3.2 200 45

iN 710 A a5 6,4 8,8 72 |25 47 | 2 300 38 150 5.2
IN711 A 32 7 7.5 78 | 25 53 | 2 300 a5 75 5.7

IN 712 A 29 17 82 B7 | 25 6 2 300 5.3 50 6,2

N 713 A 26 25 9,1 96 | 12 7 7 300 5.5 2% | 6.9

IN 714 A 24 9.4 10 106 | 12 8 0,5 500 6.1 10 76 |
1IN 715 A 22 10,4 1 e [z g 0.5 500 6.3 5 | 8.4

IN 716 A 20 11,4 12 12,7 |12 10 0,5 500 6.8 5 9.1
IN717 A 18 12,4 13 143 |12 11 0,5 500 7 5 9.9

1N 718 A 16 138 15 158 | 12 13 0.5 500 7.2 5 11

1N 719 A 16 15,3 16 174 | 12 15 0,5 500 7.4 5 12

1N 720 A | 13 16,9 18 191 | 12 17 0.5 500 7 5 14

1N 721 A 12 1881 =20 H2 | 4 20 0.5 500 8 5 15

IN 722 A 1 20,8 22 233 | 4 24 0.2 2000 8,3 5 17

1N 723 A ‘ 9,8 228 24 256 | 4 28 0.2 2000 8.6 5 18

IN 724 A 8.7 25,1 27 289 | 4 a5 0,2 2000 8,7 5 21 0o 7
1N 725 A 7.8 28 30 32 4 42 0,2 2000 8.8 5 23 |
1N 726 A 71 31 ag 35 4 50 0.2 2000 @ 9 - 25

1N 727 A 8.6 34 35 a8 4 80 0,2 2000 9,1 5 27

IN 728 A | T 36 41 4 0 | 02 2000 | 92 5 30

1N 726 A 54 | 40 43 46 4 84 0.2 2000 9.2 5 23 |
1N 730 A 5 a4 47 50 4 98 0,2 | 2000 9.3 5 6

IN 731 A 468 | 48 51 54 4 115 , 0,2 2000 94 | 5 39

1IN 732 A 42 | 52 56 60 4 140 0,2 | 2000 9.5 5 43

IN 733 A 38 58 62 66 2 170 0,2 | 2000 9.6 5 47

1N 734 A 35 84 68 72 3 200 0.1 5000 9.6 5 52

1N 735 A 32 | 70 75 78 2 240 0,1 5000 9,6 5 56

1N 736 A 2,9 77 82 87 g 280 0,1 | 5000 9,6 5 62

1N 737 A 28 85 91 96 1 240 01 | 5000 9,6 5 69

1N 738 A 24 94 100 106 1 400 0,1 5000 9,6 5 76

1N 738 A 2.2 | 104 110 116 1 490 0,1 5000 9,6 5 84

1N 740 A 2 114 120 127 1 570 0.1 5000 9.6 5 91

TN 741 A 1.8 | 124 130 141 1 650 0,1 5000 9.6 5 99

IN 742 A 1.6 | 138 150 156 1 860 0,1 5000 9.6 5 114

1N 743 A 14 | 153 1680 171 1 970 0,1 5000 9,8 5 122

N 744 A 13 | 168 180 191 1 1200 0.1 5000 9.6 5 137

1N 745 A 1.2 | 188 200 212 1 1400 0.1 5000 9,6 5 152

1 |
= 4 _ Al fia)
400 mW /| tgmb = 25°C  tyj) = 175°C P(10ms) = 5W 25° Cl150°C

1N 746 A 115 31 33 3,5 20 28 -8 10 | 30 ¥

1N 747 A 105 34 3,6 3,8 20 2 55 |10 | 30 1
1N 748 A 95 3.7 3.0 4 20 23 -5 10 | 30 1
1N 749 A 85 4.0 a3 46 20 22 4 2 | 30 1
1N 750 A 80 44 4,7 5,0 20 19 2 2 | 30 !
1N 751 A 75 48 5,1 54 20 17 1 1 | 20 1

1N 762 A 65 52 56 6 20 11 25 1 20 1 b6 7
IN753 A 60 58 6,2 6.6 20 7 3.2 01| 20 1

1N 754 A 56 6.4 6.8 1.2 20 5 38 01| 20 !

1N 765 A 51 7 75 7.9 20 8 45 | 01| 20 1

1N 756 A 46 1.7 8,2 8,7 20 8 53 0,1 20 1

1N 757 A 42 8,5 9,1 96 20 10 5,5 01| 20 1

IN 758 A 38 9.4 10 10,6 20 17 6,1 0,1 20 1

1N 759 A a1 1.4 12 12,7 20 30 68 0,1] 20 1

|




ZENER DIODES
DIODES DE REGULATION DE TENSION

| Vet I [ rzk IR
Ps | 2 1 Va
| 10ms Izm i V) = max, = s sk ;:a: E goa?:ier
r p H 1)
TYRES L w) | ma) | —6% nom. | g% | (mA) | (@1 | (mA) i |not fe) par | v
i 1
400 mW ik (9558 t{yj) = 150" C
BZX 86 C 2V7 5 [138 [ 25 2.7 2,9 6 80 7 |
BZX 96 C 3 5 |[125 2.8 3 32 5 80 -85
BZX 96 C 3V3 5 {115 31 33 35 B 80 -6
BZX 96 C 3VE 5 108 34 3.6 3,8 5 80 | -55
BZX 96 C 3v4 5 | 95 37 3.9 4.1 5 80 | 5
BEZX 96 C AV3 5 | 85 4.0 4.3 4.8 5 75 -4
82X 96 C 4V7 5 | 80 a4 47 5.0 5 70 2
BZX 96 C 5V1 5 s | 48 5,1 54 5 60 | 1
BZX 96 C 5V6 5 686 | 52 5,6 6 5 40 2,5 1 1
BZX 86 C 6V2 5 | g0 58 6.2 6.6 5 10 3.2 1 1
BZX 96 CGV8 5 55 6,4 6.8 7,2 5 8 4 1 2
BZX 96 C 7V5 5 50 7 7.5 7.9 2 3 4,5 1 7
BZX 96 C 8V2 5 45 7.7 82 8.7 5 7 4.8 1 35
BZX 96 C 8V 5 | a2 85 9,1 9,6 5 10 5 1 35
8ZX95C 10 5 a8 9.4 10 10,6 5 15 55 t | & Do 7
BZX96C 11 5 34 10,4 1 1.6 5 20 6 1 5
BZX96C12 5 a1 11.4 12 12,7 5 20 6,5 1 7
BZX 96 C 13 5 28 12,4 13 14,1 5 25 7 i 7
BZX 96 C 15 5 26 13.8 15 15.6 5 30 3 1 10
BZX 96 C 16 5 | 23 15,3 16 170 5 40 15 1 10
BZX 96 C 18 5 21 16,8 18 19,1 5 55 7.5 f 10|
BZX 96 C 20 5 19 18.8 20 21,2 5 55 B 1 10
BZX 96 C 22 5 17 20.8 22 23.3 5 55 8 1 12
BZX 96 C 24 5 16 22,8 24 25,6 5 80 85 1 12
BZX 96 C 27 5 14 25,1 27 28,9 5 80 | 85 | 14
B2X 96'C 30 | 5 13 28 30 32 5 80 85 1 14
BZX 86 C 33 | & 1 a1 33 3 | s 80 j 85 | 1 17
400 mW  [tgmhb=26°C  t(yj) = 175° C A5c
BZX 55 C4V7 5 80 a4 8.7 50 5 | B0 1 600 |-2 30 2
BZX 55 C 5V1 5 75 48 51 5.4 8 50 1 550 1 2 1
BZX 55 C 5V6 5 65 5.2 56 8.0 5 40 1 450 2,5 2 1
BZX 55 C gV2 5 80 58 6.2 66 | 5 10 | 200 3.2 2 2
BZX 55 C 6V 5 85 6.4 8.8 7.2 & 8 | 1 150 4 | 2 3
BZX 55 C 7V5 5 | s0 7 7,6 7.9 5 7 | 50 45 2 5
82X 59 C 8V2 5 45 1,7 82 8.7 5 = 1 3 50 4.8 2 6
BZX 55 C V1 5 42 85 9,1 96 5 10 1 50 5 2 7
BZX 55C 10 5 38 9.4 10 10,8 5 15 | 70 55 2 75
BZX65C 11 5 34 10,4 1 11.6 5 20 | 70 6 5 8,5
BZX 55C 12 5 31 1.4 12 12,7 5 20 1 80 6.5 2 9 Do 7
8ZX 55013 5 28 12,4 13 14,1 5 26 1 110 i 2 10 |
BZXE55C 15 5 26 13.8 15 16,6 5 30 1 110 7 2 1
BZX 55C 16 5 23 15,3 18 171 5 40 1 170 7.5 | 12
BZX 55C 18 5 21 16,8 18 19,1 5 55 \ 170 75 2 14
87X 55 C 20 5 19 18,8 20 21.2 5 55 1 220 8 2 15
82X 55C 22 5 17 208 22 233 5 55 1 220 8 2 17
8ZX 55C 24 5 18 22,8 24 256 5 80 1 220 8,6 2 18
BZX 58 C 27 5 14 25,1 27 289 5 80 1 220 85 g 20 |
BZX 55 € 30 5 13 28 30 32 5 a0 1 220 8.5 2 22
BZX 55 C 33 5 11 31 35 5 80 1 220 85 2 24 l
400 MW  /tamb = 257 C t(yj) = 175°C
* IN957 B 5 | 56 5.4 [ 72 [ &6 1 700 4 160 5,2
% 1N 958 B 6 51 7 75 79 | 165 0.5 700 45 75 5,7
* 1N 953 B 5 a8 7.3 8.2 87 | 15 0.5 700 4,8 50 6.2
% 1N 960 8 5 | 42 g5 9,1 g6 | 14 0,5 700 5,1 25 6.9
#1N 961 B 5 38 9.4 10 106 | 125 0,25 700 55 10 7.6
#1N 962 B 5 | 34 10,4 11 11,6 | 1.6 0,25 700 6 5 84
*1N 063 B 5 | 31 11.4 12 127 | 108 0,25 700 6.5 5 91
#1N 984 B 5 28 12,4 13 14,1 9.6 0,25 700 65 5 9.9
#*1N 966 B 5 26 | 138 15 15.6 8,5 0,25 700 7 | B 11
% 1N 966 8 5 23 15,3 16 17.1 7.8 0,25 700 1 5 12
+1N 967 B 5 |2 16,8 i8 19,1 7 0,25 750 7.5 5 14
% 1N 968 B 5 19 18,8 20 212 | B2 0,25 750 7.5 5 15
*1MN 969 B | s 17 20,8 22 23,3 56 0,25 750 | 8 5 17
*1Ng70B 5 16 22,8 24 25,6 52 0,25 750 8 5 18
*1N 9718 [ &8 |14 25,1 27 28,9 4.6 0,25 750 85 5 21 | Doz
* 1N 972 8 5 13 28 30 a2 4,2 0,25 1000 8.5 8§ 23
#1N9IZ B 5 11 31 33 35 3.8 0.25 1000 85 5 25
IN 974 B 5 |1 34 36 38 3.4 0,25 1000 8.5 5 27
ING75 8 5 9,8 37 39 41 39 80 0,25 1000 ) 5 30
1N 976 B 5 8.7 an 43 46 3 93 0,25 1500 ] 5 33
1N977 8 5 8 a4 47 50 2,7 105 0,25 1500 g ‘ 5 36
1Ng78 B 5 7.4 a8 59 54 25 125 0,25 1500 9 5 39
IN979 B 5 6,7 52 56 60 2.2 150 0,25 2000 E] | ® 43
1N 980 B 5§ | 61 58 62 66 2 185 0,25 2000 9 5 a7
1N 9818 5 5,6 64 88 72 1,8 230 0,25 2000 9 5 52
1N 9828 5 51 70 78 79 1.7 270 0,25 2000 9 5 56
1NO83 8 5 46 77 82 87 1,5 330 0,25 3000 | 9 5 62
1N 984 B 5 4,2 g5 91 96 1.4 400 0,25 3000 9 5 =)
1N 985 & 5 3,8 94 100 106 1.3 500 0,25 a0 | 9 5 | 76
1N 986 B | 5 34 | 104 110 116 K 750 0,25 4000 9,5 5 84
1N 887 B 5 31 | 114 120 127 1 900 0,25 4500 9,5 5 91
1N 988 B 5 28 | 124 130 141 0,95 1100 0,25 5000 9,5 5 g9
1N 989 B 5 | 28 | 138 150 156 0,85 | 1500 0,25 6000 9,5 5 114
1N 990 B 5 | 23 | 183 160 171 0,80 |1700 0,25 6500 9.5 5 122
1N 891 8 5 21 | 188 180 191 0,68 |2200 0.25 7100 9.5 5 |137 |
1IN992 8 5 1,6 | 188 200 212 0.65 | 2500 0,25 | BOOD | 10 5 |12 |
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ifomedlonre

VT f=1| | IR v
Ps | zZv | - & max. R
wms| 'ZM V) xF max. ZK max., ¥ @vg B;cg“{;ier
T W (mal — B% l nom. I + 8% | (mA} £ {mA) ©  [notrfo) wal W
IW  /tamp = 80°C  tyj) = 180°C
% PL3V3Z 30 285 3 33 36 | 10 10 o
# PL3VEZ 30 260 34 36 38 | 100 10 -85
# PL3VEZ 30 240 37 3,8 41 | 100 7 -8
¥ PLAVIZ 30 215 4 4,3 46 | 100 3 -4
* PLAV7 Z 30 200 4,4 4,7 5 100 7 .2
* PLBV1 Z 30 185 4.8 5,1 54 | 100 5 1
% PLEVE Z 30 165 5,2 5,6 8 100 2 2,5
* PLEV2Z 30 150 58 6,2 8,6 | 100 2 32
* PLBVEZ 30 140 6.4 6,3 7.2 | 100 2 4 1 2
* PLIVE Z 30 130 7 7.5 7.9 | 100 2 45 1 2
* pLBVZZ 30 110 17 8.2 87 | 100 = 4.8 1 35
* PLOVY Z 30 100 8,5 9,1 9.6 50 4 51 1 as
% PL10Z 30 94 9.4 10 10,6 50 4 6,5 1 5
#* PL11Z 30 86 10,4 11 11,6 50 7 8 1 5
* PLI2Z 30 79 11,4 12 12,7 50 7 6,5 1 7
* PL132 30 ial 12,4 13 14,1 50 10 8,5 1 7
* PLISZ 30 64 13.8 15 15.6 50 10 7 1 10
%*PLIEZ 30 59 15,3 16 171 25 15 7 1 10
# PL1BZ | 30 52 16,8 18 s 2% 15 7,5 i | e
#PL20Z 30 47 18,8 20 21,2 25 16 7,5 1 10
*PL222 30 43 20,8 22 23,3 25 15 8 1 12
* PL24Z 30 39 22,8 24 25,6 25 15 8 1 12
* PL272 3o 35 25,1 27 28,9 25 15 85 1 14 F126
* PL30Z 30 31 28 30 32 25 15 85 1 14
* PL33Z 30 29 3 33 35 25 15 8,5 1 17
PL36Z 30 26 34 36 38 10 40 8,5 1 17
PL39Z 30 24 37 39 41 10 40 g 1 20
PL43Z 30 22 40 43 46 10 45 9 1 20
PLATZ 30 20 44 47 50 10 45 a 1 24
PL51 Z 0 | 19 51 54 10 60 9 1 24
PLSE Z 30 17 52 56 60 10 80 g 1 28
PLG2Z 30 15 58 62 66 10 a0 g 1 28
PLGBZ 30 14 64 68 72 10 80 9 1 34
PL7SZ 30 13 70 75 79 10 100 9 \ 34
PL822Z 30 12 77 82 87 10 100 9 1 41
PL91Z 20 10 85 91 ag 5 200 9 1 41
PL100Z 30 9,4 a4 100 106 5 200 9 1 50
PL110Z 30 8.6 | 104 110 116 5 250 9,5 1 60
PL1202Z 20 7.8 | 114 120 127 5 250 9,5 1 60
PL1302 30 7 124 130 141 6 300 9,5 1 60
L1802 30 64 | 138 150 156 5 300 9.5 1 75
PL 1602 30 58 | 153 160 m 5 350 a,5 1 75
PL 180 Z | 30 52| 168 | 180 | 19 5 | 3% 9,5 1| 90
PL 2002 a0 47 | 188 200 212 5 350 10 1 90
TW  /tamp = 50°C 1ty = 175°C
# 1IN 4158 B 20 140 6.4 6.8 7.2 a7 ag| 1 700 4 150 6,2
% 1N 4159 B 20 130 7 7.5 7.9 34 4 0,56 700 45 100 5,7
# IN4160 B 20 110 ¥ ] 8,2 8,7 31 45| 058 700 4.8 50 6,2
#1N4161 B 20 100 85 9,1 9.6 28 5 0,5 700 5,1 25 6.9
#* 1N 41628 20 94 9.4 10 10,6 26 7 0,25 700 5,5 25 7,6
#1N 41638 20 86 10,4 1" 1.6 23 8 0,25 700 6 5 8.4
*1Na16a B 20 79 11,4 12 12,7 21 9 0,25 700 6.5 5 9,1
*1N 41658 20 7n 12,4 13 14,1 19 10 0,25 700 8,5 5 2,9
% 1N 4166 B 20 84 13.8 16 15,8 17 14 0,25 700 7 5 1
*1N4167 8 20 58 15,3 16 174 15,5 16 0,25 700 7 5 12
%1M 4168 B 20 52 16,8 18 19,1 14 20 0.25 750 7.5 5 14
% 1N 4169 B 20 47 18,8 20 21,2 12,8 22 I 0,25 750 7.5 5 15
#IN4170 B 20 | 43 20,8 22 23,3 1.5 23 0,25 750 8 5 17
#1N 4171 8 20 39 22,8 24 25,6 10,6 26 | 025 750 8 5 18
#1N 41728 20 35 25,1 27 28,9 9,5 35 0,25 750 8,5 5 21
*#1N41738 20 31 28 30 32 8,5 40 0,25 1000 | 85 5 23 DO 29
¥ 1N 41748 20 20 3 33 35 7.6 45 0,26 1000 B.5 5 25
1N4175 B 20 26 34 36 ek} 7 50 0,25 1000 85 b 27
1N4176 8 20 24 37 39 41 6,5 60 0,25 1000 9 5 30
INA4177 B 20 22 40 43 46 6 70 0,25 1500 g 5 33
1N4178 8 20 20 44 a7 60 55 80 0,25 1500 ] 5 36
1N4179 B | 20 19 48 51 54 5 a5 0,25 1500 9 5 39
1N 4180 B 20 17 52 56 60 45 110 0,25 2000 ] 5 43
1N 4181 B 20 15 58 62 66 4 125 0,256 2000 a 5 a7
1N 41828 | 20 14 64 68 72 37| 160 0,25 2000 9 5 52
1N 41838 20 13 70 75 79 33| 175 0.25 2000 9 5 56
1N 4184 B 20 12 77 82 a7 3 200 0.25 3000 9 5 62
1N 4185 8 20 10 85 a1 96 2,8 | 280 0,25 3000 9 5 69
1N 4186 B 20 9,4 94 100 106 25 | 3% 0,25 3000 9 5 76
1N 4187 B 20 86 | 104 110 116 23| 450 0,25 4000 9,6 5 84
1N 4188 8 20 78| 114 120 127 2 550 0,25 4500 9,5 5 91
1IN 4189 B 20 7 | 14 130 141 1.9 | 700 0,25 5000 9.5 5 a9
1N 4190 B 20 64 | 138 150 156 1,7 | 1000 0,25 6000 9,5 5 | 114
1N 4191 8 20 58| 153 160 171 1.6 | 1100 0,25 6500 9,5 5 | 122
1N 4192 8 20 62| 188 180 191 1.4 | 1200 0.25 7000 9,5 5 | 137
1IN 41938 20 4,7 | 188 200 212 1,2 | 1500 0,25 8000 10 § | 162




ZENER DIODES
DIODES DE REGULATION DE TENSION

v 'R
ZT r r
TYPES 1?ms V) lzT mazl maiK =T | max. y -
> @vg R Hairier
(W) - 5% nom. | +86% | (mA) iy (4 |jnotrel (wa) (v
TW  [tamb = 25°C 150° C
B2V 18 C BVE 30 5,2 5.6 8 43 1 1 400 3 50 4
BZV 18 C 6V2 30 58 6,2 6,6 40 1561 400 35 20 4.5
BZV 18 C6VE 30 6,4 6,8 72 | a7 2 1 400 4 10 5,2
BZV 18 C 7V5 30 7 7.5 7.9 34 z2e| * 400 4,5 5 5,7
BZV 18C8V2 30 y i 8,2 8,7 31 3 0,5 400 4,8 2 6,2 DO 29
BZV 18 C 9V 30 8,5 9,1 96 | 28 35| o5 400 5,1 1 6,9
BZv1i8c1o 30 9.4 10 10,6 25 4 0,6 400 5,6 1 7.6
BZV 18C 11 30 10,4 1" 11,6 23 5 0,56 400 8 1 8.4
BZVi8C12 30 11,4 12 12,7 21 8 0.5 400 6,5 1 9,1
W [tambh = 50°C 178° C
1N 3016 B 30 84 6,8 7,2 37 as| 1 700 4 150 52
1N 30178 30 ] 1.5 7.9 34 4 0.5 700 4,5 100 5,7
1N 3018 8 30 7,7 8,2 g7 (| 31 45| 05 700 4,8 50 6,2
1N 3019 B 30 8.5 9,1 g6 | 28 5 0,5 700 8,1 25 6,9
1N 3020 B 30 9.4 10 106 | 25 A 0,25 700 5,5 25 7,6
iN 3027 8 30 10,4 11 11.6 23 8 0,25 700 8 5 8,4
1N 30228 30 11.4 12 12,7 21 g 0,25 700 8,5 5 9,1
1N 3023 B 30 12,4 13 14,1 19 10 0,25 700 6,5 5 9,9
1N 3024 B 30 13,8 15 16,6 17 14 0,25 700 7 6§ (11
1N 3025 8 30 15,3 16 17,1 15,5 18 0,25 700 7 5 | 12
1N 2026 B 30 16,8 18 19,1 14 20 0,25 750 7.5 5 | 14
IN 3027 B 20 18,8 20 21,2 12,5 22 0,26 750 7.6 5 |15
IN 3028 8 20 20,8 22 23,3 11,5 23 0,25 750 8 5 | 17
1N 3029 B 30 22,8 24 25,8 10,5 25 0,25 750 8 5 | 18
1N 3030 B 30 25,1 27 28,9 9,5 35 0,25 750 85 5 |9
1N 3031 B a0 28 30 32 8,5 40 0,258 1000 8,5 & |23
IN 3032 8 30 31 33 35 7.5 45 0,25 1000 85 5 | 25
1N 3033 B 30 34 36 38 7 50 0,25 1000 8,5 g |2 DO 13
1N 3034 B 30 37 39 41 6.5 60 0,25 1000 9 g5 | a0
1N 3035 8 30 40 43 46 6 70 0,25 1500 9 5 | a3
1N 3036 B a0 44 47 50 5,5 80 0,25 1500 9 5 | 38
1N 3037 8 30 48 51 54 5 95 0,25 1500 9 5 | 39
1N 3038 B 30 52 56 60 45 110 0,25 2000 g 5 | 43
1N 3039 B 30 58 62 66 4 125 0,25 2000 9 5 | 47
1N 3040 B 30 64 68 72 3,7 150 0,25 2000 9 5 | B2
1N 3041 B 30 70 75 79 3,3 175 0,25 2000 g 5 | 56
1N 3042 B 30 77 82 87 3 200 0,25 3000 9 5 | 62
IN 3043 B 30 85 =] 96 28 250 0,256 | 3000 9 5 | 69
1N 3044 B 30 94 100 106 25 | 380 0,25 | 3000 a 5 | 76
1N 30458 30 104 110 116 23 | 450 0,25 | 4000 9,5 5 | 84
1N 3046 8 30 114 120 127 2 550 0,25 | 4500 9,5 5§ |91
1N 3047 B 30 124 130 141 1,9 700 0,25 £000 95 5 | 99
1N 3048 B 30 138 150 156 1,7 |1000 0,25 8000 9,5 B [114
1N 3049 B 30 153 160 171 1.6 [1100 0,26 6500 9,5 5 [122
1N 3050 B 30 168 180 191 1.4 1200 0,25 7600 95 5 (137
1N 3051 B 30 188 200 212 1,2 |1500 0,25 8000 10 5 {152
——— o ey o
1W  [tamp = 25°C t(yj) = 150° C £ 10%
ZF 5AR 30 5 5,6 & 70 4 ¥ 700 25
ZF 6A 30 6.1 6,8 75 | 56 45| 2 700 4
2F 8A 30 7.4 82 9,1 48 55| 2 700 4,8
ZF10A 30 g 10 11 40 65| 1 700 55
ZF12A 30 10,5 12 13,6 33 8,7 1 700 6,5
ZF15A 30 13 15 165 | 27 1581 1 700 7
ZF18A 30 16 18 20,5 22 16,5 | 1 750 1,5
ZF 22 A 30 20 22 24,5 18 218 1 750 8
ZF 27 A 30 24 27 30 18 28 0,5 750 85
2F 33A 30 29 33 36 N3 88| 05 1000 85
ZF39 A 30 35 39 43 10 51 0,5 1000 9 Do 13
ZF 47 A 30 42 47 52 8,5 66 0,5 1500 9
ZF 56 A a0 80 56 62 7.1 92 0.5 2000 9
ZF 68 A 30 &1 &8 75 5.8 122 0.5 2000 9
2F 82 A 30 74 82 a1 4,9 184 0.5 3000 9
ZF 108 30 90 100 110 4 280 0,5 3000 9
2ZF 128 30 105 120 135 33 | 425 0.5 4500 9,5
ZF 158 30 130 150 165 27 | 670 0.5 6000 9,5
ZF 188 30 160 180 205 22 (1100 0.5 7000 9,6




ZENER DIODES
DIODES DE REGULATION DE TENSION

v r IR
r4 Faj r
Ps Iz ZK =T | max Case
10ms| 'zm V) o fnax, max, (5'aVR Vg Boitier
s 2
e w) (mA) | —5% ] nam l 8% | (mA) e} {mA) €y |hote cll' v}
3w ! tamb = 25° C  1t(yj) = 175° C
% BZV 16 C6VE 50 420 64 6,8 7.2 74 35 1 700 4 160 5,2
% BZV 16C 7V5 50 380 7 75 79 68 4 05 700 45 100 5,7
% BZV 16C8YV2 50 350 7 82 8,7 62 45 05 700 4.8 50 6,2
# BZV 16 C9V1 50 310 85 9,1 9,6 56 5 05 700 5. 25 6,9
# BZV16C10 50 280 9,4 10 10,6 50 7 0,25 700 55 25 78
# BZV16C TN 50 260 10,4 11 11.6 46 8 0,25 700 6 5 8,4
* BZV16C 12 50 240 14 12 12,7 42 ] 0,25 700 6.5 5 9,1
# BZVIBC 13 50 210 124 13 14,1 a8 10 0,25 700 6,5 ] a9
% BZV16C 16 50 190 13,8 15 15,6 34 14 0,26 700 7 5 11
* BZV 16 C 16 50 175 15,3 16 17,1 31 16 0,25 700 7 5 12
* BZV16C 18 50 155 188 18 19,1 28 20 0,256 750 7.5 5 14
% BZV 16 C 20 50 140 188 20 21,2 25 22 0,25 750 7.5 5 15
% BZV16C 22 50 130 208 22 23,3 23 23 0,25 750 8 5 17
# BZV16C24 50 115 228 24 25,6 21 25 0,25 750 8 g5 18
# BZV 16 C 27 50 100 25,1 27 28,9 18 35 0,25 750 85 5 21 DO 13
* BZV 16 C 30 50 35 28 30 32 17 40 0,25 1000 85 5 23
% BZV 16 €33 50 85 31 33 35 15 45 0,25 1000 856 5 25
BZV 16 C 36 50 80 34 36 38 14 50 0,25 1000 8,5 B 27
BZV 16 C 39 50 70 37 39 41 13 60 0,25 1000 9 5 30
BZV 16 C 43 50 65 40 43 46 12 70 0,25 1500 9 5 aa
BZV 16 C 47 50 60 44 47 50 1 a0 0,25 1500 g 5 a6
BZV 16 C 51 50 55 48 51 54 10 95 0,25 1500 9 5 39
BZV 16 C 56 50 50 52 56 60 ] 110 0,25 2000 9 5 43
BZV 16 C 62 50 45 58 62 66 8 125 0,25 2000 9 5 a7
BZV 16 C 68 50 42 64 68 72 1 150 0,26 | 2000 9 6 62
BZV16C 75 50 38 70 75 79 6.5 175 0,26 ! 2000 9 5 56
BZV 16 C 82 50 35 77 82 87 6 200 0,25 | 3000 9 5 62
BZV 16 C 91 50 31 85 91 96 5,5 250 0,25 3000 9 5 69
BZV 16 C 100 50 28 94 100 106 5 350 0,25 3000 9 5 76
=S < E P ceinode au boitier cathode to case
aw { tcase = 75° C Hvj) = 150° C * 10% type * suffixe R : anode au boitier type + suffix R : anode to case
4GZ10 A, (R) 50 | 350 9 10 1 250 24 2 | 250 5,5
4GZz12 A, (R) 50 300 10,5 12 13,6 210 a2 2 250 6,5
4GZ15 A, (R) 50 | 250 13 156 16,5 170 4.5 2 250 ¥
4GZ18 A, (R) 50 200 16 18 20,5 140 6 2 | 250 7.6
4GZ22 A, (R) 50 160 20 22 24,5 118 85 2 250 8
4 GZ 27 A, (R} 50 130 24 27 30 95 1 2 250 8,5
4GZ33 A, (R) 50 | 110 29 33 36 75 17 2 | 300 8,5
4GZ39 A, (R) 50 90 35 39 43 65 21 2 300 9
4GZ47 A, (R) 50 78 42 47 52 56 28 2 400 9
4GZ 56 A, (R) 50 64 50 56 62 45 38 2 500 ] DO 4
4 GZ 68 A, (R) 50 53 61 68 75 a7 52 2 600 9
4GZ82 A, IR} 50 44 74 82 91 30 72 2 700 9
4GZ 108, (R) 50 35 90 100 110 25 96 2 900 9
4GZ12 B, [R) 50 30 105 120 135 20 135 2 1200 9,5
4GZ 15 B, [R) 50 25 130 150 165 17 190 2 1500 9.6
4GZ 18 B, (R} 50 | 20 160 180 205 14 | 260 2 | 1850 9.5
= y T anode au boitiar anode to case
10w /tﬁi& =75C tvj) = 175° C tvpe + suffixe R : cathode au boitier type + suffix A : cathode to case
% 1N 2870 B, (R) 100 | 1400 6,4 6,8 7.2 370 1,2 1 so0 | a4 150 5,2
% 1N 2971 B, [R) 100 | 1300 7] 7.5 7.9 335 1,3 1 250 4,5 100 5.7
% 1N 2972 B, [R) 100 | 1100 7.7 8,2 8.7 305 1.5 1 250 4.8 50 6,2
#1N2973B,(R) | 100 | 1000 8,5 9,1 9.6 275 2 1 250 5,1 25 6,9
* 1N 2974 B, (R) 100 | 940 94 10 10,6 250 3 % 250 5,5 10 76
*1N 2975 B, [R) 100 860 10,4 11 11,6 230 3 1 250 6 10 8,4
* 1N 2976 B, (R) 100 790 11,4 12 12,7 210 3 1 250 6,5 10 9,1
% 1N 2977 B, IR) 100 | 710 12,4 13 14,1 180 3 1 250 6,5 10 9,9
¥1N 2979 B, (R} 100 | B840 13,8 16 15,6 170 3 i 260 7 10 "
1N 2980 8, (R) 100 590 15,3 16 17,1 155 4 1 260 7 10 12
1N 2982 8, (R} 100 520 16,8 18 19,1 140 4 1 250 7,6 10 14
% 1N 2984 B, (R} 100 | 470 18,8 20 21,2 125 4 1 250 7.5 10 16
#1N 2985 B, (R) 100 | 430 20,8 22 23,3 115 5 1 250 8 10 17
#1N 2986 B, (R) 100 | 390 22,8 24 25,6 108 5 ! 250 8 10 18
#1N 2988 B, {(R) 100 | 350 25,1 27 28,9 95 7 1 250 8,5 10 21
#1N 2989 8, [R) 100 | 310 28 30 32 85 8 1 300 8,5 10 23
#1N 2990 g, |R) 100 290 31 a3 35 75 9 1 300 8,5 10 25 Do 4
1N 2991 B, [R) 100 260 34 36 38 70 10 1 300 8.5 10 27
1N 2992 B, (R) 100 240 37 39 a1 85 11 1 300 9 10 30
1N 2993 B, (A] 100 | 220 40 43 46 60 12 1 400 9 10 33
1N 2895 B, (R} 100 | 200 44 47 50 55 14 1 400 9 10 36
1N 2997 B, [R) 100 190 48 51 54 50 15 1 500 9 10 39
1N 2999 B, (R] 100 170 52 56 60 45 16 1 500 o 10 43
1N 3000 g, (R} 100 150 58 62 66 40 17 1 600 a 10 47
1N 3001 B, (R) 100 140 B4 68 72 37 18 1 800 9 10 52
1N 3002 B, |R) 100 130 70 75 79 33 22 1 500 9 10 56
1N 3003 B, (R) 100 120 77 82 87 30 25 1 700 9 10 62
1N 3004 B, (R) 100 | 100 85 91 a5 28 35 1 BOO g 10 69
1M 3005 B, (R} 100 94 94 100 106 25 40 1 900 g 10 76
1N 3007 B, (R) 100 86 104 10 116 23 55 1 1100 9,5 10 84
1N 3008 B, (R} 100 79 114 120 127 20 75 1 1200 9,5 10 a1
1N 3009 B, (R) 100 71 124 130 141 19 100 1 1300 9,5 10 99
1N 3011 B, (R} 100 84 138 150 166 12 175 1 1500 9,5 10 14
1N 3012 B, (R) 100 153 160 171 16 200 1 1600 9,5 10 122
1N 2014 B, (R) 100 52 168 180 191 14 260 1 1800 9,5 10 137
1N 3016 B, (R) 100 47 188 200 212 12 300 1 l 2000 10 10 152




DIODES DE REGULATION DE TENSION

Vzr - & rzKk IR o
| ) z max. | max. @ max. >
TYPES B | o " T | @vg| VA | Boitier
W | tmA) | —5% | nem. | +5% | mA} | €@ | mal | (€ [hotlce) war | v
i i
= 5 " cathode au boitier cathode to case
now /‘wse %°C Hvj) = 180°C £10% type + suffixe A : anode au boitier type +suffix R : anode to case
|
GZ 6A,PZ 6A,IR) | 100 | 1300 8,1 6,8 7.6 | 370 1,2 3 500 3
GZ BA,PZ 8A,(R) | 100 | 1100 7.4 8,2 9,1 305 1,8 3 250 4
GZ 10A,PZ 10A. IR} | 100 | @25 9 10 1 250 2.4 2 250 5
GZ 12A,PZ12A,(R) | 100 | 770 10,5 12 13,5 210 32 2 250 57
GZ 16A,PZ 15A, (R} | 100 625 13 15 16,5 170 4,5 2 250 6,3
GZ 1BA, PZ 18A, (R] 100 500 16 18 20,6 140 6 2 250 6,8
GZ 22A,PZ 22A,(R) | 100 | 415 20 27 245 | 115 85 2 250 1.3
GZ 27A,PZ27A,{R) | 100 | 335 24 27 30 95 1 2 250 7.7
GZ 33A,PZ33A,(R) | 100 | 275 29 a3 36 75 17 2 300 8 DO 4 (GZ)
GZ 39A,PZ 39A, (R} | 100 | 230 35 39 43 85 21 2 300 8,5
GZ 47APZ47A (R} | 100 | 195 42 a7 52 55 28 a 400 8,5 5 95a (PZ)
GZ 56A,PZ 56A, (A) | 100 | 160 50 56 62 45 38 2 500 8.8
GZ 6BA,PZ68A, (R) | 100 | 135 81 75 75 3y 52 2 600 9
GZ 82A,PZ82A,(R) | 100 | 110 74 a2 91 30 72 2 700 9,2
GZ 108,PZ 108, (R) | 100 90 20 100 110 25 96 2 900 9,3
GZ 12B,PZ12B, (R} | 100 77 105 120 135 20 135 2 1200 9,4 |
GZ 168, PZ 158, (R} | 100 62 130 150 165 17 190 2 1500 9,6 |
GZ 188, PZ 18B, (R) 100 50 160 180 206 14 260 ‘ 2 1850 9,6 l
iy e o cathode au boitier cathode to case
20W /tcase = 75°C Yyj) 150°C *10% type + suffixe R : anode au baitier type + suffix R :anode to case
RZ 6 A, IR} 300 | 2700 6,1 68 75 730 1 3 250 3
RZ 8 A (R l 300 | 2200 7.4 8,2 8,1 610 1,2 a | 150 4
RZ 10 A, (R} 300 | 1800 9 10 1 500 1.8 2 150 5
RZ12 A,IR) | 300 | 1540 10,5 12 13,5 420 24 2 150 5,7
RZ 15 A. (R) ‘ 300 | 1250 13 15 16,5 330 3,9 2 150 6,3
RZ 18 A, IR} 300 | 1000 18 18 20,5 280 5,7 2 150 68
AZ 22 A, (R) 300 | 830 20 22 24,5 230 6,9 2 150 73 ,
RZ 27 A, IR} 300 | 666 24 27 30 180 9 2 200 7.7
RZ 33 A, (R} 300 | 555 29 33 a8 150 1 2 200 8 DO S
RZ39 A (R} 300 | 465 35 39 43 120 13 2 200 8.3
RZ 47 A, |R] 300 | 390 a2 47 52 100 16 2 200 8,6
RZ 56 A, (R] 300 | 320 50 56 62 90 18 2 500 8,8
RZ 68 A, (R} 300 | 266 61 68 75 73 24 2 | 500 9
RZ 82 A, (R 300 | 220 74 82 ar 60 33 2 500 9,2
RZ 10 B, [R} 300 | 180 90 100 110 50 56 2 700 9,3
RZ 12 B, (R) 300 | 154 | 105 120 135 42 76 2 | 700 9,4
RZ 15 B, (R} 300 | 125 | 130 150 185 33 |150 2 1000 9,6
RZ 18 B, (RI 300 | 100 | 1860 180 206 28 | 280 2 ’ 1000 9.6
- 3 o anode au boitier anode to case
50 W /tcase = 758° C tiyj) = 175°C type +suffixe R : cathode au boltier type + suffix R : cathode to case
+ 1N 3305 B, (R) 400 | 6500 64 6,8 7.2 1850 0,2 1 500 4 150 5,2
+ 1N 3306 B, (R} 400 | 6300 7 7.5 79 | 1700 0.3 1 250 4,5 100 5,7
# 1N 3307 B, (R] 400 | 5700 7.7 8,2 8,7 1500 0,4 1 250 4.8 50 8,2
%+ 1N 3308 B, (R} 400 | 5200 85 8,1 96 | 1370 0.5 1 250 5,1 25 6.9
* 1N 3309 B, (R} 400 | 4700 94 10 10,6 1200 0.6 1 250 5,5 25 7.6
% 1N 3310 B, (R) 400 | 4300 10,4 11 11,6 1100 0,8 1 250 6 10 8,4
# 1N 3311 8, (R) 400 | 3900 11,4 12 12,7 1000 1 1 250 5,5 ‘ 10 9,1
*1N 33128, (R} 400 | 3500 12,4 13 14,1 960 1,1 1 250 8,5 10 9.9 ’
+£ 1N 3314 B, (R) 400 | 3200 13.8 15 15,6 830 1.4 1 250 7 10 [ 1
#1N 33158, (R) 400 | 2900 15,3 16 17,1 780 1.6 1 250 7 10 | 12
%1N 3317 B, (R) 400 | 2600 16,8 18 19,1 700 7% 1 250 7,5 10 | 14
1N 3319 B, (R} 400 | 2400 18,8 20 1,2 830 2.4 1 250 7.6 10 | 15
* 1N 3320 B, (R) 400 | 2100 20,8 22 23,3 570 25 1 250 8 w0 | 97
#1N 3321 B, (R) 400 | 2000 22,8 24 25,6 520 2,6 1 250 8 10 | 18
*1N 3323 8, (R) 400 | 1700 251 27 28,9 460 28 1| 250 8,5 10| 21
*1N33248 (R) | 400 | 1600 | 28 30 | 32 a0 | 3 1 30 | 85 10 | 23
# 1N 3325 8, (R} 400 | 1400 31 33 35 380 3,2 3 300 85 10 | 25
1N 3326 B, (R) 400 | 1300 a4 36 38 350 35 1 300 3,5 a0 | 27 DGs
1N 3327 B, |R) 400 | 1200 37 39 41 320 4 1 300 9 10 [ 30
1N 3328 B, (R} 400 | 1100 a0 43 48 290 4,5 1 400 9 10 | a3
1N 3330 B, (R) 400 | 1000 44 47 50 270 5 % 400 9 0 | 36
1N 33328, (R) 400 | 930 48 51 54 245 52 1 500 9 10 39
1N 3334 B, (R) 400 | B30 52 56 60 220 6 1 500 9 10 | 43
1N 33358, (R) 400 | 750 58 62 66 200 7 | 600 9 10 | 47 J
1N 3336 8, (A) 400 | 690 64 68 72 180 8 1 600 9 10 | 52
1N 33378, (R} 400 | B30 70 75 79 170 | 9 1 600 9 10 | 56
1N 3338 B, R 400 | 570 77 82 87 150 " 1 700 9 10 | 82
1N 3339 B, (R) 400 | 520 85 91 96 140 15 1 800 9 10 | 69
1N 3240 B, (R) 400 | 470 94 100 108 120 20 i 900 ] 10 | 78
1N 33428, (R) 400 | 430 | 104 110 116 110 30 1 1100 9,5 10 | 84
1N 33438, (R) 400 | 390 | 114 120 127 100 40 1 1200 9,5 10| 9
1N 3344 B, (RI 400 | 350 | 124 130 141 95 50 1 1300 95 | 10| 99
IN 3346 B, (R} 400 | 320 | 138 150 156 85 75 1 1500 9,5 10 | 114
1N 3347 B, (R) 400 | 290 | 153 180 171 30 80 1 1600 8,5 10 | 122
1N 3349 B, (R} 400 | 260 | 168 180 131 68 U 1 1800 8,5 10 (137
1N 3350 B, (R) 400 | 240 | 188 200 212 65 | 100 1 2000 10 l 10 [ 162
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FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDE
\’.:wu Vg @ i @VR . |
[ I Vapm | 'FAM 'rsm | 1Ig=1g e A) (s] e Case
TYFES i @ - Boitfer
Vg tamb tamb
ima) imA) v (Al 1a) Wi B¢ 100°C pF) Ins}
le=2mA Ig =2mA
100MA / tamb=25°C 1)) = 125°C by =02mA
MR 08 120 100 50 06 2 1 2 1000
MR 11 120 100 100 06 2 1 2 1000
MR 21 120 100 260 0.6 2 1 2 1000 po7
MR 31 120 100 350 08 2 1 2 1000
MR 41 120 100 450 06 2 1 ) 1000
. g =100mA |5 =100 mA
200mA |/ tamb=25°C 1)) = 125°C B | i T
MC 46 240 200 100 1 3 1 2 100 35 200
MC 47 240 200 200 1 3 1 2 100 35 200
MC 48 240 200 300 1 3 1 2 100 35 200 po7
MC 49 240 200 400 1 3 1 2 100 356 200
MC 50 240 200 500 1 3 1 2 100 35 200
— aga le=100mA g =100mA
400 mA [ tgmp =25°C tyj) = 125°C @10V | f—ioma
MC 22 500 400 100 1,25 3 1 2 100 a5 200
MC 42 500 400 200 1,256 3 1 2 100 a5 200
MC 43 500 400 300 1.28 3 1 2 100 35 200 Do 7
MC a4 500 400 400 1,25 3 1 2 100 s 200
MC 45 500 400 500 1,26 3 1 2 100 35 200
R s @vR lF=2mA Ig=2mA
400 mA / tamb=25°C  t(j) = 125°C ek b it
[
BA 157 500 400 400 2 15 1.5 1] 3 300 EF126
BA 158 500 400 800 2 16 1.5 5 2 300
# BA 159 500 400 1000 2 15 1.5 5 1.8 300
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Type number : cathode to case
type number + suffix R : anode to case
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
REDRESSEMEN
DIODES DE T RAPIDE n? de type : cathode au boltier
n® de type T suffixe R ; anodea au baitier
VRWM Ve @ lg @ vpg
= IFSm () imAll Case
TYPES IE lo VRRM IFRM 10ms | F=lo i i Boitier
(A) @ | Vaw (A) (A) i | 2ee | =l e
= = IE=100mA Ig =100 mA
1A /| tymb=26°C 1(yj) = 150°C g
ER 2 13 1 200 4 20 1.3 0,2 1500
ER 4 1.3 1 400 4 20 1,3 0,2 1500 DO29
ER 6 1.3 ] 600 4 20 1.3 0,2 1600
ER A 1.3 1 800 4 2 13 0.2 1800
o |p=100mA 1g =100mA
1R L & amb=25C t{uﬂ = 150°C Ipp= SOmA
1
BYX 92-50 13 1 50 4 20 1,3 0,4 100
BYX 92-100 1.3 ] 100 4 20 1.3 0.4 100
BYX 92-200 1.3 1 200 4 20 13 04 100 DO13
BYX 92-300 13 1 300 4 20 13 0.4 100
BYX 82 - 400 13 1 400 4 20 13 04 100
IF=100mA Ig =100 mA
1A / tamb=25°c tyj) = 150°C e =50 mA
BYX 58 - 50 13 1 50 4 20 1.3 0,2 260
BYX 58 - 100 1.3 1 100 4 20 1.3 0.2 250
BY X 58 - 200 1.3 i 200 4 20 T 0,2 250 D013
8YX 58 - 300 1.3 1 300 4 20 13 0,2 250
BYX B8 -400 13 1 400 4 20 1.3 0,2 250
:p =|x Va=3JW
4A /| tease=100C  t(4j)=125°C PPt=125A%s A
GR 065, (R) 45 4 50 12 14 150 200
GR 1, (R} 45 4 150 12 50 1.4 150 200 DO 4
GR 2, (R) 45 4 250 12 B0 1.4 150 200
GR 4. IR} 4,5 4 350 12 14 150 200




FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDE

type number : cathode to case

type number + suffix R or RFT :anodse to case

n® de type : cathoda au boitiar
n? de type — suffixe A ou AFT : anode au boitier

VAWM vea 'R @ va
IF lo VRRM i IFsm (pA) | tmA) ter Case
TYPES = FAM W0ms | Ig=1o ; Boitier
case ic
(A) Al | VR (A) () vy | 28%¢ | 100%¢| tns)
. = IE =2 VR =a0v
A [ toase=100°C  t(yj)=150°C  Ft=28A’s -
1N 3878, (R} 8,5 | 8 50 20 75 14 15 1 200
1N 3880, (R) 6,5 & 100 20 75 14 15 1 200
1N 3881, (R) 65 | G 200 20 75 1.4 15 1 200 DO4
1N 3882, (R) B85 B 300 20 75 1.4 15 1 200
1N 3883, (R) 6.5 [ 8 400 2% 75 14 15 1 200
GR 606, (R) 6,5 G 600 20 75 14 15 1 200
GR 806, (R) 6.5 | 6 800 20 75 14 15 1 350
. IE=1g VR 30V |
S o j) = o = T . = =0,
12 A | teae=100°C  tfyj)=150°C  I"t="100A"s RO ey =GN
BYX 61- 50,1R) 14 12 50 35 150 14 25 3 100
BYX &1 - 100, (R} 14 12 100 35 150 1.4 25 3 100
BYX 61 - 200, (R) 14 12 200 36 150 1.4 25 3 100 D04
BYX 61300, (R) 14 12 300 35 150 1.4 25 3 100
BYX 61-400, (R} 14 12 400 35 150 14 25 3 100
=g Vg =30V
Y o ! =t o - S 2 I 4 =
12 A / tease=100°C Yyj) =150°C  FFt= 100 A’s "Mdggfq‘;“ ug-“
1N 3889, [R) 14 12 50 35 150 1.4 75 3 200
1N 3890, (R) 14 12 100 35 160 1,4 25 3 200
1N 3891, (R) 14 12 200 35 150 1.4 25 3 200 DoA4
1N 3842, (R) 14 12 300 a5 150 1.4 25 3 200
1N 3883, (R} 14 12 400 as 150 1.4 25 3 200
GR 612,(R} 14 12 600 35 150 1,4 25 3 200
GR 812, (R) 14 12 800 35 150 1.4 25 a 350
|
3 2 Ilr e Al aay
20 A / tease=100°C  t(yj) = 150°C  I"t=300A’s S =938
1N 3899, (R) 235 20 50 90 250 14 50 6 200
1N 3900, (R) 235 20 100 ap 250 1.4 50 [ 200
1N 3901, (R) 235 20 200 90 250 1.4 50 [} 200 DO5
1N 3902, (R} 23,5 20 300 90 250 14 50 a 200
1N 3903, (R) 235 20 400 an 250 1.4 50 6 200
IE=la V@ =30V
- o Sy g = i | < o =0
30 A / tease=100°C  t(yj)=150°C  [Pt=450 A’s AMSIA Ly =024
BYX65- 50,(R) 36 30 50 120 300 15 80 10 100
BY X 65- 100, [R] 35 30 100 120 300 1,6 80 10 100
BYX 65 - 200, (R) 35 30 200 120 300 1,5 80 10 100 DOS
BY X 66 - 300, (R 35 30 300 120 300 1,5 80 10 100
BY X 65 - 400, (R) 35 30 400 120 300 1,6 80 10 100
IE = la, VR - a0V
30A / tease = 100°C t{yj) = 150°C I*t= 1250 A’s 1AM 28 Iy =0.2A
it =25 A Lis
TN 3909, (R) 35 30 50 120 500 1.4 80 10 200
1N 3910, IR) 35 30 100 120 500 1,4 80 10 200
M 3811, (R) 36 30 200 120 500 14 80 10 200 DOs5
1N 3912, (R) 35 30 300 120 500 1.4 80 10 200
1N 3913, IR) 35 30 400 120 500 14 80 10 200
TE=la Vg =30v
40 A /| tease=75°C  t(yj)=126°C  I“t= 1800 A’s s . i
RPR 540, (R) 50 40 50 150 600 1,4 80 10 200
RPR 1040, (R} 50 40 100 150 600 1.4 80 10 200
RPR 2040, (R) 50 40 200 150 6500 14 80 10 200 DOs
RPR 3040, (R} 50 40 300 150 600 14 80 10 200 {RP)
RPR 4040, (R} 50 40 400 150 600 14 80 10 200
IF=la Vr =30V
= i} = i g == 3 IAm <2 rr =0,
60 A "( tease = 75°C i) = 125°C It=4000 A"s H”a.rd?:zlsnr;: o
RG 602 FT, (RFT) 70 B0 200 200 800 1,6 10 1000
RG 604 FT, (RFT) 70 80 400 200 900 1.5 10 1000
RG 606 FT, (RFT) 70 60 600 200 900 1.5 10 1000 RG, T
fG 608 FT, (RFT) 70 60 200 200 900 1,5 10 1000
ARG 610 FT,IRFT) 70 80 1000 200 900 1.5 10 1000




FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDE

[ [ 2
l VAWM ; _— VEM REVR) oo
| =
TYPES ’ o VRMM chica: 10 ms @ e [ Coe
Va FM max. S
(a) (A} v (a) ia) LW e bt gy e
tEn= 50A 1y = 1267C
100 A f tease = 90°C “\l‘i} = 125°C |2 t= 30.000 kz s dijdt = —23\; it
|
KU 1002 F, (RF! 125 100 200 400 | 1800 14 300 10 70
KU 1003 F, (RF) 125 100 300 400 1800 14 300 10 70
KU 1004 F, (AF) 126 100 400 400 1800 1.4 300 10 0
KU 1006 F, (RF)] 1286 100 600 400 1800 1.4 300 10 70 F 62m
KU 1008 F, (AF) 126 100 800 400 1800 14 300 10 70
KU 1010 F, (RF) 125 100 1000 400 1800 14 300 10 70
IER = 200 1)) = 125°C
300 A / tease =B0°C  t(yj)=125°C  1*t=180.000 A’s ik == 2044 474
TA 3002 RF 3s0 300 200 1200 6000 14 1000 = B85
TA 3003 RF 350 300 300 1200 6000 14 1000 16 85
TA 3004 RF 350 300 400 1200 6000 1.4 1000 }:] 85 TA
TA 3006 RF 380 300 800 1200 6000 1.4 1000 15 85
TA 3008 RF 350 300 800 1200 6000 14 1000 5 85
TA 3010 RF 350 300 1000 1200 6000 14 1000 15 85
|
type numbar : cathode to case n® de type : cathode au boitier
type number +suffix RF : anode to case n% de type —suffixe RF :anode au boitier
LOW CAPACITY RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT A FAIBLE CAPACITE
v
i i REM IFRM | 'FSM :
TYPES F o VREM 1oms | VF @ If IR @ vg C & VA i
: VF“ Boltier
| (ma) ImA) v ImA) (A) v (ma) e {pF1 tv)
smb =
100 mA / tamb =25°C tfyj) = 150°C 100°C
1
mC 19 120 100 150 600 2 04 30 0,1 B 10 -0,76 Do 7
MC 51 120 100 300 600 2 0,9 30 0,1 5 10 -0,76
5 tamb =
200 mA /[ tamb = 25°C t(yj) = 150°C 180°C
BAY 17 250 200 12 1 3 1 100 0,1 100 12 -10
BAY 18 250 200 50 1 3 1 100 0,1 100 1:2 =10
BAY 19 250 200 100 i 3 i) 100 0.1 100 e —-10 Do 7
BAY 20 250 200 150 1 2 i 100 0.1 100 B - 10
BAY 21 250 200 300 1 3 1 100 8.1 100 1,2 - 10




[ RECTIFIER DIODES

DIODES DE REDRESSEMENT
VRwm i 'Esm VE@ i
'F lo v FRAM oms | p=ig R Case
pp—— RRM Baitier
VR
| A
| (mA) {mA) ) (A) (A) ) (A
A ramb
200mA /1y = 25°C t(yj) = 150° C =125%C
M 12 240 200 100 1 3 1 150
M 22 240 200 200 1 3 1 150
M 42 240 200 400 1 3 1 150 Do 7
M 62 240 200 600 1 3 1 150
M 82 240 200 800 1 -] 1 150
M 102 240 200 1000 1 3 1 150
= — t.amb tamb 8
400 mA /1y = 25°C tvj) = 150°C =26°C =100°C
M 14 500 400 100 1,26 3 1 0.5
#* 1N 645 500 400 225 1.25 3 1 0,2 15
N 646 500 400 300 1.26 3 1 0,2 15 007
#*1N 647 500 400 400 1,25 g 1 0,2 20
1N 648 500 400 500 1,25 3 1 0,2 20
*1N 849 500 l 400 600 1,25 3 1 0,2 25
tamb t.amb
400 mA  /tamp = 100°C t(yj) = 200°C =100°C =150°C
MT 14 500 400 100 1,25 3 1 10 100
MT 24 500 400 200 1,25 3 1 10 100
MT 44 500 400 400 1,25 3 1 10 100 Do 7
MT 64 500 400 600 1,25 3 1 10 100
MT 84 500 400 800 1,26 3 1 10 100
Lamb t. amb.
TA  /tamb=50°C  1(yj)=175°C =28°C | =1509C
1N 4383 14 1 200 6 50 1 10 250
* 1N 4284 1.1 1 400 6 50 i 10 250
1N 4386 11 i 600 6 50 ¥ 10 250 DO 29
% 1N 4585 11 1 800 4 30 ? 10 250
1N 4585 34 | 1000 4 30 ' 10 250
P t. amhb,
1 A /tama - 250[: t[vl) =160°C =1350 C
E 1 1,2 1 100 4 30 1,2 200
E 21 1,2 1 200 4 30 1,2 200
E41 1.2 1 400 4 30 1.2 200
E 61 1,2 1 600 a 30 1.2 200 e
E 81 1.2 1 800 4 a0 1,2 200
E 101 1,2 1 1000 4 30 ) 200
o tamb t. amb.
TA  /Jtamb=75°C  1(yj) = 150°C =25°c | =1009¢C
|
1N 4001 1,15 1 50 10 30 1.4 5 50
* 1N 4002 1,15 1 100 10 30 L1 5 50
1N 4003 1,16 1 200 10 30 1.1 5 50
1N 4004 1,15 1 400 10 30 1.1 5 50 F126
N 4005 115 1 600 10 30 1.1 5 50
% 1N 4006 1,15 1 800 10 30 1.1 5 50
1N 4007 1,15 1 1000 10 30 | 5 50
tamb t, amb.
TA  /tamb=100°C  t(yj) = 175°C =269 | =1500C
1N 3189 11 1 200 4 a0 1 5 500
1N 3190 11 1 400 4 30 1 g 500 DO 13
1N 3181 11 1 500 4 30 1 5 500
1,26 A ftamb=25°C  t(yj) =150°C i
’ mb (vj) =1609C
F11 1.6 1,26 100 4 30 1,2 1000
F21 1.5 1,25 200 4 30 12 1000
F 41 1,6 1,25 400 4 30 12 1000 5913
F61 1,5 1,25 800 4 30 1.2 1000
F 81 1,5 1,25 800 a 30 1,2 1000
F 101 1,5 1,25 1000 4 30 V2 1000




RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT
VRWM
= l V {:
Ie Io YRR - FSM F@ \n
TYPES 3 10 ms Ig=lp Case
R Boiti
(A} (A) ) (A) () ) {mA} —
1 =
2A | tamp=25°C t{yj) = 175°C e
F 12 24 2 100 €5 70 1.2 ]
*F 22 2,4 g 200 656 70 ; 1
F 42 24 2 400 65 70 12 1 DO 13
*F 62 24 2 600 6.5 70 1.2 1
F 82 24 2 800 6.5 70 12 1
*F 102 24 2 1000 85 70 1.2 1
VEM @ =
3A / tae=150°C  t(j)=175°C I*t1=50A% 1FM“§'DC; 150°C
N 1881, (R) 32 3 50 15 100 12 05
1N 1682, (R) 3.2 3 100 16 100 1,2 05
1N 1683, (R) 3.2 3 200 15 100 1.2 0,5
TN 1584, (R) 32 3 300 15 100 12 05 D0 4
1N 1585, (R} 3,2 3 400 15 100 1,2 05
IN 1586, (R} 32 3 500 15 100 12 05
N 1587, (R} 32 3 600 15 100 12 05
AA / teass=125°C  t{yjj=150°C I*1=50A% IFm1an | el
G,P 504 ,(R) 5 4 50 20 100 12 3
G, P 1004,(R) -1 4 100 20 100 1,2 3
G, P 2004,(R) B 4 200 20 100 1.2 3 Do 4 (G)
G, P 4004.(R) 5 4 400 20 100 12 3
G, P 6004,(R) 5 4 600 20 100 1.2 3 S95a (P)
G, P 8004.(R) B 4 800 20 100 12 3
G.P 1104,(R) 5 4 1000 20 100 12 3
G,P 1204,(R) 5 4 1200 20 100 1.2 3
‘ =
6A | tead=100°C  t{yj)=150°C I*t=800A%s IFM20A | b,
AG 056 6,5 <] B0 20 400 1.2 1
AG 108 65 6 100 20 400 1,2 1 AG
AG 206 6.5 6 200 20 400 1,2 1
*AG 406 65 6 400 20 400 1.2 1
6A / tease=150°C  tj)=175°C 1*t=120A%s IFM20A | Tease =
1N 1341 B, IR) 7 6 50 30 160 %.2 a5
IN 1342 B, (R) 7 6 100 30 160 12 05
1N 1344 B, (R) 7 6 200 30 160 1.2 0,5
1N 1345 B, (R) 7 6 300 30 160 1.2 0,5
1N 1346 B, {R) 7 6 200 30 160 12 05 DO 4
1N 1347 B, (R) F ] 500 30 160 1.2 05
1N 1348 B, (R) 7 8 600 30 160 12 0,5
1N 3988 ,(R) 7 B8 800 30 160 12 05
1N 3980 | (R] 7 3] 1000 30 160 1.2 [+
6A / teae=126°C  t(yj)=150°C FPt=120A%s a1 e
G, P 506 . (R) 68 & 50 2 160 12 3
G, P 1006, (R) 63 6 100 25 160 12 3
G, P 2006, (R 6.8 6 200 25 160 12 3
G, P 3006, (R) 6.8 8 300 25 160 12 3
G, P 4006, (R) 68 6 200 25 160 12 3 DO 4 (G)
G. P 5006, (R} 6.8 6 509 25 160 12 3
G. P 6006, (R} 8.8 6 600 25 160 12 3 $95a (P)
G. P 8006, (R} 6.8 6 800 25 160 12 3
G, P 1106, IR) 88 6 1000 25 1860 1.2 3
G, P 1206, IR) 68 B 1200 26 160 1.2 3
G, P 1506, (R} 68 6 1500 2% 160 12 3

type number : cathode to case
type number + suffix A : anode to case

n* de type : cathode au boftier
n® da typa  suffixe A : anode su boitler




ﬁﬁ RECTIFIER DIODES

DIODES DE REDRESSEMENT
v
AWM v
TYPES - . VRaM 10ms @ e . Boitier
(A) (A) :"\ﬁ (A) (Al ) (mA)
10A [ tgee = 1265°C t(yj) = 150° C I*t = 260 A’s IFM=35A | L9%6e¢
G,P510 , [R) 1 10 50 35 230 1,2 3
G.P 1010, (R) 1 10 100 gg % :g g
* G, P 2010, (R) 1 10 200 o 2 -
6.p 3010, ) k i 2 ~ = 12 3 | oo
f , IR i
G P 5010, (R) 1 10 500 35 230 12 3 §95a (P)
* G, P 6010, (R) n 10 6800 35 % i 4
G, P 8010, {R) 1" 10 800 % o 12 3
#*G,P 1110, (R) 1 10 1000 - -
G, P 1210 {R) " 10 1200 a5 230 ;
— 2 = L.case
20A [ tggee = 125°C t{yj) = 150°C 1t = 300 A%s IFM=T70A | —150°C
RP 1020, (R} 24 20 100 30 250 15 5
RP 2020, (R| 24 20 200 90 250 15 6 Do s
AP 4020, (R) 24 20 400 80 250 1,5 5 p
RP 6020, (R} 24 20 600 30 250 1,5 5 (RP)
RP 8020, (R| 24 20 800 90 250 5 5
RP 1120 (R} 24 20 1000 90 250 1.5 5
20A / tease = 150°C t(yj) = 176°C 1*t = 300 A®%s IEM = TOA ;‘?‘;)oc
1N 2488 , (R) 24 20 50 90 280 15 5
IN2488 | (A) 24 20 100 90 250 15 5
*1N 250 B | (A) 24 20 200 90 250 15 5
1IN 1195 A, (R) 24 20 300 90 250 1.5 5
1IN1186 A (R) 24 20 400 a0 250 15 5
1N 1197 A, (R} 24 20 500 90 250 1.5 5 DO 5
#1N 1198 A, (R) 24 20 600 90 250 15 5
AN820 ,(R) 24 20 800 90 250 1.5 5
RN 1120 | (R) 24 20 1000 90 250 15 5
% AN 1220 ' (R) 24 20 1200 90 250 15 &
RN 1520 | (R) 24 20 1500 90 250 15 5
35A / tge = 140°C tyj) = 175°C I*t = 1.250 A’%s IFM=110A | ..
IN 1183, (R) 42 35 50 120 500 1,5 20
1N 1184, (R) 42 as 100 120 500 1.5 20
1N 1186, (R) 42 a5 200 120 500 1.5 20
iN 1187, (R) 42 35 300 120 500 1.6 20
1N 1188, (R) 42 35 400 120 500 1,5 20 DOS
1N 1189, (R} 42 35 500 120 500 1.5 20
1N 1190, (R] 42 as 600 120 500 1.5 20
RN 835 . (R) 42 a5 800 120 500 1.5 20
AN 1135, (R) 42 35 1000 120 500 1.5 20
t.
40 A / tegye = 100°C tyj) = 150°C Pt = 2.500 A%s IFM=120A | Zfgo°c
RP 1040, (R) a8 40 100 200 700 15 B
*RP 2040, (R) 48 40 200 200 700 15 6
RP 4040, (R) 48 40 400 200 700 1,5 6 DO B
*RP 6040, (R) 48 40 600 200 700 1,5 5 (RP)
RP 8040, (R) 48 40 800 200 700 15 5
* AP 1140, (R) 48 40 1000 200 700 15 5
— e 2y — y A2 = t.case
60 A / 1 = 100°C tyj) = 150°C It = 5.000 A’s IFM=150A | bease,.
RGB02,(R)#*RGEOZT,(R) 70 60 200 200 1000 1,6 20
'RG604,(R)/ RGBOAT,(R) 70 80 400 200 1000 1.6 20 ARG
RG606,(R) %RGEOBT,(R) 70 60 600 200 1000 1.6 20
RGE08,(R)/ RGEOBT.(R) 70 80 800 200 1000 1.6 20 GT
RG610.{R) #RGE1OT (R) 70 60 1000 200 1000 18 20 G,
RG612,(R)/ RGB12T,(R) 70 60 1200 200 1000 1.6 20

type number : cathode to case
type number + sufflx R : anode to case:

n° de type : cathode su boitier
n? da type + suffixe A : anode au boitier




POWER RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENY DE PUISSANCE

VAawm
= 1 VEm
I lo Vaum ' 1oms @) | Cane
TYPES Vi FAM YIEM A Boitier
A - ) - ) ) (mA)
100 A / tease=100°C  t(yj)=150°C  Ft=16.500 A’s IFM 300A 180°C
KU 1002, (R) 125 100 200 400 1800 1.4 20
KU 1004, (R) 125 100 400 400 1800 1.4 20
KU 1008, (R) 125 100 600 400 1800 14 20
KU 1008, (R) 125 100 800 400 1800 14 20 F 62m
KU 1010, (R) 125 100 1000 400 1800 14 20
KU 1012, (R) 125 100 1200 400 1800 14 20
KU 1014, (R) 125 100 1400 400 1800 1.4 20
100 A / tcase=140°C t(yj) =180°C  1*t=25.000 A’s JFM 3004 1805C
KA 1012 R 125 100 1200 400 2200 1.4 20
KA 1014 R 125 100 1400 400 2200 1.4 20
KA 1016 R 125 100 1600 400 2200 1.4 20
KA 1018 R 125 100 1800 400 2200 1,4 20 F 82m
KA 1020 R 125 100 2000 400 2200 1,4 20
KA 1022 R 126 100 2200 400 2200 1.4 20
KA 1024 R 125 100 2400 400 2200 1.4 20
130 A / tease=100°C t(yj) = 160°C  1*1=26.000 A*s o iz
KU 1302,(R| 160 130 200 500 2300 1,4 20
KU 1304, (R} 160 130 400 500 2300 14 20
KU 1306, (R) 160 130 600 500 2300 14 20
KU 1308, (R) 160 130 500 500 2300 1.4 20 F&2m
KU 1310, (R 160 130 1000 500 2300 14 20
KU 1312, (R) 160 130 1200 500 2300 1.4 20
KU 1314, (R} 160 130 1400 500 2300 1.4 20
200 A /[ tease=100°C  t{yj) = 150°C  1*t=80.000 A’s IFM 600A !1'?55::
SA 2006 R 250 200 800 800 4000 14 15
SA 2008 R 250 200 800 800 4000 1.4 15
SA 2010 A 250 200 1000 800 4000 14 15
SA 2012 R 250 200 1200 800 4000 1,4 15 SA
SA 2014 R 260 200 1400 800 4000 1.4 15
SA 2016 R 250 200 1600 800 4000 1.4 18
SA 2018 R 250 200 1800 800 4000 14 15
SA 2020 R 250 200 2000 800 4000 14 15
200 A / tease=100°C t(yj) = 150°C  I*t=80.000 A’s ik 150°C
SU 2006 250 200 600 800 4000 1,4 16
SU 2008 250 200 800 800 4000 14 15
SU 2010 250 200 1000 800 4000 14 15
SU 2012 250 200 1200 800 4000 1,4 18 su
SuU 2014 250 200 1400 800 4000 1.4 15
SU 2016 250 200 1600 800 4000 1.4 15
SU 2018 250 200 1800 800 4000 1.4 15
SU 2020 250 200 2000 800 4000 1.4 16
300 A / tease=100°C tfyj)=150°C  |t=180.000 A’s IFM 1000A e i
TA 3006 R 380 300 600 1200 6000 1.4 16
TA-3008 R 380 300 800 1200 8000 1.4 15
TA 3010 R 380 300 1000 1200 6000 14 15
TA3012R 380 300 1200 1200 6000 14 15
TA 3014 A 380 300 1400 1200 6000 14 16
TA 3016 R 380 300 1600 1200 6000 14 15
TA 3018 R 380 300 1800 1200 6000 14 15 TA
TA 3020 R 380 300 2000 1200 6000 1,4 15
TA 3022 R 380 300 2200 1200 6000 14 16
TA 3024 R 380 300 2400 1200 6000 14 15
TA 3026 R 380 300 2600 1200 6000 14 15
TA 3028 R 380 300 2800 1200 6000 1.4 15
TA 3030 R 380 300 3000 1200 8000 14 15
type number : cathodo to case n° de type : cathodea au boftier
type number + sutfix R : anode to case n° da type + suffixa R : anode su boltier




POWER RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT DE PUISSANCE

VRWM ' VEm
- FSM @ Ca
| v [ @ e
— E o Fl.F|M FRAM 10ms i IR Boitier
Y (Al bk (A) (A) V) (mA)
Tease =
300 A /1 = 100°C tiyj) = 150°C 12t = 125.000 AZs IFM 1000A $50°C
T
TU 3008 380 300 800 1000 5000 1.4 10
TU 3008 380 300 800 1000 5000 1.4 10
TU 3010 380 300 1000 1000 5000 1.4 10
TU 3012 380 300 1200 1000 5000 1.4 10 U
TU 3014 380 300 1400 1000 5000 1,4 10
TU 3016 380 300 1600 1000 5000 1,4 10
TU 3018 380 300 1800 1000 5000 1.4 10
TU 3020 | aga 300 2000 1000 5000 1.4 10
! Tcase=
B00A [ teae= 95°C  1tiyj)= 150°C  12t=400.000 AZs IFM 1800 150°C
85012 R I 600 500 1200 2000 9000 1,4 20
B 5014 R 600 500 1400 2000 2000 1.4 20
B 5016 A 600 500 1600 2000 2000 1.4 20
B 5018 R 800 500 1800 2000 3000 1.4 26
B 5020 R 800 600 2000 2000 9000 1.4 20 B
B 5022 R 800 500 2200 2000 9000 14 20
B 5024 R 600 500 2400 2000 9000 1.4 20
B 5026 A 600 500 2600 2000 8000 1.6 20
B 5028 R 600 00 2800 2000 9000 1.6 20
B 5030 R 600 500 3000 2000 9000 1.8 20
FAST RECOVERY CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT A AVALANCHE CONTROLEE RAPIDE
VRWM VAA | VE IR Tr @
= @ g = 100 i i i P | @ |E=100mA| oo
VAERM A HA F (8] FRM 10ms @'iF.—IO VR IR =100mA Bolttar
TYPES > Vi ire — BOMA
W? min. ma, 1A) (A) (A} (A) ) (pa) {ns}
1, -
200 mA / tymp = 26°C  t(yj) = 125°C ey o
MR 52 Z 500 540 950 024 | 02 1 3 1 100 200
MR 622 600 720 950 0,24 | 02 i 3 1 100 200 DO 7
¥ -
400 MA / typp = 25°C  tyj) = 125°C S00°C
BY X 57-500 500 540 950 0,6 0.4 1,25 3 1 100 200 66 7
BY X 57-600 600 720 950 0.5 0.4 1,25 g 1 100 200
T.amh =
TA [ tyqp=25°C  t(yj) = 150°C 100°C
£ 6 HZS 600 720 1000 1,3 1 4 20 1.3 200 1500 DO 29
CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT A AVALANCHE CONTROLEE
Vv
R‘U-\'M . VRA : i = IESM VE iR .
% 'l = 100 uA F 0 10ms e se
i i @ip=10| @ Boitier
TYPES Ve = VR
) min | max (Al | ta) (A} (A} v (pA)
150 mA/400 mA / typp = 25°C  t(yi) = 150°C amb | amb
m m amb = T(yj) = 100°Cl125%¢
M4 HZ 400 450 | 750 0,5 0,4 1.25 a 1 150
M6 HZ 600 720 1000 0,5 0,4 1,28 3 1 150
*MBHZ 800 950 1400 0,5 0,4 1,25 3 1 150 | po7
M10HZ 1000 1100 1700 0,5 0,4 1,25 3 1 25
M15 HZ 1500 1600 2200 0.2 0,15 0,5 25 2 25




CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT A AVALANCHE CONTROLEE

;

VRWM

= ] v?o%m IFsMm " "
v R= Sy : ase
TYPES ':r::M () IF fe] IERM 10ms @e=10| @yg Boitier
) min max. (A) |A) {A) 1A) V) imA)
_— Tamb=
1A/ tmp=25°C  1(yj) =160°C 125%C
E6 HZ 800 720 1000 ‘ 1.2 1 4 30 1.2 0,20 5026
* EB HZ 800 950 4o | 12 1 a 30 1.2 0,20
= Y tamb=
2A /g, =25°C 1(yj) = 175°C 180°¢C
1 N 3938 200 240 500 2,2 2 6.5 70 1,1 0,50
1 N 3939 400 480 750 2.2 2 6.5 70 1.1 0,50
1 N 3940 600 720 1000 2.2 2 6.5 70 1 0.50 DO 13
1 N 3941 800 960 1200 22 2 6.5 70 1,1 0,50
1 N 3942 1000 1160 1400 2.2 ] 6.5 70 1.1 0.50
a o, % =2 1, =
2A / tymp =25°C t(vj) = 175°C g
Fa2Z 400 450 750 24 2 6,5 70 1,2 1
F62 2 600 720 1000 24 2 6,5 70 1.2 1 DO 13
¥FB2Z 800 950 1400 2.4 2 6.5 70 1.2 1
5 o e ° By 2 VEm @ tease=
BA /g =125°C  t(yj) =150°C Pt =,50 A’s lEm 154 | 125°C
@65 HZ,(R) 600 720 1000 5.5 5 20 100 1,2 3 564
G85 HZ,(A) 800 950 1400 5.5 5 20 100 1.2 3
10A  Atease=125°C  t(yj) =150°C 1t = 260 A’s ! IFm3sA | e
G4 HZ, (R) PA HZ, IR) 400 450 750 1B 10 as 230 1.2 3 Do 4 (G)
G6 HZ, (R) PE HZ, (R)| 600 720 1000 6 | 10 36 230 1.2 3 | Bessim
% G8 HZ, (R) P8 HZ, (R} 800 950 1400 1.5 10 35 230 1,2 3 a
|
- a P— a - - 2 tease =
20 A [ tge, = 126°C tyj) = 150°C 1 = 300 A%s IEMTOA | e
RP 4 HZ, R} 400 450 750 24 20 90 250 15 5 008
RP B HZ, IR) €00 720 1000 24 20 90 250 15 5 (it
RP 8 HZ, (R} 800 950 1400 24 20 90 250 1.6 5
tease =
20 A  / teage =125°C  tfyj) = 150°C Pt = 300 A’s IFM70A | hoe
R4 HZ, IR) 400 480 750 21, 20 90 250 1,5 5
A6 HZ. (R] 800 720 1000 21,5 20 80 250 1,5 5 DO 5
#ABHZ, (R} 200 a50 1400 21, 20 20 250 1.5 <]
3B5A [ty =100°C t(yj) =150°C 1*t = 1.250 Als IEpm 1104 :‘5'3?
R43 HZ, IR} 400 450 750 39 35 120 500 1,6 5
R63 HZ, (R) 600 720 1000 3s 35 120 500 1.5 & DO S
RE3 HZ, (R) 800 850 1400 39 35 120 500 1.8 5
40 A [ty = 100°C i = 150°C 2t = 2,500 A’s IEm 1208 | (550
AP 44 HZ, (A) 400 450 750 a8 40 200 700 1,5 5 T
RP 64 HZ, (R) 600 720 1000 48 a0 200 700 1.5 5 ?np}
%RP 84 HZ. (R) 800 950 1400 a8 40 200 700 15 5
tecase =
100 A / tease =100°C tyj) = 150°C It = 16500 A%s IFm 300A | 4500¢
KU 6 HZ 600 720 1400 125 100 400 1800 1,40 20 F62m
200 A / tgaee =100°C  t(yj) = 150°C >t = 80.000 A%s IFMBO0A | 2h0c
SU 26 HZ 600 720 1400 250 200 800 4000 1,40 15 su
Tegse =
300 A/ t%ase=100°C  t{yj) = 150°C 1’t = 125.000 A’s 'Fm 10004} 3500 |
TU 36 HZ 600 720 1400 380 300 1000 5000 1,40 10 TU

type number ; cathode to

type number + suffix A ; anode to case

case

n° de type : cathode aw bafrier

n° de type + suffixe A : anode au boitier




DIODES DE REDRESSEMENT HAUTE TENSION A AVALANCHE

EE HIGH VOLTAGE, AVALANCHE RECTIFIER DIODES

VRWM VRaA v la @y
= T F R R
v @lg= IFsm i T Case
g 100 yA lo 'FAM oms | CIF=lo i Boitler
TYPES v
R (v _ = | Gah=
v) min. (A) (A) A ) 25°C 100°C
10OmA /ymy = 25°C tyj) = 125°C
MA 30 3000 3300 0,01 0,075 1 6.5 0,04 50 Do 7
100 mA  /tymp = 25°C 1)) = 160°C
1N 3234.BAY 25 2000 2300 0,1 0,5 2,5 3 1 10
1N 3285 2500 2800 0,1 0,5 2,5 3 1 10 po7
1N 3286.BAY 26 3000 3300 0,1 0.5 2,5 3 1 10
250 mA [ty = 25°C  tfyj) = 150°C
M 15 1€/ TN 2887 1500 1550 0,25 0.8 2 3 0,5 25
M 20 K/1M 2891 2000 2100 0,25 0.8 2 4 0,5 25
1N 2897 2500 2600 0,25 0,8 2 6 0,5 25
M 30 K/1N 2901 2000 3100 0,25 0,8 2 8 0,5 25 Ml
1N 2905 38500 3700 0,25 0.8 2 7 05 25 Mﬂ”, ng
M 40 K/1N 2911 4000 4200 0,25 0,8 2 8 0,5 25 ulage
1N 2915 4500 4700 0,25 0,8 2 k] 0.5 25
M 50 K/1N 2919 5000 5200 0,25 0,8 2 10 0,5 25 M
1M 2921 5500 5800 0,256 0,8 2 11 0,5 25
M 60 IK/1N 2923 6000 6300 0,25 0,8 2 12 0.5 25
1N 2925 6500 6800 0,25 0.8 2 13 0.5 25
M 80 K 8000 8400 0,25 0.8 2 16 0.5 25
M 120 K 12000 12600 0,25 0,8 2 24 0.5 25
M 150 K 15000 15700 0,25 0,8 2 30 0,6 25
M 200 K 20000 21000 0,28 0,8 2 40 0,5 25
M 300 K 30000 31500 0,25 0,8 2 80 0,5 25
250/400 mA [ty = 25°C  t(yj) = 125°C
Moulding
EV 15 15000 16000 0,25 0,8 30 20 1 100 Moulage
EW 20 20000 22000 0,40 1.3 30 30 1 100 E'-\;
500 mA /tymp = 25°C  t(yj) = 126°C
. Moulding
0 40H 4000 4300 0,5 2 30 6 } Motiage
D BOH 6000 7200 0,5 2 20 10 1
D 20H 8000 8600 0,5 2 30 12 1 oM
D 150 H 15000 15000 0,5 2 30 21 1
D 200 HL 20000 21000 0,5 2 30 29 1
D 250 HL 25000 26000 0.5 2 30 38 1
1A tgpy = 25°C tyj) = 125°C
& Maulding
F 40H 4000 4300 1 35 30 a8 2 Moulage
F B0H 8000 8600 1 3,5 30 12 2
F 100 H 10000 10800 1 3,5 30 15 2
£ 150 H 15000 18500 1 3.5 30 17 2 FH
F 200 HL 20000 21000 1 3,5 30 29 2
F 250 HL 25000 26000 1 35 30 36 2
£ 300 HL 30000 34000 1 35 30 43 2
3A [tgmh = 25°C () = 125°C
P 32H 3200 3600 3 10 230 5 10 Moulding
P 40 H 4000 4300 3 10 230 8 10 Moulage
P 48H 4800 5000 3 10 230 ) 10
P 56 H 5600 6500 3 10 230 8 10 PH
P oB4H 5400 7600 3 10 230 8 10
P 70H 7000 7600 3 10 230 8 10
P 80H £000 8800 3 10 230 8 10
P 100 H 10000 11000 3 10 230 10 10
P 200 H 20000 20800 3 10 230 22 10
P 400 H 40000 41000 3 0 230 a4 10




HIGH VOLTAGE, FAST RECOVERY, AVALANCHE CONTROLLED RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT HAUTE TENSION A AVALANCHE CONTROLEE RAPIDE

E

VAWM VRA : Ve | IR@VR &
% @ FSM @ (g = 488
A 100uA lo IFRAM 10ms Ele=ilg A ter Baitier
TYPES VR - =
min. tamb = "amb=
V) v {mA) (Al (A) (v 2500 100°¢C Ins}
— 2858 _ 5 IF =5mA IR =10mA
20 mA / tyyp = 25°C Yyj) = 100°C O G
Mouldi
CYS5F 5000 20 0,08 1 15 0.5 10 250 Moulegs
CY7F 7000 20 0,06 1 15 0,6 10 250 oY
IF=100mA |Ig=100mA
200 mA /tamp =25°C  t{yj) = 125°C ier= 50mA
MU 2 2000 2160 200 1 2 5,2 2 100 200 Moulding
MU 3 3000 3240 200 1 2 7.8 2 100 200 Moulage
MU 4 4000 4300 % i 2 10,4 2 100 200
MU 5 5000 5400 200 1 2 13 2 100 200 MU
MU & 6000 6300 200 1 2 15,6 2 100 200
MU 8 8000 8740 200 1 2 20,8 2 100 200
MU 10 10000 10800 200 1 2 26 2 100 200
MU 20 20000 21600 ‘ 200 ‘ 1 2 52 |2 100 200
Ig=100mA Ig= 100mA
200/300 MA  /tamb = 25°C  t(yj) = 125°C oy = BOMA
‘ Moulding
EV 12R 12000 13000 200 0,65 20 20 1 100 1500 Moulage
EW15R 15000 16000 300 1 20 30 1 100 1500 EV
| EW
B Ig=100mA Ig=100mA
500 mA [ tamp = 25°C  tyj)= 125°C . irr= 50mA
| Moulding
E 50HR 5000 5500 500 2 20 12 & 1500 Moulage
E 100 HR 10000 11000 500 2 20 24 5 1500 EHR
E 150 HR 165000 16500 500 2 20 38 8§ 1500
MIGH VOLTAGE RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT HMAUTE TENSION
VRWM | L ]
= IFsm IR @ VR
VRRM ‘o IFRM 10ms | IF=lg (Al Case
TYPES V_ﬂ Boitier
tamb = lamb=
2 {mA) (mA) (A) % 280¢ 100°C
50/100 mA  /tymp = 25°C  t(yj) = 150°C
IN 3282 1000 100 500 2,5 2y i 10
1N 3283 -BAY24 1600 100 500 2,5 25 1 0
M 405 4000 50 250 2.5 4 i 50 Do 7
M 505 5000 50 250 2,5 5 1 50
M 805 6000 50 250 2,5 6 1 50
200mA  /typp =25°C  t(yj) = 125°C
| = e
ME 30 3000 200 | 650 25 3 10 Sacing
ME 60 6000 200 650 2,5 6 10 aulagn
ME 100 10000 200 | 650 2,5 10 10 ME
ME 120 12000 200 850 2,5 12 10
ME 200 20000 200 | 650 25 24 10
POWER SCHOTTKY (HOT CARRIER)
DIODES SCHOTTKY DE PUISSANCE
VRWM . (i
o VRS 6} IFsM VEM I gor
VREM M =IEM FM {ma} m”
TYPES V‘F; W1 (A) (A} W (Al tamh = tamb = boitiar
vi l ‘ 25°C 100°C
50 A/ tymp =860°C 1) = 100°C  I*t = 1.800 A’s
0,35 10
RS 52 20 25 50 600 0,85 100 120 300 DoOs
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FAST SWITCHING THYRISTORS min. | typ. | max.
THYRISTORS RAPIDES ¢ » A
e AL Electrical characteristics
valeurs limites Caractéristiques électriques t amb. = 26°C
TRmM di
TYPES Vowm Tsm a dv ~
o| = VRsM | (10 ms) H [-v:%wm gt g Ga/%dt “ :m
VRwM Ve GT RGK= | Vrm L G aftier
(A) V) v [A) v) (ma) | (mA) V) imaAl s) (1s) (Vis) | tA/LS)
. . . B b=l Ti= TI=100°C| T1i=
5 A eff (rms) tcase = 75°C  t(yj) =100°C  Pt=125A% | 'TW . et H=10A | 160°c
TY BO&F 3 50 75 50
TY 1006F <} 100 180 BO
TY2006F 3 200 300 50
TYINO5EF 3] 300 ADD 50 3A 44 30e 2,54 24 1.5@ 154 2000 1008 TO
TYA4005F 3 400 500 50 220A8B
TYE005F 3 500 600 60
TYG005F 3 600 700 50
Im=| Ti= Ti=1004C; Tf=
16 A eff (rms) / tgage=100°C  1(yj) =100°C  Pt=100A% |00 | 100°% | i1=50A | 100°¢
TRA B18DF X/2| 10 50 78 150
TRA1016DF X/2| 10 100 150 150
TRAZ2018DF X/Z| 10 200 300 150 X =154
TRA3016DF X/Z| 10 | 300 400 150 34 804 ape 244 [ 34 20 2004 | 1004 | TO48
TRA4016DF X/Z| 10 400 500 160 Z =304 (5131)
TRABD16DF X/2| 10 500 600 150
TRABOIEDF X/2Z| 10 600 T00 150
. 2 | M= TS | TI128°C Ti=
35 A eff (rms) / = 60°C t(yj) = 125°C  FPt=300A%s | 70a | 125%C IT=10A | 126°C
TSO35F, A/B 256 50 75 250
TS135F, A/B 225] 100 150 250
TS236F, A/B 2251 200 300 250 A =204
T5435F, A/B 225) 400 500 250 34 1804 joe 244 64 e i 2004 1004 | TO28
TSG35F, A/B 225§ 600 700 250 =40
TSB35F, A/B 226] 800 900 250 % - O
* Flease, consult us for others values of dV/dt and di/dt ¥k Valeurs de dV/dt et difdt supérigures | NOUs consultar
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FAST SWITCHING THYRISTORS min. | typ. | max.
THYRISTORS RAPIDES ¢ | @ A
Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs limites Caractéristigues électriques t amb. 26°C
Vowm 1 'AM av di
i o |y VRsSM Tlsgnsb v | IC? ¥ @ “at| ey Cose
I RGK = =
VRWM GT GT oy ™ |vpwm Tgt 1q 60 % = it
VAWM Vowm
(A | (v) (V) (A) V) (mA} {mA) v} (mA} {1s) {Ls) (Vips) | (A/uS)
v =|Ti= Ti=125°C! Tj=
Bb A eff {I’ms] ;’ 1 case = 75°C t{\‘jl = 126°C Izt = 2500 A’s 100A | 125°C IT=100A| 125°C
TK1F, A/B 35 100 150 700
TK2F, A/B s 200 300 700 A =204
TKA4F, A/B 36 400 500 700 3A 3004 100® 2,44 104 50 2004 1004 TO49
TKEF, A/B 35 600 700 700 B8 =404
TKS8F, A/B 36 800 900 700 % %
|
m=|T= TI=126°Cf Tj=
= TRy i) = o 24— 2
110 A eff (rms) / tease =75°C  tlvj) = 126°C 12t =7.000 A%s sscn | vamee li=1004] 128°¢
K |
TK 110F, A/B 70 100 150 1200
TK 120F, A/B 70 200 300 1200 A =204
TK 140F, A/B 70 400 500 1200 34 3004 008 | 24 ToM 5@ 200¢ | 1004 | TOag
TK 1B0F, A/B 70 600 700 1200 B =404
TK 180F, A/B 70 800 500 1200 % *
TK1100F, A/B 70 1000 1100 1200
5 s m=|Ti= Ti=128°C| Ti=
] = @ i) = o —.
140 A eff (rms) / tgasa=80°C  tivj) = 125°C 1>t = 10.000 A%s ganil | s 0O 1289
TK1401F,A/B | 85 100 160 | 1400
TK1402F, A/B 85 200 300 1400 A =204
TK1404F, A/B 85 400 500 1400 34 3004 1008 | 24 104 5® 2004 1004 | TO49
TK 1406F, A/B 85 600 700 1400 B =404
TK1408F, A/B 85 BOO 900 1400 * *
TK1410F, A/B 85 1000 1100 1400
M= | Ti= Ti=125°¢ Tj=
235 A eff (rms) / tgoase=70°C tivj) = 126°C 12t =50.000 AZs 450A | 125°C IT=1004a| 128°C
1T 210F,A/8 150 | 100 | 150 [ 3200
TT 220F, A/B 150 200 300 3200 A =204
TT 240F, A/B 150 400 500 3200 34 5004 300® 24 254 5@ 200¢ 1N04A TT
TT 260F,A/B 150 | 600 700 | 3200 B =404
TT 280F, A/B 160 BOO 900 3200
TT2100F, A/B 150 1000 1100 3200
m=|Ti= Ti=126°C| Tj =
- g} == 7 P 2
315 A eff trmsl ! tease = 75°C t{vj} = 125°C 1*t=80.000 A*s 6004, |125°C |T=1DOA 1259C
TT 310F, A/B 200 100 180 4000
TT 320F, A/B 200 200 300 4000 A=204
TT 340F, A/B 200 400 500 4000 34 5004 300@ 24 264 5® 2004 1004 L 5
TT 360F, A/B [200 | 600 700 | 4000 B =404
TT 38B0F, A/B 200 800 900 4000
TT3100F, A/B 200 1000 1100 4000
¥ Pleaso, consult us for others values of dV/dt and di/dt ¥ Valeurs de dV//dt et di/dt supérieures : nous consultar

|




DARLISTOR (TRADE MARK]) min. | typ. | max.
DARLISTOR (MARQUE DEPOSEE) ¢ | o | a
Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs limites Caractéristiques dlectriques t amb, 25°C
v IRM |
TYPES . Frsm @ e | P ™ “Ta] o
o VHV_‘.‘M Vasm! (10ms)| VYaT lGT IH | VTm | Vowm 9 80%
- VAWM l Vowm
(a) v Vi | Al V) | tmaA) | (maAl v {mA} st | (us) Wis) | (As)
110 A eff (rms) / tease =75°C t(yj) = 126°C  1*t=7.000 A’s Liga = 200 T, = 1257 | K] 2= =t
DK110F A8 W XY 70 1wa] 150 1200 =104
DK120F,ABW,X,Y 70 200 | 300 1200 x=154 | 200¢ | 800A | TO 49
DK 140F ,A,B,W,X,Y 70 400 | 500 1200 34| 150A| 708 | 2354 | 154 1.5¢ | A=204
DK 160F A,B,W, XY 70 600 ] 700 1200 y=264
DK180F ABW,X.Y 70 800 | 900 1200 B=404
DK 1100F AB,X.Y 70 1000 | 1100 1200
235 A eff (rms) / tease=T70°C tiyj) = 1268°C 1°t=750.000 A®s  |'m =05 T 71=E PR it il
DT210F,ABX,Y 1560 100 150 | 3200
DT220F.A.B.X.Y 180 200 300 | 3200 X =154
DT240F A B,X,Y 150 400 | 500 3200 A =204
DT260F A B.X.Y 150 600 | 700 | 3200| 34| 2004 | j00@ 24 | 254 1,60 |y —=7ca] 2004 | 8004 | DT
DT280F A B XY 150 8oo | soo | 3200 B =404
DT2100F A B,X,Y 150 1000 | 1100 | 3200
T =128 Ty=138%
315 A eff (rms) / tease = 125°C  tfyj) = 125°C 17t =50.000 A®s |'m ™" T~ A
OT310F A,B,X.Y 200 100 | 150 | 3200
OT320F A,B,X,Y 200 200 | 300 | 3200 X=154
OT340F A,B,X,Y 200 400 | 500 | 3200 A=204
DT360F,AB,X,Y 200 600 700 | 3200| 34| 2004 100@ 24 | 254 1,60 | y=o54 | 200¢ | BooA | DT
DT380F,AB.X.Y 200 800 | soo | 3200 B=404
DT3100F,A,B.X.Y 200 ioo0 | 1100 | 3200
SENSITIVE GATE THYRISTORS
THYRISTORS SENSIBLES
Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs limites Caractéristigues électrigues t.amb. 25°C
T
VDEM | {(.FJ! d'\a"/c”
FYRES LB VRSM| Wswm | VaT lgT W | Vv | Vowm | tar 1q s0% | Case
[10ms) Agk=" R“"'H':Wb Vpwn | Boitier
(A) v} ) (Al V) | (mAl (mA) (\"2} GK (us) sy | vips)
0,6 A eff (rms) / tgase = 75°C t(yj) = 125°C e = 3 e ‘ Hows | nerme
TH 358§ 03 30 50 4
TH 558 03 50 75 4
o2 2 1% = | s 14 024 | 26 | 24 014 | 20 158 | 200 | TO46
TH2058 0.3 200 300 4
TH305 S5 0,3 300 400 | 4
TH405 S 0,3 400 500 | 4
e 1A T, =y ! t {f=
1,6 A eff (rms) / 1ga5e =86°C t{yj) = 125°C o =14
|
2N 2322 1 25 50 | 16
2N 2323 1 50 75 16
2N 2324 1 100 150 15
49N 2326 1 | 20 | 30 |18 | o8| o2 | 34 26 | o014 | 158 | Goe 108 | TO3®
2N 2327 1 250 400 16
2N 2328 1 300 400 15
#2N 2329 1 400 500 15
b 1A Tp= e J=athiE T, = e
1,6 Aeff (rms) / teage =80°C t(yj) = 125°C i e |
TD 5018 1 50 75 15
TD1001 S 1 100 150 15
TD2001 S 1 200 300 156 34 0,34 1® 24 14 1,59 Goe 108 TO 39
TD3001 S 1 300 400 15
TD40O1 S 1 400 500
L RET ' M
4 A eff (rms) / tcage =25°C tiyj) = 110°C P1=2A%s fiA . e
$106-05, $107-06 25 50 7 | 20 S106 :
$108-1 ,S107-1 25 100 150 | 20 0,84 0,24 34 254 0,14 1,20 408 e |(TO202
*5106-2 ,5107-2 25 200 300 | 20 $107 :
#S1064 ,51074 25 400 500 | 20 0,54




min. | typ. | max, E
THYRISTORS $pa)a
Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs fimites Caractéristiques lectriques t amb. 26°C
TYPES
Vowm I '@“ e
= Vrsm | ITSM | vgr 6T RGK = vowm | 't tg @60 % | Case
VAWM 110ms) i VAWM Vowm Boitier
(V) V) A} W2 {mA) (mA) (ua) (LS) (us) (V/IuS)
RGK=1K2 Ti=125°C| Tj =
1,6 Aeff (rms) / tease=80°C tivj) = 125°C _ Tj = 126°C It=1A |125°%C
TD 501 1 50 75 18 1
TD1001 1 100 150 15
TD2001 1 200 300 15 |
TD3001 1 300 400 15 A 2,64 50 14 1,50 600 100 | TO38
TD4001 1 400 500 15
TD5001 1 500 600 15
TD6001 1 600 700 15
3 RGK=1KE2 Ti=125°C Ti=
1.6 Aeff (rms) [ tgase=80°C tlvj) = 125°C T) = 125°C [iy=1a g 128°C
2N1598 1 50 75 15
2N 1596 1 100 150 16
#2N1597 1 200 300 15
2N1598 i 300 400 15 34 104 108 14 1,50 400 508 | TO29
#2N1599 i 400 500 156
TDS 1 500 500 16
TDE 1 600 700 15
RGK=1K{| Tj=125°C =
3Aeff (rms) / 85°C tivj) = 125°C T = 12500 {odi Jaases
TD 503 2 50 76 50
TD1003 2 100 150 50
TD2003 2 200 300 80
TD3003 2 300 400 50 1,54 | 104 100 14 20 509 50 | Toa3g
TD4003 2 400 500 50
TD5003 2 500 800 50
TDE003 2 800 700 50
|
E 3 frm=| Tji= Ti=t10ec| Ti=
A Aeff (rms) / teae=75°C  tlvi) =110°C  1"t=18 A%s | 110 lr=4a |110°C
TY 504 50 75 60
TY 1004 100 150 60 |
TY2004 200 300 80
TY3004 300 400 80 154 | apa B804 24 20 250 20 TOZIDA
TY4004 400 500 60
TY5004 500 600 60
TYG004 600 700 80
y j= TI=110°c| Ti=
7.4 A eff (rms) / 75°C  tlvj) =110°C  1Pt=35A%s 1o IT=74A | 110°C
TY 507 50 75 80 I 1
TY1007 100 150 80
TY2007 200 300 80
TY3007 300 400 B0 34 40h B0A 24 2 25® 200 TOZZOAET
TY4007 400 500 80
TYS007 500 600 80
TYB007 600 700 a0 |
j= TiI=110°C| Tji=
74 Aeff (rms) / tcae=75°C tlvjl=110°C  1>t=35A’s 110°C It =8A |110°C
™ 507 & 50 75 80
TM1007 4,7 100 150 80
TM2007 4,7 200 300 80
TM3007 4,7 300 400 80 34 404 604 24 2e 25@ 204 | TO64
TM4007 47 400 500 80
TM5007 4,7 500 600 80
TMEOOT 4,7 600 700 80
Ti= Ti=125°C | Tj =
7.4 Aeff (rms) | tcage=90°C tlvj) =125°C 1t =35A%s 125°C lr=6A |128°C
2N1770 4,7 25 80 80
2N1T71 4,7 50 75 80
2M1772 47 100 150 80
2N1773 4,7 160 200 80
2N1774 4,7 200 250 80 24 154 304 1,854 24 20 30@ 20¢ | TOG4
2N1775 4,7 250 300 80
2N1776 4,7 300 400 80
IN1777 4,7 400 500 80
2N1778 4,7 500 600 80
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- s
min typ. [ITI.B’..
iﬁc THYRISTORS * > 5 =
Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs limites Caractéristigues électrigues 1 amb. 25°C
TYPES v 'AM dav di
- ITSM I @ i ks P
lo |VRwm | YRsm|(10ms) | VaT IGT aek=| YT™ |Vowm | tat g @e0 %
oo v HWM UDWM Boitier
(A) V) V) [A) V] Ima) | (maA) V] (mA} sy | (s) (Wips) | (A/LS)
. m=| Ti= | Ti=110°c | Tj=
10 Aeff (rms) / tease=76°C  tlvj) = 110°C P1=50A%s 204 | 110% IT=6A | 110°C
TY 510 8,4 50 75 | 100
TY1010 6.4 100 160 | 100
*TY2010 8.4 200 | 300 | 100
TY3010 6,4 300 400 | 100 34 404 604 | 24 24 20 250 200 TOZ20AB
#TY4010 684 400 | 500 | 100
TY5010 64 | soo| 600 | 100 | .
+TYE010 64 600 | 700 | 100 |
s TM=| Ti= Ti=125°C | Ti=
16 A eff (rms) / tease = 75°C tivi) = 125°C 1=120 Als 04 125°C IT=10A 126°C
2N1843A 10 50 75 | 150 T ‘
2N1844A 10 100 150 | 150
2N1848A 10 200 | 300 | 150
2N 1848A 10 300 | 400 | 180
2N 18494 10 400 | 500 | 150 |
2N 1850A 10 s00 | 600 | 150
TREO10 10 600 | 700 | 150 34 | 804 200 | 224 54 58 1008 50¢ | 204 | TO48
TR7010 10 700 | 800 | 150
TRB010 10 800 900 | 150 | * *
TRBO10 10 900 | 1000 150 |
TR1010 10 1000 | 1100 | 150 | I
TR1110 10 1100 | 1200 | 150
TR1210 10 1200 | 1300 | 150 l l
| |
Im=| Ti= ‘ri=125aci Ti= ‘
= ) = 2
25 A eff (rms) / teaee=75°C tlvj) =125°C 1Pt=200 A’s son | 1as0e lr=10A | 1285
BTW39- 50 16 50 76 | 200
BTW39-100 16 100 150 | 200
BTW39-200 18 200 | 300 | 200
BTW39-300 16 300 | 400 | 200 34 | goA 208 | 224| 5A 58 100@ 100¢ | 504 | TD48
BTW29-400 16 400 | 500 | 200 (5131
8TW39-500 16 500 | 600 | 200
BTW39-600 16 600 700 | 200
= Ti= Ti=125%¢ | Ti=
25 A eff (rms) A case = 65°C  tlvj) = 125°C 1*t=200 As 50A | 125°C IT=10A | 125°C
2NE81 16 25 50 | 200
#2N682 16 50 75 | 200
2N683 16 100 | 150 | 200
*2NBBS 16 200 | 300 | 200
2N687 16 300 | 400 | 200
#2N688 16 400 | 500 | 200
2N689 16 500 800 | 200 34 404 208 2,24 34 5@ 1008 504 | 204 | TO48
#2N630 16 600 | 700 | 200 %
2NEB91 16 700 | 800 | 200 *
*2N692 16 oo § 900 | 200
TR 9 16 g00 | 1000 | 200
#*TR10 16 1000 | 1100 | 200
TR11 16 1100 | 1200 | 200
TR12 16 1200 | 1300 | 200
Itm=| 1j= Ti=125°C | Tj=
35 Aeff (rms) / tcase=60°C  tlvj) = 125°C 1>t =300 A’s 70A | 1280¢ =10 A | 125%C
TS 135 225 100 | 200 | 250
TS 235 225 200 | 300 | 250
TS 435 22,5 400 | 500 | 250
TS 635 22,5 600 | 700 | 2850 34 soA | 2080 | 224 6A 5e 1008 50 | 204 | TO48
TS 835 225 800 | 900 | 250
T51035 225 | 1000 | 1100 | 250 * *
TS1235 225 | 1200 | 1300 | 2850

¥ Please, consult us for others values of dV/dt and di/dt

¥ Valeurs de dV//dt at di/dt supérieurss : nous consilter




min. typ.irnax.
THYRISTORS ¢ | o | a
Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs limites Caractéristigues dlectriques tymp 25°C
Vowm | 1pm av di Case
TYPES = Vesm| brsm | V&T | 6T I VM |“%W_'M /dt Zar | Boitier
la 10ms RGK = @ tar q @Bo%
VAWM
= VAWM VDwm
{A) V) V) (A) [\ (mA) | (mA) vl | (mA) (us) (5] (VIs) | (A/uS)
['rm=| Ti= Ti=126°C| Tj=
55 A eff (rms) / tcase =80°C  1(yj) = 125°C  I*t=2.500As [-.QoA 126°C IT =100A | 125°C
B T
TK1 35 100 150 700 I
TK2 35 200 300 | 700
TK4 35 400 | 500 | 700
TK& 35 s00 | 700 700
TK8 35 800 900 700 | 24 1254 | 50@ 24 104 | 5@ 1s0® 504 504 | TO4ag
TK10 35 f1o00 | 1100 700
TK12 35 f1200 | 1300 700
TK14 35 J1400 | 1500 | 700 * *
TK16 35 |1600 | 1700 | 700
hm= | 1i= Ti=126%C | Tj=
70 Aeff (rms) [ tease=75°C  t(yj) = 125°C  Pt=1250A"s | j450a | 1285°C ir=1004 | 125°C
TJ701D 45 100 150 | 500
TJ702D 45 200 | 300 | 500
TJ704D 45 400 500 500 press fit
TJ706D 45 500 700 | 500 | 34 1004 | 50® 24 104 | 30 1008 200 | 1004 | 3/4”
TJ708D 45 800 | 900 | 500 stud
TJ710D 45 J1000 | 1100 | Ssco
TJ7120 a5 fJi1z00 | 1300 | s00 * *
[
ITm=| Tj= Ti=128%C | Ti=
= ) AR = a b S ;-
110 A eff (rms) / tease =80°C t(yj)=125°C  1*t=7.000A%s | 0. | o0 br=100a | 125°C
|
2M1911 70 100 150 | 1200 |
2N 1912 ;n ;50 250 12% |
2N1913 0 00 | 300 | 12
2N1914 0 | 250 | 3s0 | 1200 | 3* | 754 | coe | 24 64| s | twoe | S0b | B0k | TOAS
2N1915 70 300 | 400 | 1200
2N 1916 70 400 | soo | 1200
* *
» = Ti= Tj=125°C | T|=
110 A eff (rms) / tease =80°C t(yj) =125°C  1Pt=7.000 A’s | 2004 | 125°%C I=100A | 125°C
TK110 70 100 150 | 1200
TK120 70 200 | 300 | 1200
TK140 70 400 | 500 | 1200
TK160 70 goo | 700 | 1200
TK180 70 800 | 900 | 1200 | 34 1254 | 508 24 104 | 5@ 1508 504 504 | TO 49
TK1100 70 fJiooo | 1100 | 1200
TK1120 70 J1200 | 1300 | 1200
TK1140 70 fJ1400 1800 | 1200
TK1160 70 Ji600 1700 | 1200
* *
T = = T]=128°C| T| =
140 A eff (rms) / tcase =BO°C t(yj) = 125°C  F1=10.000 A%s | o0 | 1280c T =100A | 126°C
TK1401 90 100 150 | 1400
TK1402 20 200 | 300 | 1400
TK1404 90 400 | s00 | 1400
TK 1406 90 600 | 700 | 1400
TK1408 90 800 900 | 1400 | 34 1254 | 508 24 104 5@ 1508 509 504 TO 49
TK1410 90 f1o000 | 1100 | 1400
TK1412 80 f1200 [ 1300 | 1400
TK1414 90 f1400 | 1500 | 1400
TK1416 g0 J1600 §1700 | 1400 % %

EPIM, consult us for others values of dV/dt and di/dt

* Valaurs de dV/dt et di/dt supérisures : nous consultar




min. | typ. | max.
THYRISTORS * P .
Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs limites Caractéristigues électrigues t amb. 25°C
TYPES Vowm 'H 'AM e ail e
lo = | Vmsm| btsm | Vg1 | ! RGK=|v @ t W "
VAWM momp] - | T [ Vo W) e Coors ) D
VAWM Vowm
1Al V) Vi | {A) V) (mA) | (mA) 2l {rm. L us) (1L5) (Vius) | (A/LS)
|
— = = ] =
235 A eff (rms) / tease=80°C tyj) = 126°C 12t=50.000A%s |'™M= T bl
4504 ] 125°C H=100A 125°C
TT. 210 150 100 150 | 3200
TT 220 150 200 300 | 3200
TT 240 150 400 500 | 3200
TT 260 150 800 700 | 3200
TT 280 150 800 800 | 3200 34 5004 50® 1.74 254 e 150@ S04 504 T
TT2100 150 1000 1100 | 3200
TT2120 150 | 1200 1300 | 3200
TT2140 1650 | 1400 1800 | 3200
TT2160 150 1600 1700 | 3200
" ” M= Ti= Tj=125°C T=
315 Aeff (rms) / tease=85°C  tlvj) = 125°C I*t=80.000A%s | o0 | e IT=100A | 28°¢
TT 310 200 100 150 | 4000 |
TT 320 200 200 300 | 4000
TT 340 200 400 500 | 4000 !
TT 360 200 600 700 | 4000
TT 380 200 800 900 | 4000 34 5O0A 50 1,64 | 754 | 5@ 150@ 50¢ 504 7T
TT3100 200 1000 1100 | 4000
TT3120 200 1200 1300 4000 |
TT3140 200 1400 1500 | 4000
TT3160 200 1600 1700 | 4000
M= Ti= T=125°C | Tj=
P — AT o 2 2
470 A eff (rms) / tease =85°C t(yj) = 125°C FF1=200.000 A’s | o0 | oo I7=100A | 125°C
TB 410 300 100 150 | 6300
TB 420 300 200 300 | 6300
TB 440 300 400 500 | 6300
TH 460 300 600 700 | 86300
TH 480 300 800 900 | 6300 34 5004 100® I 1,74 254 50 200 50% 504 TB
TB4100 300 1000 1100 | 6300
TB4120 300 1200 1300 | 6300 |
TB4140 300 1400 1500 | 6300
TB4160 300 1600 1700| 6300 ‘
|
THYRISTORS TRIGGER CIRCUIT
CIRCUIT DE DECLENCHEMENT POUR LA COMMANDE DE THYRISTORS
Feeding Sa Drive Outputs A
| Alimentation Comrnande Sarties
TYPES q‘:f,:'é] lo F V max & T’:;g;ﬂ, F z v \ tlvi) Case
W |mall H2) | v @ lw kw2 | @ v) ey, | pey |90
LiA 220 | 15 | 60-80 +10 | soo0 10 7 1 5 500 75 * LA
LB = LIB
* LA encapsulated, with PASTON cannections * LA ancapsulé, raccordemeant par cosses FASTON

LB

unencapsulated, with connections for printed cireuit.

LyB

nan encapsulé, raccordemant sur connectaurs circuit imprimé
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UNIJUNCTION TRANSISTORS
TRANSISTORS UNIJONCTION
Electrical characteristics
Caractéristiques électriques tamb. 25°C
TYPES AF
VB281| Vgie Reg . Vel Iy | ‘ F
I 4 ; Vos1 lp | —spag | Case
. max. ) ,.E:‘n rr;,;; iR min. | max. |. j2g0c| Boitier
v il min max min max. (A) V) ImA) 49 | {uA) (%)
2N 484 A 35 60 8,2 9,1 0,62 0,75 2 5 8 = 12 15 RO 33
2N 484 B 35 60 6,2 91 0,62 0,75 02 5 8 3 B8 15 AD 33
2N 484 C a5 60 6.2 9.1 0,62 0,78 0,02 5 8 3 2 15 RO 33
2N 16871 AX 35 30 4.7 9.1 0,47 0,62 12 5 8 3 25 15 RO 33
2N 1671 BX 35 30 4,7 9,1 0,47 0,62 0,2 5 a £2) 6 18 RO 33
2N 1671 CX 35 30 4,7 9.1 0,47 0,62 0,02 5 8 3 s 15 RO 33
2N 2160 35 30 4 12 0,47 0,80 ¥2 B 8 3 25 15 RO 33
#* 2N 2646 30 30 4,7 81 0,56 0,76 12 5 4 3 B 16 RO 38g
# 2N 2847 30 30 4,7 9.1 0,68 0,82 0,2 5 a 6 2 15 RO 38g
2N 3479 35 30 4,7 8,1 0,47 0,62 12 5 6 6 20 15 RO 33
2N 3480 35 30 4,7 9,1 0,56 0,75 12 5 4 3] 20 15 RO 33
2N 3483 35 ] 4,7 8.1 0,60 0,72 1 5 4 6 5 18 RO 33
2N 3484 35 30 6,2 8.1 0,70 0,85 0.2 5 4 6 -] 15 RO 33
BB 12 30 30 4,7 9,1 0,56 0,75 0,2 5 a 3 1 15 RO 384g
BB 14 30 30 4,7 9,1 0,68 0.82 12 5 4 5] 25 15 RO 384
BB 18 30 30 4,7 a1 0,68 0,82 0,2 B 8 B 25 16 RO 384
REVERSE UNIJUNCTION TRANSISTORS
T.U.J. INVERSE
Electrical characteristics
Caractéristiques électriques tamb, 25°C
TYPES . - AF/p
Ve2s1 | Vi BB 7 — 559C F Case
rnBax, ‘ min, (Ka) N ol l‘V Vost P +1280C | max. Boitier
| min. typ max, lc=100p
(V) V) min. max. min max. | (A} (A V) {u Al (%) | iMHz]
TUI 1 10 -] 5] 10 0,43 0,53 10 4 4 300 2 RO 384
TUI 1R 10 c 5 10 043 | 053 50 4 4 300 2 1 RO38g¢
PROGRAMMABLE U.J.T.
T.U.J,. PROGRAMMABLE
{Ve281
A { Zn
i*&! Application as a direct UJT @ Application an an reverse UJT - i
Uuilisation en TUJ direct Utifisation en TUJ inversé
Case = E
TYPES Temsion | oo s Ip @'Vg =10v] ly | vp i lnge | ' @Wve=8v | Iy | Boitier T
inverse {erqnt) (LA ‘;5 1:“ “'sa' ‘WTi’nverse v (A} ";5 s corresponding Schema ;
Ga-A G 6= | GpC G Schéma équivalent :
fg fig 10kil | rokQ e fg 10k52 %
) (nA) [=10okR |~ | mA) | (V)] IV | na) | =i | = | (ma) l B2B1
A
oo 70 | o2 4 E Rg
Vs
TUP 1 A/B RO38m C ==
max. 40 10 - 2 0.8 5 50 150 20
Vg=nV —
ey 25 0,2 0.8 s=NVe281 ARG =p R,
TUP2A/B RO38m =
fi=eTL Vp=V -V
max-| 40 | 10 1 0,2 0,8 6 50 25 2 Ry R "




DOUBLE GATE THYRISTORS
THYRISTORS A DOUBLE GACHETTE

Absolute max ratings Electrical characteristics
Valeurs limites Caractéristiques électriques tamb.25°C
v : C - -

TVPES Fraft DWM | lysm | Vecr | leer | Vaar | lgat Iy °T gt tq Cote

{rms) VRWM E=10AS)  max, max. max. max. max. ||y 200mA|  max. max. Boitier

{mA} (32 (A} v i A) v ImA} (mA) V) s} {us)
anNs1 200 65 5 0,65 1 0,8 | 1.5 2 ws | 18
3N82 200 100 5 0,65 1 0.8 1 15 2 15 B | 1o
3N84 200 40 5 0,65 10 2 1,9 1.5 15
3N85 200 100 5 0,65 | 10 2 1.9 1.5 | 18

PHOTOTHNYRISTORS
ITatt | v, Iy VTm g Lit
el @ 2 Rge = 27%81

S tkms!_ = GET | lger | VoAt | lear |Pee=| & | b LX) Case

@se ™ | Vawm | max, max, | max. max. | 10KQ ‘ ™ = DWM Boitier

5G°C 200mA | =VRawMm

{ma) V) v (Al v ImA) {ma} | 1\ {ua) min. max.
3PT40 300 40 0,6 1 | o8 1 W | 2z 1 300 1600
aPT60 300 60 0,6 1 0,8 1 1,5 2 1 300 1600 o 72
3PTE0 300 ) 0,6 1 0,8 1 1,5 2 1 300 1600
3PT100 300 100 0.6 1 0,8 1 1.5 | 2 i 300 1600




- vew TRIACS SELECTOR GUIDE
3
SELECTEUR DES TRIACS
1m — —_
1000 s
800
600 | = — — e p— g—  —
s|s| |5|8]¢ s @
\;r' ¥i VA VA by o g o 80 z Y o 9 8 8
W W ® 3 © 3 ‘3 a " a o o a = -
1] ] L - LY 4 3 [ ] = o ] =) 8 a =] o o "
i == - - - -
sic alz| 2 o © m @ @ cm Zl = 9l fe a| (B8] |2] |2 < <
wol [E15] BIBIE] [B<| 12 |24 124 |4l 124 |g] |2 1Bl 1 (B
o | @ o m ‘o= 4= 4 5 o 3 =] 4 = 3 a2 § 8 [=} F '
N Y] Mo * E = 5 s - - 3 &~ =3 =]
«<la| Iz]lz|g| |2 2] |E = gl 1E g 12| IE 2l IZ1 12] (3] 121 18] |2] |&
=2l IZIELE] (2 €l 128 12 8] 138 |13 138 ] |13] 1Bl I2] I3l |3] |2
=1 & 21513 = @ X 7 x 2 x @ o %4 T T = = 2 e £
g g g g 5 -+ =+ - + E + = = T t = t F = (= o=
200} HELEL IEEIE - bl ) Gy
T 1 T i (I 1 ¥ T 1 Ea Y T
14 3A 6A aa 0a 154 %4 50A oA GoA 1ooA Zook !
1039 TO220A8 S13 TO22008  S131 34+swd 34 TOM9  TT Cases
el ¥ istie +stud Boitiers

TO 220 AB PLASTIC CASE TRIACS CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DES TRIACS EN BOITIER PLASTIQUE TO 220 B

Sutti TRIGGERING TYFICAL
pw | U5E HAUDATY ar APPLICATIONS
B | Noewmal Triggering i tous quadrarts | U LT, grogeammatie ULT, ~| Hstingcanirsd
Transizine- dine —wic. .. Frwar emnital
- foduatrial High Gv/d) capatiiity Qe micrm-swn tch- Mator contrad
Cnasdramts | snd 111 ratedd nctifver heidge ™)
L Tovrmumes 490 | Low voltage Fog [ Tigert iarvrriar
Apglanc o halding curent Roctitior bisign | "1
Quesclrans | ard 111 vared
< Prolewses gk santivity = o T 3+ cireuiig- |8
oo g siezasln et othar | all guekestional sppications
it valtage o s
Lyw haiufisig rent

*1 EXAMPLES OF TRIGGESING IN GUADRANTS | s i1l

Thatm kind ol Irigge: ling sy recomranded tor e TO 220 AB cese sevies with rufflx M and O
They s wies stnvenient for i athery i seriey

1% \ | T T
Y UtiLigamoy | CARACTERGTIONES DECLEMCHEMENT AFPLICATIONS
has PRINCIPALES AR TYFIGUER
Ly = - £ 3= i
tarndartt Aicherchameie & gasdrann | TUL, TOP_ Wassiton Coaafim #hoeretun |
| o i, b s 4 o |
| admme [ ———p——— DIAG, Meroconacpom | Commumiy OF Setwmen, famm
Pisidrannin oo |1 b Pl | w7}
T | wepe— | DIAL, marocontect, pom Comrmm = s
| rotmme %
T | v T wansia, cooull g, il shkTstpes, #1 FOuPes
& Gundratity it Vagieaen, 04 10w | et v ot o na .
fadhaln gmite co temmien i E—
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|*) EXEMPLES DE DECLEMCHEMENT DANE LES QUADAANTS | vrM)
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- O —— S w1

uums i
ko u._.?% £al ;5 - san a1

L oW F 4

Power cemirad Horaogh Hiaric raley with suxiliary Static ruisy with controd by
camducton angie with disc triggiring  contact B logic level v

Wasiadnis dhe purimance Mpiam sarer i

e eyl W numeriung Inrerruptow (et Cam—aror par

e sl echemen) DAL wvwe CLET sunllaTe g W




% TO220AB case insulated s TXAL type
TO220AB case uninsulated :TYAL type min.| typ. Imax
TRIACS
H¥boitler TO220A8 isolé Jtype TXAL ¢ | o | A
boitler TO220AB non isalé itype TYAL
Abs max Rating = = = — gt = o_ = L]
Vaieure limites. | 1amb 25°C — VT =3 VA—-tgt =256 Us (dV/dt)e =10 V/pus
o dV/dt
a ITsm i Evpy [60% Case
TYPES DWM| (oo | suffix i +n 1] v s VIM | Ti=100°C Vniwr Boitier
+ A L == i 100°C
V) (A) | suffixel min, Imax. min.! max.| min. | max. | min. | max. | (mA) V) (mA) {V/us)
T =
1Aeff (rms) / tease=75°C () = 100°C 1.4A
TDAL111 A.8 200 10 A 10 | 10 10 10 200
TDAL221 A.B 400 10 L 1,84 0,754 TO 39
TDALE01 A.B 600 10 B 50 I Bl 50 | 50 500
|
1 =
3Aeff(rms) / teage=75°C  t(yj) = 100°C JSA
TDAL113,A,B.5 200 30 s 3 3 3 3 200
TDAL223,A,8,8 400 30 A 10 10 10 10 e 1864 | 0,754 208 | TO39
TDALB03,A.8,5 | 600 30 8 50 50 50 50 500
I+=
3 Aeff (rms) / teage=75°C  tyyj) = 100°C d5A
[ |
M | 10 | 100 10 | 100 504 1,84 1008
NaaampssI I |l = | @ 50 50 50 50 | 504 | 184 | 24 308 |TO 220 AB
Tyatsoamecal o o c 1] &'y v |2% 1| | 1 |50 204 1,74 30e
P 6| 1| o | 1| 50 208 | 174 |00 | %
Ir=
6 Aeff (rms) / tease=75°C  t(yj) = 100°C Ft=35A% 854
TYAL/TXAL116 | 200 85 ™M | 10 | 100 | 10 | 100 504 1.84 1009 I
#TYAL/TXAL226 | 400 85 B 50 80 50 80 504 1,84 30 TO220AB
TYAL/TXALE0S | 800 85 c 11 25| 1 | 80 125 | 1 | e0 204 1,74 | 24 308 |
suffixe M,B,C,G G 1 50 1| 50 204 74 3oe J'_ *
=
8 Aeff (rms) / tege=75°C  t(yj) = 100°C PFt=40A’s | 11A ‘
TYAaL/TXAL118 | 200 90 M | 10 | 100 10 | 100 | 504 18 1008 [
TYAL/TXAL228 | 400 20 B 50 80 50 | a0 5oA | 1pA | 24 30e |TO220AB
TYAL/TXALE08 | 600 90 c 11 25| 1 | 60 11 26| 1 |80 204 1,74 30e
suffixs M,B C,G G 1| 50 1| s0 [ 204 | 1.7 30e | %
e
10 A eff (rms) / tease=75°C  t(yj) = 100°C Pt=50A%s A
TYAL/TXAL1110 | 200 100 M [ 10 | 100 10 | 100 i ] 504 1,84 1008
TYAL/TXAL2210 | 400 100 B 50 80 50 80 SoA 1.84 | 24 300 |TO220AB
TYAL/TXAL 810 | 800 100 c 1] 25| 2 | s0 1] 28| 7 |60 204 1,74 300
suffixe M,B,C.G G 1 50 1 50 | ‘ 204 1,74 30 *
I —
10 A eff (rms) / tease=T75°C  t(yj) = 100°C 1*t=50A%s JaA
| -
TRAL1110D 200 100
TRAL2210D 400 100 50 100 50 100 504 184 | 34 1008 | TO 48
TRAL 6100 600 100 | 15131}
| =
15 A eff (rms) / teaee=75°C  t(yj) = 100°C 1Pt=80A%s 1;;1_,“
TYAL/TXAL1115 | 200 125 M | 10 | 100 10 | 100 504 1,84 1008
# TYAL/TXAL2215 | 400 125 g 50 80 50 80 504 1,84 308 |TO220AB
TYAL/TXAL 615 | 800 125 o 1] 2% | 1] 6o 11 25| 1 |60 204 1.74 | 24 30
suffixe M,B.C,G G 1 50 1 850 204 1,74 aoe | *®
=
15 Aeff (rms) / tease =75°C  t(yj) = 100°C Pt=100 A’s 21A
TRAL1115D 200 150
TRAL22150 400 150 50 100 50 100 604 184 | 34 2008 | 7O 48
TRAL 6150 600 150 llsmﬂ
lT =
25 A eff (rms) / tease =75°C  tyyj) = 100°C 1*t=300 A%s 38A
TRAL1125D 200 250
TRAL2225D 200 250 100 150 100 150 604 24 34 2000 | TO 48
TRAL 625D 600 250 ) (s131)




min.| typ. imax
TRIACS N T
Abs. Max ratings " &
s bl tamb = 25°C, difdt 50 Alps
laT oM {dvidt) |av
Vowwm | 1Tsm (mA) @ c /:“
TYPES e Mo VT | voum 60% 60% Case
* 10ms | V6T I i i v ot | Vowm | Vowm | Boitier
tease =
) (A) ) 1=k = — —li mA) | (V) | (mA) {us) oo | wis)
M= Ti= BE=E
30 A eff (rms) / tease = 75°C tj) = 100°C Pt=450 A’s élm 100°C 100
fit
TRAL 1130 D 200 300 ey
TRAL 2230 D 400 300 34 | 1004 | 1504| 1004 | 1504 | 604 | 24 aa 3e 5e 1008 ?ﬁé stud,
TRAL 630D 600 300 (nsuated)
N g M= Ti= Ti=
40 A eff (rms) / tggee=75°C t{yj) = 100°C  1*t=8600A%s 80A | 100°C 100°C
TRAL 1140 D 200 350 press fit
TRAL 2240 D 400 350 | 34 1004 | 1504 | 1004 | 1504 | 604 | 24 44 3e 50 1008 | 3/4" stud,
TRAL 640D 600 350 isolé
{insulated)
3 m=| Ti= Ti=
60 A eff (rms) / te=75°C  1yjj=125°C  I*t=1500A%s 100A | 125°C 125°C
TJAL 602 D 200 500 :
TJAL 6804 D 400 6500 press fit
TJAL 606 D 600 500 | 34 1004 1504 1004 | 1504 | oA | 24 104 3e 20e 100 | 3/4"
TJAL 608 D 800 500 stud
TJALG10D 1000 500
3 g TI= =
100 A eff (rms) / 15, =75°C  tfyj) = 125°C  1*1=4.,000 A’s 160A | 126°C 125°C
TKAL 110 100 900
TKAL 120 200 900
TKAL 140 400 900
TKAL 180 600 900 | 34 2004 2004 | 2004 | 2004 | 30® | | 8A | 10A 3e 304 504 TO 49
TKAL 180 800 800 |
TKAL 1100 1000 900
TKAL 1200 1200 900 |
200 A eff (rms) / = 75° i) =125°C  1"t= 12500 A’s oy, =% =
TMS) / toaee =75°C  tyj) = "t=12. 300A| 1250C 126°C
TTAL 210 100 1800
TTAL 220 200 1600
TTAL 240 400 1600
TTAL 260 600 1600 | 34 5004 | 5004 5004 | 5004 | 30® | 1,554 254 3e 304 504 TTAL
TTAL 280 800 1600
TTAL 2100 1000 1600
TTAL 2120 1200 1600
TRIGGER DIODE
DIODE DE DECLENCHEMENT
Breakover voltage Breakover voltage
tension de symetry Breakover current
retournement Symétrie de la 4V betwesn 0 and 10 mA
tension de retournement oV entre 0 61 10 mA Case
TYPES V (V) retournement IR Boltiat
SN max
max
min. nam max. vl {A) vl
* DA3 28 32 36 +3 300 5 Do 7




SILEC
A LE VENT EN
POUPE - ENCORE UNE
NOUVELLE USINE A TOURS -
PRODUCTION DE SERIE INTENSIVE
DOUZE DISPOSITIFS A LA SECONDE
TECHNOLOGIE AVANCEE :
SILICIUM, DIFFUSION,
GLASSIVATION

Naissance : 1957 sous Pavillon Francais
1973 Industrialisation compléte

3 USINES : Villejuif; plate forme technologique
Alengon et Tours séries industrielles

QUALITE : Contréle centralisé

EFFECTIFS : 1300 personnes
110 ingénieurs et cadres

EQUIPAGE COMMERCIAL A LA BARRE :
* Chefs de Produits
e Interlocuteurs - Promotion - Application

RESEAU DE DISTRIBUTEURS FRANCAIS : 18
ETRANGER : 2 filiales - 15 agents

PENETRATION DU MARCHE FRANCAIS :

500 mA REDRESSEMENT

THYRISTORS ;
TRIACS de25% a90 %

a
BROA ZENER

DOCUMENTATION TECHNIQUE, NOTES D'APFLICATIONS SUR DEMANDE

SILEC-SEMI-CONDUCTEURS

122 AUE NOLLET - 75017 PARIS - TEL 627.87.29 - TELEX PARIS 28.580
USINES : VILLEJUIF - ALENCON - TOURS

FRANCE N* 1
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min,
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min.| typ. | max.

L ° A
Fé62m {0.238) Fé2m SA {0.318)
{KA) SU $8.1¢
(0.236) 1
—
gle
R €=
o
6 pans 27 - plats
K A _
6 pans 27 - plats 6 pans % ;.
32 plats sl=
M 18
‘—
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210¢
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6 pans 42 - plats
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min, typ. max,

PH-DH-FH~-EHR
L | [}
Tvpe mm mm mm mq?n
M 16K 1M1 | 13|65 06
M 20 K 16| 13| 65| 08
M 30K 25 | 13 | 65| 0,8
M 40 K, M 5O K 36 | 13| 65| 08
M 60 K 45 | 13 | 656 06(| Tvee L ! e h 4
M 80 K 60 13 65| 06 mm | mm | mm | mm
M 120 K,M150K,M200K{ 80 | 13 | 66| 1.2
M 300 K 80 [ 16 [ 12| 1,2|| p 32H | 210 | 25 | 16 | 240 T L |1 |e]|n
MU 2 16 | 13 | 65 P 40H | 210 | 26 | 16 | 240 ype mm |mm [mm| mm
MU 3 26 | 13| 65 P 48H | 210 | 25 | 168 | 240
MU 4, MU 36 | 13| 65 P B6H | 210 | 26 | 16 | 240 D 40H 170 | 25 |12 | 200
MU 6 45 13| 65 P 64H | 210 | 26 16 | 240 D 60H 170 25 | 12 | 200
MU 10 80 | 15 | 65 P 70H | 210 | 256 | 18 | 240 DeoH |170|25 |12 200
MU 20 80 12 P 8OH| 210 [ 26 | 16 | 240 D150H 25 | 12 | 200
P100H | 290 | 25 | 25 | 320 170
P200H | 300 | 656 | 32 D200HL | 210 25 16 | 240
Y P40OH | 6500 | 65 | 32 D260HL | 210 26 | 16 240
F 40H 170 | 256 (12 | 200
F 80H 170 | 25 |12 | 200
F100H 170 | 256 |12 | 200
E 50HR |170| 25|12 200
E100HR | 170] 26| 12| 200
F160H 170 | 25 12 {200
F200H 210 | 25 |16 |240
E160HR | 210| 25| 16 240
F250HL |210] 25 | 16 | 240
F300HL |210| 256 |16 | 240
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DIMENSIONING FACTORS FOR RECTIFIERS

pages 64 - 65

TABLEAU DE CALCUL DES MONTAGES REDRESSEURS

pages 64 - 65

LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES

pages 66 - 68

PONTS MONOPHASES PETITE PUISSANCE

pages 66 - 68

MEDIUM POWER SINGLE PHASE BRIDGES

pages 69 - 70

PONTS MONOPHASES MOYENNE PUISSANCE

pages 69 - 70

HIGH POWER SINGLE PHASE BRIDGES

pages 71 - 72

PONTS MONOPHASES GRANDE PUISSANCE

pages 71 - 72

LOW POWER THREE-PHASE BRIDGES

page 73

PONTS TRIPHASES PETITE PUISSANGE

page 73

MEDIUM POWER THREE-PHASE BRIDGES

pages 74 - 75

PONTS TRIPHASES MOYENNE PUISSANCE

pages 74 - 75

HIGH POWER THREE-PHASE BRIDGES

pages 76 - 77

PONTS TRIPHASES GRANDE PUISSANCE
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SINGLE AND THREE-THASE MOULDED RECTJFIER BRIDGES SELECTOR GUIDE

vid (V) SELECTEUR DES PONTS MONOPHASES ET TRIPHASES NMOULES
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SELECTEURA DES PONTS MONOPHASES ET TRIPNASES MO YENNE ET GRANDE PUISSANCE
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vd (v o
Ascommended valtsge HALF CONTROLLED BRIDGES SELECTOR GUIDE Vd and 1d applied on rasistive l.oad
Tanzian redresats recommandée SELECTEUR DES PONTS MIXTES Vd.#1 1 applicables sur charge résiative
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Among the numerous assembly possibilities of diodes
or thyristors in monoblock mounting, we present a
selection of single and three-phase, simple or half-
controlled rectifier bridges in the following pages.

Please remember that the following is only a summary
of our series which can be expanded as required, such
as for :

a different mechanical presentation for the current
values quoted in our standard catalogue. . . (for
example for "all front side'* assemblies which do
not require accessibility from the back).

different electrical coupling, that is, more complex
multiphase connection.

superior insulation from the ground for high or very
high voltage assemblies.

different cooling methods.
higher out put current {current strength)

Numerous problems have already been treated by our
research department which is capable of satisfying these
requests quickly.

Parmi les nombreuses possibilités d'assemblage des dio-
des ou des thyristors en montage monobloc, nous
présentons dans les pages suivantes une sélection de
ponts redresseurs monophasés et friphasés simples ou
mixtes.

MNous tenons & rappeler que cette présentation n'est
qu'un apergu de notre gamme et qu'elle peut évoluer en
fonction des impératifs qui pourraient nous étre sou-
mis, tels que :

Presentation mecanique différente pour des valeurs
d'intensité existant dans notre standard catalogue
(par exemple assemblages “tout face avant’ qui
n‘exigent pas |'accessibilité a |'arriére de I'armoire).

Couplages électrigues différents, ¢'est-3-dire mon-
tages polyphasés plus complexes.

Isolements supérieurs par rapport & la masse, afin de
réaliser des assemblages haute tension ou trés haute
tension.

Modes de refroidissement différents.
Intensités de sortie supérieures.

De nombreux problémes ont déja été trajtés par notre
bureau d'études, qui représente un potentiel important
de réalisations pouvant étre reconduites dans les plus
brefs délais.




DIMENSIONING FACTORS FOR RECTIFIERS

( Values refered to Vid or to Id for resistance load )
TABLEAU DE CALCUL DES MONTAGES REDRESSEURS
( Coefficients par rapport & la tension et au courant redressé Vd et Id sur charge résistive )

SCHEMAS

+

!

a8

F.¥.4.4

o

Forme d'onde de la tension
redresséa

Tension inverse créte appliqués Vaau 3,14 3,04 157 2,10 ] 1,05
aux diodes Vi 3
Tension efficace alimentation LY 1 222 222 1M 1.48 _E 074
|Secendaire transfo) Ve g
L
Tenslon efficace alimentation M — 1.1 - |o.855 S ba2?
entre phase et neutre Va
Tension efficace alimentation = —_ 222 poe — = -
entre phases opposées
v
Valeur sfficace de |2 tensian Vg o 157 m lal W7 | St e
redressée Va
Chute de tension dans |es diodes AU =12 ~12 = 2.4 }:Z,CI! V5 x2 =24
ramenée cdté alternatif
48 % ls.sx Ed g RS=A T B2 %
Taux ondulation 7] = Fi-1 21 % 8% wl | [?r ‘-'l]-1
Courant moyen redressé par L 1 05 05 0,333 oL D333
diode L 3
! £ b, 786 0577 L D577
Courant efficace par diode ﬁ 2 57 p.786 =
157 wm 0,577 3 P86
Courant efficace ligne % pree Y:“;
Valeur efficace du courant  tat) 1,57 i 1.1 1017 | » ]! 1.3% 1,001
redressé I afz 4r
1 314 157 157 121 " 1,05
Couran itif e L i
urant critte rdpétitif par diode 5
349 175 123 1,48 1.05
Puissance spparente au secondaire A LAY v
du transformateur en VA . laVa la Va la Va lg Va 3l Va s Vo
3.49 123 123 1,08
Puissance apparente au primaire P 14 V, I'Z: la Va (Y Liava s Va
du transformateur en VA ’ e laVa 4 4 3
i 123 1,35 " 1,05
Puissance moyenne du transforma- [Pt Fy 349 149 LW
teur en VA (P¢) Fl ld Va Iy Ve 14 Va 375 lg Vg E] bs Va
Fréquenca ondulation & 1 5 2 3 6
Fréquence ali ion h
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Feeding voltages %=
LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES = + Tensions d'alimentation 4
PONTS MONOPMABES PETITE PUISSANCE <70V. | 110V. | 220 V.
e 'S A
&
Fd -]
Recommended ld IoRM | Ipsm In e, g S
Max Voltages voltages 5|2
Tensions max. Tensions G = | amb= | i6ima. | PEWEED Fand — F e s | Drawing
recommandées | gno e | gg° ¢ entre.  +et — | max 5 o
TYPES % v Vgmax Diodes £ E_
¥ eff v|E
{rms) Vd {rms) Vg 25°C | 125°C ——
V) V) (V) V) 1A) (A} {A) WAy | tmA) | (KHz) TYPES a
05 A / tymp = 25°C
BA 12.300 B7 4] 36 32 M 14 4
® BB 12.300 140 126 72 64 IN 645 4
¢ BD 12300 280 250 140 125 0,25 1,25 3 10 0.1 2 IN 847 4 DE 2706
BF 12.300 420 380 210 190 IN 849 4
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10usl = 1600 W
4 BD 13.300 280 250 140 125 M4 HZ 4
BF 13.300 420 380 210 180 0,25 1,25 3 10 0,1 2 MBHZ 4 DE 2706
4 BH 13.300 560 500 280 250 MBHZ 4
06 A/ tyyp = 50°C
110 A 05 33 3o 18 16 4
110A 1 67 60 36 32 4
® 110A 2 140 126 72 B4 0,35 2 15 10 1 2 4 DE 3350
® 110A 4 280 250 140 125 4
110A 6 420 380 210 190 4
4 110A 8 560 500 280 250 4
15 A/ tgmp = 50°C
110 B 05 33 30 18 16 4
110B 1 67 60 36 32 4
® 1108 2 140 126 72 64 09 4 30 10 1 2 4 DE 3350
¢ 110B 4 280 250 140 126 4
110B 6 420 380 210 190 4
A 1108 8 560 500 280 250 4
“Meadie with diodes standard UTE 98-210 ¥ Equip# de diodes homologudes UTE 95-910
[c T e »n [ra] L [ ¢ [ n [rw
e | o] 4a |3 | s | o [55]1a
mm mm
DE 2706 DE 3350
5
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Feeding voltages =
LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES - + Tensions d'alimentation %
PONTS MONOPHASES PETITE PUISSANCE <70V.|110 V.{220 v.|380 v.
= L] 'y L]
By
B
Recommended IRM | 'psm g max. g g
Max Voltages voltages _ Sl
Tensions max. Tensions tamb = [lamb= | 10ms be::en j-::d rnix Diodes ; Drawing
ecommandéss en t -
TYPES " a a°C | 80°C Vgmax 8 E Plan
V, vV, TlE
eﬂ m O, 0,
{rms) Va {rms) | Vg4 25°C | 1268°C ! i
V) v} V) vl {A) (Al {A) (uA) (mA) | (KHz) TYPES a
2 A/ tymp = 25°C
BA 20.601 A 67 80 36 32 D 16C 4
® BB 20.601 A 140 126 72 64 D 25¢C a
¢ BD20.601 A 280 250 140 125 0,9 4 30 10 0.1 2 D 45C 4 DEZ11693
BF 20.601 A 420 380 210¥ 190 D 65C 4
A BH 20.601 A 560 500 280 250 D 8C 4
® BL 20.601 A 840 760 425 380 D125C 4
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P.max (10us) = 2500 W
® BD 22601 A 280 250 140 128 D45 CZ 4
BF 22.601 A 420 380 210 190 0,9 4 30 10 0.1 2 D 6HZ 4 DEZ11693
A BH 22.601 A 560 500 280 250 D 8HZ 4
3 At timb = 26°C
BA 26.701 A 67 60 36 32 Fi12 4
® BB 26.701 A 140 125 72 64 F22 4
¢ BD26.701 A 280 250 140 126 1.356 6.5 70 10 0.1 2 F 42 4 DEZ13029
BF 26.701 A 420 380 210 190 F 62 4
A BH 26.701 A 560 500 280 250 F 82 4
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P.max (104s) =3000 W.
|
¢ BD27.701 A 280 250 140 126 F42 HZ | 4
BF 27.701 A 420 380 210 190 1,35 6,5 70 10 01 2 F B2 HZ 4 DEZ13029
A BH 27.701 A 560 500 280 250 FB2 HZ 4
L 2 n | Plgl L £ h | Plg
55 16 a5 78 16 35 60
mm mm
DEZ 11693 DEZ 13029




Feeding voltages 2

LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES Tensions d'alimentation
PONTS MONOPHASES PETITE PUISSANCE <70Vv./110 V.|220 v, [380 v.
] L A ]
|
Recommended ld 'orm | Tosm o I § g
Max Voltages voltages £
Tensions max. Tensions Tamb = | tamb= | 10ms betwieen -i-and = F — v 2 Drawing
vpEs recommandées | gno & | ggo ¢ B”t”’-‘vdma:‘ Bl L E H Plan
Vest Vet T2
&, +-
{rms) Va (rmsl | Vg B¢ | 125°C —
v} (v} vy v (A {A) {A) (A) mA) | KHz) TYPES s}
3 A/ tymp = 40°C /L = 5 mm (0.197")
| |
BY 204.115 a3 30 18 18 | & |
BA 204,115 87 60 38 32 moulding = 4
® BB 204.115 140 125 72 64 1.7 15 BO 10 i 2 et [ DEZ12244
# BD204.115 280 250 140 128 l Ollage |
BF 204.1156 420 380 210 190 4
6 A J’ tamh = 50°C
BY 36.937 33 30 18 16 l 4 ‘
BA 36.932 67 80 36 32 I . 4 |
@ B8 36.932 140 125 72 64 3.5 18 100 10 1 2 maulding | 4 |DEZ 14 548
¢ BD 35.932 280 250 140 125 moulage 4
BF 36.932 420 380 210 180 4
8 A%/ tyqp = 25°C
- T . e
|
BY 44.704 A 33 30 18 16 G B10 -3 I
BA 44,704 A 67 80 36 32 G 1010 z |2
® BE 44,704 A 140 125 72 64 G 2010 2| 2
¢ BD44.704 A 280 260 140 125 35 35 230 100 3 2 G 4010 2 | 2| DE3413
BF 44.704 A 420 380 210 190 G 8010 2| 2
A BH 44.704 A 560 500 280 250 G 8010 Z | 2 '
W Bl 44.704 A 2840 760 425 380 G 1210 2|2 |
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P.max (10us) = 5000 W
1 | B 1
¢ B8D45.704 A 280 250 140 | 125 | | | GaHzZ 2 1 2
BF 45,704 A 420 380 210 190 35 a5 230 | 100 3 2 G6HZ 2 | 2| DE3413
BH 45.704 A 580 500 280 ‘ 250 | G8HZ 2|8
10 A/ tymp = 50°C
T _" I
BY 36.931 33 30 18 18 I
BA 36.931 a7 60 36 32
® BB 36.931 140 125 72 64 6 15 100 10 ] DEZ 12004
¢ BD 36.931 280 250 140 126
BF 36.831 420 380 210 190
1
¥ Made with diodes standard UTE 95-910 " Equipé de diodes homaloguées UTE 95.910
L ho | Pilgl L | & h | Pl L | R ho| Pl L ¢ D
8 22 10 29 29 24 20 a5 1 25 | 375|135 35 35 295| 35 ]
mm mm mm s
DEZ 12244 DEZ 14549 DE 3413 DEZ 12004




MEDIUM POWER SINGLE PHASE BRIDGES

s

Feeding voltages v ‘
Tensians d'alimentation “=

"

PONTS MONOPHASES MOYENNE PUISSANCE <70V.[110 V. |220 V.|380 V.|
° ¢ A - J
-
ay
Recommended losm id B8
Max Voliages voltages i E s
Tensiang max. Tensions tﬂzach el 1 .
recommandees 40° ¢ Diodss 5 Heat sink Drawing
TYPES (A) g Rucianaur Riew
Vet Vd Vet Vd %‘ _E.
(rmsi [rms) ) i
V) v} A% v 10s 1 mn 5mn 1A} TYPES Q TYPE
12 A [ bpe=28C Pr= 1300%
|
8Y 31.223 a3 30 18 16 P 506 |22
84 31.223 67 60 36 32 pP1008 |2 2
® B8 31.223 140 125 72 | o4 P2006 |2 |2
4 BD31:223 280 250 140 125 20 15 13 1" P4006 |2 2 DE 1811
BF 31,223 420 380 210 | 190 PEO0E 12 |2
4 gH 31.223 560 500 280 250 P80068 |2 |2| 2xDE1B16
® BL 31.223 840 760 425 380 I P1206 |2 2
A !
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max {10us) = 5000 W
BD 33.223 280 250 140 | 125 P4 HZ 12 2
8F 33.223 420 380 210 180 2¢ 15 13 1 PEHZ |2 |2 DE 1811
A gH33.223 550 500 280 | 250 paHz |2 |2
| . ] 2xDE 1816
20 A /tyyp = 25°C 1Pt = 265A%s
. ; T
BY 44.223 33 30 18 16 G 510 |2 |2
BA 44,223 67 80 36 32 G1010 (2 |2
® QB 44.223 140 125 72 | 64 G2010 |2 |2
¢ BD44.223 280 250 140 125 34 26 2 18 G40t0 |2 |2 DE 1811
BF 44,223 420 380 210 190 Ge01I0 |2 |2
A BH 44,223 560 500 280 250 G800 |2 |2 | 2xbEt81E
® 0l 44223 840 760 425 380 1 G 1210 lz 2
| |
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10us) = 5000 W
- T | 1
|
4 BDa45.223 | 280 250 140 125 | GaHz |[2]2 ‘
BF 45.223 420 380 210 190 34 26 22 18 G6HZ |22 DE 1811
A BH 45.223 560 500 280 250 G8Hz |22 |
! 2xDE 1818
20 A/ tgmp = 50°C 1t = 450A%s
BY 37.931 [Rl & a3 a0 18 | 18 1 4
8A 37.931 (R) 57 80 38 32 a "
® 88 37.931 (R) 14Q 125 72 64 38 28 24 20 4 moulding OEZ12060
# B8037.931 (R) 280 250 140 125 a4 moulage
BF 37.931 (RI 420 380 210 180 4
[ L [} h | PIKg) . P lg)
941
33 5 5
[1 g0 |121 | 02 DEZ 12060 |35 | 35 | 295 | 35
mim mm
DE 1811 1
L | ¢ h | PiKal
831 avec radiateur
o) i ey |20 [ 75 | 84 [0450 | ez 12712
mm

%1 |f tha rectifier is to be supplied with its heat sink, the symbol (R) shauld be added to the caded reference.
r Le symbole (A} doit &re indiqué dans |e codification lorsgue le pont est 4 fivrer avec son radisteur,
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Feeding voltages <
MEDIUM POWER SINGLE PHASE BRIDGES - . Tensions d'alimentation =
PONTS MONOPMASES MOYENNE PUISSANCE <70V.[110 V.|220 V.|380 V.
L] L] 'y ]
-
")
Recommended Ipsm id Ble
Max Voltages voltages ° = g E
Tensions max. Tensions tamb 2
recommandées we o Heat sink | Drawing
TYPES (A) . g ! Radiateur Plan
V!ff Vd VE‘H‘ Vd 5 _E
{rms} {rms) e
v) v) v v) 10s | 1mn [ Smn (A) TYPES a TYPE
40 A/ ty, = 25°C 1Pt = 310A%s
BY 51.233 33 30 18 16 IN248B |2 |2
BA 51.233 a1 &0 36 a2 IN248B |2 (2
® BB 51.233 140 125 72 64 IN250B |2 |2
# BD51.233 280 250 140 125 70 50 40 34 | IN1196A |22 DE 1862
BF 51.233 420 380 210 | 190 IN1198A |2 |2 | 2xDE1867
A BH 51.233 560 500 280 250 RNB20 |22
B BL 51.233 840 760 425 380 RN 1220 |2 |2
| CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10is) = 800D W
# 8053233 280 250 140 125 RaHZ |22 :I |:
s Bﬁ §3.233 420 380 210 190 70 50 40 34 |ReHZ |22 DE 1862
BH 53.233 560 500 280 250 neHz [2)al, . oo oas
60 A / tymp = 25°C  I't = 1250A%s
BY 52.543 a3 30 18 16 nN1183 |2 |2
BA 52.543 67 60 B | @2 IN1184 (2|2
® BB 52543 140 125 72 64 | 100 80 65 50 IN1186 |2 |2 DE 3743
# BD52.543 280 250 140 125 IN1188 |22
BF 52.543 420 380 210 190 IN1190 |2 |2 | 4xCB80
A BH 52.543 560 500 280 250 AN 835 |2 |2
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10ts) = 10.000W
4 BD54.543 280 250 140 125 RazHz |22 §
BF 54.543 420 380 210 190 | 100 80 65 680 | RE3HZ |2 |2 DE 3743
A BH 54,543 %60 | 500 | 280 | 250 RBIHZ |22 S =
4 x CB BO
70 A/ typ = 25°C - 160A / 5 m/s - 1*t = 10.000 A’s
= =
BY 57.553 a3 30 18 16 RUB0O |22 g
BA 57.553 67 60 36 32 RUSDT (22| =
® BB 57.563 140 125 72 64 | 110 50 75 60 |Rus2 |2(2| = E DEZ13123
# BD57.553 280 250 140 125 RUSBDA |22
BF 57.553 420 380 210 180 RUB0OE (2|2 | 4xCB8O
A BH 57.553 560 500 280 250 RUB0E |2 |2

~
L g h | PIKa) L 2 h | PiKg)
170 | 120 | 185 | 0,54 215 | 110 | 11s [1,725 135 | 220 | 105 | 1,8
mm mm mm

DE 1862 DE 3743 DEZ 13123




HIGH POWER SINGLE PHASE BRIDGES

Feeding voltages “o
Tensions d’alimentation 9=

516V, E

PONTS MONOPMHASES GRANDE PUISSANCE <70 v.|110 V. {220 V.|380 V. |440 V.
@ K A ] & *
Recommended losm 14 Bl
Max Voltages voltages e § H
Tensions max. Tensions 34”:;(: 2=
recommandées 40° C Diades Heat sink Drawing
TYPES (Al j 5 3| Radiateur Plan
Vetr | Vd Vet | Vd 3 E
(rms) {rms) i
) ) v tv) 10s | 1mn | Bmn (Al TYPES Q TYPE
100 A / typp = 25°C — 120A / 1 m/s — I*t = 10.000 A’s
1 gﬁ
BY 57.353 | 33 30 18 16 RUB00 |2 |2
BA 57.353 67 60 36 32 RUSB01T |2 |2
® BB 57.353 ‘ 140 125 72 84 130 120 100 8 | RUBD2 |2 |2 DEZ13541
¢ B0 57.353 280 250 140 125 RUB04 |2 |2
BF 57.353 | 420 380 210 180 RUSOB |2 |2 | 2xP 150D
A BH 57.353 | 560 500 280 250 RUB08 |2 |2
n I J
150 A/ typmp = 25°C - 175A / 1 m/s - 1"t = 16,500 A’s
® BB 601.363 140 125 72 64 KU 1002 |4 3 =
4 BD 601.363 280 250 140 126 KU 1004 |4 =
BF 601.363 420 380 210 190 190 180 160 130 | KU 1006 |4 DEZ13423
4 BH 601.363 560 500 280 250 KU 1008 |4
® B 601.363 840 760 426 380 KU 1012 |4 4x P80
4 BN 601.363 990 890 500 450 KU 1014 |4
220 A / typp = 25°C = 310A / 1 m/s — *t = 80.000 A’s
® BB 68.363 140 125 72 B84 SA2002R| |4 e
¢ BD 68.363 280 250 140 125 SA 2004 R 4 = é
8E £8.363 420 380 210 190 SA2006R| |4 % =
A BH 68.363 560 500 280 250 560 470 350 185 | SA2008R| |4 = DEZ13479
® BL 68.363 840 760 425 380 SA2012R| |4 S
4 BN 68.383 930 | 830 500 450 SA2014R| |4
* BO 68.363 1130 | 1015 570 510 SA 2016 A 4 | 4xPBO
BP 68.363 1410 | 1270 710 640 SA2020R | |4

DEZ 13541

L g h P(Kg)
320 230 150 5,8
mm

L 2 h P{Kg)
320 | 423 | B0 | &1
mm
DEZ 13423

L ' h PlKg)
290 423 80 6,6
mm

DEZ 13479
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HIGH POWER SINGLE PHASE BRIDGES

Feeding voltages “=
Tensions d'alimentation %

DEZ 13547

L ¢ h | pixal
490 | 490 IEU‘ 12
mm

k i h | PiKgl
538 | 628 | 150 | 27
mm

DEZ 13428

PONTS MONOPHASES GRANDE PUISSANCE <70Vv|110 V.|220 v_|380 V.| 440V .| 516 V.
¢ A H & o
k-]
Recommended lDSM Id
Max Voltages voltages t i E
Tensions max. Tensions ‘TOEC wi® ;
recommandées 40°c Dicdes s Heat sink Drawing
TYPES |A) E g Radiateur Plan
Vst Vd Vet Vo 3 -
{rms} {rms) e
(v v (v) v 10s | 1mn | Smn (Al TYPES a TYPE
320 A/ typ, = 25°C - 480A / 1 m/s - Pt = 180.000 A’s
I |
® BB 62.373 140 125 72 64 TA3002 A 4
¢ BD62.373 280 250 140 125 TA3004 R 4
BF 62.373 420 380 210 190 TA3006 R 4|
A BHA2.373 560 500 280 250 TA3008 R 4
® Bl §2.373 840 760 | 425 380 7850 580 440 275 | TA3012R 4 DEZ13547
4 BnB2.373 930 890 500 450 TA3014 R 4
* BO $2.373 1130 | 1015 570 510 TA3016 R 4
BP §2.373 1410 | 1270 710 640 TA3020 R 4| 4xTNF 150
BU 62.373 1690 | 1520 850 765 TA3024 R 4
| | -
450 A / typp = 25°C - B40A / 1 m/s - It = 180.000 A’s
- T T [ i I
A B8R 62.383 140 125 72 64 TA3002 R 4| 0¥
¢ BD 62.383 280 250 | 140 125 TA3004 R | 4, AL_7s
BF 62.383 420 380 210 180 TA3006 A 4 § S
A BH 62.383 560 | 500 280 250 ' TA3008 R 4 ﬂﬂ-r,—
® B §2.383 840 760 | 425 380 750 600 510 380 |TA3012R 4| | 2 | pez13428
& BN 62,383 980 | 890 500 450 TA3014 At a4
* BO62.383 1130 | 1015 670 510 TA3016 R 4| axR 150
BP 62,383 1410 | 1270 710 640 TA3020 R 4
8U 62.383 1690 | 1520 | 8@s0 765 TA3024R | |4
L | | l |
650 A / tyy,p = 25°C - 780A / 1 m/s — It = 400000 A’s
T [ ) [
® BB 602393 140 128 72 64 B 5002 R a ;;
¢ 8D 502393 280 ' 260 | 140 | 125 | 8 5004 R 4 § {4
BF 602.393 420 380 210 180 8 6006 A 4 =
A BH 602.393 | 560 500 280 250 B 5008 R 4 ,‘m?
= B 602.393 840 760 426 380 950 800 700 550 | BS012R 4 DEZ13553
& BN 602.393 ‘ 990 | ss0 | so0 | aso B 5014 R 4
* BO 602.393 1130 | 1015 570 510 B 5016 R 4
BP 602.393 | 1410 | 1270 710 640 8 5020 R 4| 4x R 300
BU 602.333 | 1690 | 1520 850 | 765 85024 R 4
e — — | - — ! | —

L [ h | PIKg)
538 662 | 300 | 48
mm

DEZ 13553
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LOW POWER THREE-PHASE BRIDGES

=4

Feeding voltages %
Tensions d'alimantation <

PONTS TRIPMASES PETITE PUISSANCE <70V.|110V, 220 V,|380 V.
= * L] 4 A ™
L
‘E -]
Recommended 4 IDAM 'osm y - g E
Max Voltages voltages S &
Tenslonsmngax. Tensions tamb = | tamb= | 10ms | PetWeen +and — F ) 2 Drawing
entre tet — | max Diodes |
recommandées | gaa g | gt g Plan
TYPES Vgmax E
Veti Ve s 2
| {rms) Vd {rms) Vg 26°C 125°C ——
v v} v) (V) (A) (A) [A) A {mA; (KHz) TYPES a
0.7 A" ! typ = 28°C
GA 12.302 67 20 36 48 I M 14 6
® GB 12.302 140 180 12 96 IN 6845 B
4 GD 12302 280 380 140 190 0,3 1.25 4 ‘ 10 01 2 IN 847 6 DE 2909
GF 12.302 420 570 210 B0 IN 849 B8
] 1
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE F max (1012} = 1600 W
¢ GD13.302 280 380 140 180 M4 HZ 6
GF 13.302 420 570 210 280 0.3 1,25 4 10 01 2 MBHZ 8 DE 2007
A GH 13.302 560 7680 280 380 I MBHZ 6
27 B / tamb = 25°C
GA 20.602 87 80 36 48 D16C ]
® GB 20.802 140 120 T2 96 D2s5C ]
® GD 20.602 280 380 140 190 1,2 4 35 10 0.1 z D45 C ] DE 2007
GF 20.602 420 570 210 280 DESC 8
4 GH 20.602 560 760 280 380 DBEC 6
8 GL 20.602 B840 1140 425 570 D125C 8
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max{10us) = 2800W
® GD 22602 280 380 140 190 D45CZ 5
GF 22.602 420 570 210 280 1.2 4 a5 1G 0.1 2 D 6HZ <] DE 2007
A GH 22.802 560 760 280 380 D 8HZ 5]
42 A / timb = 25°C
GA 26.702 A 67 90 36 48 F12 -]
® GB 26.702A 140 190 72 96 F22 6
$ GD26.702 A 280 380 140 180 1.9 6,6 86 10 0,1 2 F 42 6 DEZ13036
GF 26.702 A 420 570 210 280 F 62 5]
A GH 26,702 A 560 760 280 380 F 82 6
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max {10us) = 3000 W
® GD27.702 A 280 380 140 190 F422Z 5]
GF 27.702 A 420 570 210 280 1.9 6.5 85 10 0.1 2 FB22 B DEZ 13036
A GH 27.702 A 560 760 280 380 FB22Z 5]
% Made with diodes standard UTE 95910
" Equip#é de diodes homologuédes UTE 95910
E h Plg) L 1] h Plg) L 2 h Plg)
14 43 4 78 16 60 103 16 35 70
mm mm mm
DE 2909 DE 2007 DEZ 13036




re

MEDIUM POWER THREE-PHASE BRIDGES

Feeding voltages <=

Tensions d'alimentation %

PONTS TRIPHASES MOYENNE PUISSANCE <70V.|110 v.|220 v. 380 V.
® L) 'y | ]
Recommended lpsm id P8
Max Voltages voltages i) E §
Tensions max. Tensions tfamb Sie
recommandées 40°C Diodes 8 Heat sink Drawing
TYPES i) g 5 Radiateur Plan
Vet Vg Vet Vg =2
{rms) {rms) —
) v) v} v) 10s | 1mn | Emn {A) TYPES Q TYPE
1M A"/ tgmp = 25°C  1°t = 265 A’s
GY 44.706 a3 45 18 24 G 510 4|2
GA 44.706 67 80 36 48 G 1010 4|2
® GB 44.706 140 190 72 96 G 2010 412! moulding
# GD 44.706 280 380 140 190 18 14,5 12 95 | G4010 42| Toiiage DE 3409
GF 44.706 420 570 210 280 G 8010 4|2
4 GH 44.706 560 760 280 380 G 8010 4|2
B GL 44.706 840 | 1140 425 570 G 1210 4|2
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (104s) = 5.000 W
@ GD 45,706 280 380 140 190 G 4 HZ 4|2 moulding
GF 45,706 420 570 210 280 18 14,5 12 9,5 G6HZ |4]| 2| moulage DE 3409
A GH 45,708 560 760 280 380 G8HZ 42
16 A/ ty, = 25°C It = 130 A’s
GY 31.226 (C) 33 45 18 24 P 506 3|3
GA 31.226 (C) 87 90 36 48 P 1006 ala
® GB 31.225 (C) 140 190 72 96 P 2008 als
¢ GD 31.226 (C) 280 380 140 190 26 21 18 14 P 4006 3|3 DE 1814
GF 31:226 (C) 420 570 210 280 P 6006 3|3
A GH 31.226 (C) 560 760 280 380 P 8006 3| 3| 2« DE1817
® GL 31.226 (C) 840 | 1140 425 570 P 1206 3|3
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10ps) = 5.000 W
~
¢ GD 33.226 (C) 280 380 140 190 P4HZ 8
& gF 33.226 [C) 420 570 210 % 26 21 18 14 PBHZ 3|3 DE 1814
H 33.225 (C) 560 760 280 P8 HZ 3 4.
27 A/ 1y, = 25°C I’t = 265 A’s
GY 44.226 (C) a3 45 18 24 G 510 3|3
GA 44,226 (C) 67 80 36 48 G 1010 313
® GB 44.226 (C} 140 190 72 96 G2010 (3|3
¢ GD 44.226 (C) 280 380 140 190 45 36 30 =3 G 4010 313 DE 1814
GF 44.226 (C) 420 570 210 280 G 6010 3|3
A GH 44.226 (C} 560 760 280 380 G 8010 3| 3| 2xDE 1817
B GL 44.226 (C) 840 | 1140 425 570 G 1210 3|3
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10us) = 5.000 W
4 GD 45.226 (C) 280 380 140 190 G4 HZ 3
GF 45.226 (C) 420 570 210 280 45 36 30 23 G 6 HZ 3|3 DE 1814
A GH 45.226 (C) 560 760 280 380 G8HZ 3
2xDE 1817
L [7 h | PIKg) L [] h | PiKg)
131 25 | 37,5] 0,215 196 | 80 121 | 0,385
mm mm
DE 3409 DE 1814

¥ Made with diodes standard UTE 95910

1 Equipé de diodes homologuéss UTE 95510
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L
T Feeding voltages “
' D | sions d'alimentation <=
MEDIUM POWER THREE-PHASE BRIDGES Tensions d'alimentation
PONTS TRIPHASES MOYENNE PUISSANCE 4 <70V.|110V.|220 v.|380 V.
> I o ® ¢ A ™
b=
Recommended Ipsm id 5| B
Max Voltages voltages tamb = H z
Tensions max. Tensions aro"c £l
andées ° . Heat sink Drawing
TYPES -z 1A} o Hibdos E = Radiateur Plan
Ve | Vd Vet | Vd G
{rms) {rms) i
) v) v) v) 0s | 1mn | S5mn (A) TYPES Q TYPE
54 A / tymp = 25°C 't = 310 A’s
GY 51.236 (C) 33 45 18 24 | IN 2488 |3 sl {
GA 51.236 (C) 67 90 36 48 IN 2498 (3|3
® GB 51.236 (C) 140 190 72 g6 IN 2508 |33
¢ GD51.236 (C) 280 380 140 190 110 85 65 46 | IN1196A |3 |3 DE 1864
GF 51.236 (C) 420 570 210 280 IN1198A |3 |3
A GH 51.236 (C) 560 760 280 380 AN 820 3|3 2xDE1868
® Gl 51.236 (C} 840 | 1140 425 570 RN1220 3|3
1
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10s) = 8,000 W
¢ GD53.236 (C) 280 380 140 190 |RaHz 3|3
GF 53.236 (C) 420 570 210 280 | 110 85 65 46 | REHZ 3|3 DE 1864
4 GH 53.236 (C) 560 760 280 380 R B HZ 3|3
| [ | 2x DE1868
80 A/ tyyp =25°C  I*t = 1250 A’s
| S E
GY 52.546 (C) a3 45 18 24 In1183 |3 |3 = =
GA 52.546 (C) 67 | %0 36 ag N118s (3 (3] = E
® GB 52.546 (C) 140 190 72 38 145 | ! 105 85 68 |IN18 |3 (3| = &= DE 3747
® GD 52.546 (C) 280 380 140 190 INT188 |3 3| ===
GF 52.546 (C) 420 570 210 280 IN1190 |3 |3| BxCBBO
A GH 52.546 (C) 560 760 280 380 AN 835 (3|3
CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10us) = 10.000 W
® GD 54.546 (C) 280 380 140 190 R43HZ |3 |3 g é
GF 54.546 (C) 420 570 210 280 | 145 108 85 68 |R63HZ |33 rg_,:% DE 3747
A GH 54.546 (C) 560 760 280 380 R83HZ |3 |a e
6 x CB 80
100 A / tyyp = 25°C - 250A /5 m/s — It = 10.000 A’s
[ =
GY 57.556 (C) 33 45 18 24 RU 800 3|3
GA 57.556 (C) 87 20 36 a8 AU 801 5%
® GB 57.556 (C) 140 190 72 96 | 165 135 110 90 |RUB02 3|3 DEZ13173
# GD 57.556 (C) 280 280 140 190 RU 804 3|3 —
GF 57.556 (C) 420 570 210 280 RU 806 3 (3| 6xCB8O
A GH 57.556 (C) 560 760 280 380 RU 808 3|3

L ] h | PIKg)
250 | 120 | 165 | 0,963
mim

DE 1864

L ] h | PiKg)
305 [ 124 | 135 | 2,8
mm

DE 3747

L ? h | PIKg)
176 | 220 | 106 | 2,8
mm

DE 13173

|




!

HIGH POWER THREE-PHASE BRIDGES
PONTS TRIPHASES GRANDE PUISSANCE

Feeding voltages o

Tensions d'alimentation 2

<70V.[110 V.|220 V.| 380 V.| 440 v,|515 V.
® * A = & *
h-BE ]
Recommended Ipsm Id 5 E
Max Voltages | voltages Mol :
Tensions max. o TB% 5 &
recommandées < 40° ¢ Diodes & Heat sink Drawing
TYPES LA) g ! Radiateur Plan
Vg Va Vot Vg |2
{rms) lrms) —
v (2] v v) 10s 1 mn 5mn 1Al TYPES a TYPE
150A [ tgmp = 25°C - 180A / 1 m/s - I*t = 10.000 A’s
GY 57.356 (C) 23 45 18 24 RUB0D (3 (3] = =
GA 57.358 (C) 87 90 36 48 RU 801 3|3 ==
® GB 57.356 (C) 140 190 72 6 120 170 150 126 | RUS02 (33| = E= DEZ13544
% GD57.356 (C) 280 380 140 190 RU 804 313l -
GF 57.356 (C) 420 570 210 280 RUB06 (3 |3| 3axP1s50
A GH 57.356 (C) 560 760 280 380 RUBDE (3|3
220 A / tyn, = 25°C - 250A / 1 m/s = I*t = 15.000 A’s
| ——
® GB 601.366 (C] 140 | 190 72 | 9 KU 1002 |6 =E
¢ GD601.366 (C) 280 380 140 190 KU 1004 |6 ==
GF 601.366 (C) 420 570 210 280 240 | 230 200 185 | KU 1006 |6 —§ DEZ13419
A GH 601.366 (C) 560 760 280 380 KU 1008 |6 o
B GL 501.366 (C) 840 | 1140 425 570 | KU 1012 |8 6xP 80
& GN 801.366 IC) ag0 1330 500 670 KU 1014 |86
| |
320 A / typp = 25°C — 450A [ 1 m/s — I't = 80.000 A’s
® GB 68.366 (C) 140 190 72 96 SA2002 R 6 ==
# GD 83.366 (C) 280 380 140 190 SA2004 R 8 ==
GF 68.366 (C) 420 570 210 280 SA2008 A 8 = = |
4 GH B88.366 (C) 560 760 280 3s0 750 640 480 280 | SAZ2008R 8 % DEZ13482
B Gl 68.366 (C) 840 1140 425 570 SA2012 R 6 FoL
¢ GN88.368 (C) 980 1330 500 670 SA2014 R [
* GO 68366 (C) 1130 1520 570 765 SA20168 R B BxP80 |
GP 68.366 (C) 1410 | 1900 710 955 | SA2020 R 6 ‘
. |
i

i

L ¥ h PiKg)
436 228 160 10
mm
DEZ 13544

L s h | P(Kg)
436 | 423 | 80 12
mm
DEZ 13419

L ? h P(Kg)
436 423 80 14
mm

DEZ 13482




HIGH POWER THREE-PHASE BRIDGES

—

Feeding voltages “o

Tensions d'alimantation

|

PONTS TRIPNASES GRANDE PUISSANCE ._._u._l_ 70 V.|110 V.| 220 V.[380 V. |440 V.|515 V.
™ ¢ A - 4 +*
Recormmended Ipsm |8
Max Voltages voltages b o g s
Tensions max. Tensions 9“’"2 Sz
Rkt LA 40°C a0° ¢ Blodes g | Heat sink Drawing
TYPES (a) . o - Radiateur Plan
Vm Vd Veﬂ Vd § E
{rms) (rms) s
v ) v) v 105 1mn | 5mn TYPES Q TYPE
450 A / typp = 25°C — 670A / 1 m/s — I’t = 180.000 A’s
@ GB 62.376 (C) 140 190 72 96 l TA3002R 6l =35z ==
¢ GD62.376 (C) 280 380 140 180 TA3004R 6| == ==
GF 62.376 (C) 420 570 210 280 TA3006R 6| ol
A GH 62.376 (C) 560 760 280 380 TA3008R 86| == ==
® GL 62.376 (C) 840 1140 | 425 570 1000 | 820 500 380 | TA3012R 6 iﬁ DEZ13550
& GN 62378 (C) 880 1330 500 670 TA3014R s
* GO 62.376 (C) 1130 1520 | 570 765 TA3016R 6
GP 62.376 (C) 1410 1900 | 710 955 | TA3020R 6| BxTNF150
GU 62.376 (C) 1690 | 2230 | 850 1145 | TA3024R 8
650 A / ty, = 25°C ~ 780A / 1 m/s — It = 180.000 A’s
® GB 62.386 (C) 140 190 72 96 TA3002R 6
¢ GD62.386 (C) 280 380 140 190 | TA3004R 6
GF 62.386 (C) 420 570 | 210 280 TA3006R 6 3
A GH 62.386 (C) 560 | 760 | 280 | 380 TA3008R 8 =
® GL 62.386 (C! 840 | 1140 | 425 570 1000 850 750 B50 | TA3012R 8 :f(ﬂ.‘m\t DEZ13307
& GN 62.386 (C) 980 | 1330 | s00 670 TA3014R 5
* GO 62.386 (C) 1130 1520 570 765 TA3016R 6
GP 62.388 (C) 1410 | 1900 | 710 965 TA3020R 68| 6XR 150
GU 62.386 (C) 1690 | 2280 | 850 1145 TA3024R &
1000 A / typp = 25°C ~ 1200A / 1 m/s — I°t = 400.000 A’s
1
® GB 602.396 (C) 140 180 72 95 8 5002 A 8
¢ GD602.396 (C) 280 380 140 190 B 5004 A 8
GF 602.396 (C) 420 570 | 210 280 B 5006 R 6
A GH 602,396 (C) 560 760 | 280 380 B 5008 R 8
® GL 602.396 (C) 840 1140 | 425 570 | 1400 1200 1000 850 | B5012R 6 DEZ13383
& GN 602.396 (C) g80 | 1330 | s00 670 8 5014 R 6
* GO 602.396 (C) 1130 1620 | 570 765 B 5016 A 8
GP §02.396 (C) 1410 | 1900 | 710 955 B 5020 A 6| 6x A 300
GU $02.396 (C} 1690 | 2280 | 850 1145 B 5024 R 6
|

L [ h [ Pixgl]
632 | 450 | 150 | 17 |
mm

DEZ 13550

K ¥ h | PiKal
740 | 628 | 150 | 40
mm

DEZ 13307

[ L { h | PiKgl
{740 | 862 | 300 | 70
mm

DEZ 13383




-
*
Feeding voltages 9o
MEDIUM POWER SINGLE PHASE HALF-CONTROLLED BRIDGES x‘/ Tensions d'alimentation “
PONTS MONOPHASES MIXTES MOYENNE PUISSANCE - % 2 +  [<70v.]110 v.[220 v.]380 v.
| ® [ ] & -
.
[
E 8
Recommended 5
Max Voltages voltages 2 Heat sink
Tensions max. Tensions E = Radiateur D .
recummanc?ées Diodes .l Thyristors r;r:;‘n“
TYPES Ve | Vo | Vew | Ve A g g
frms} frms) & = e
v} ) ) V) 40°c | 100°C TYPES a TYPES |a| TYPE
19 Aty = 60°C
BY 206.751.9320 33 30 18 16
BA 206.751.9320 67 &0 38 32 moulding
BB 206.751.9320 140 126 72 64 10 0 meings DEZ12711 | DEZ14901
BD 206.751.9320 280 250 140 125
BF 206.761.9320 420 380 210 190
18 A/ tapp = 25°C  I’t = 265 A%s
BY 44.76.2230 (C) 33 30 18 16 G 510 2 2NB82 | 2
BA 44.76.2230 (C) 67 60 36 32 G 1010 2 NE83 | 2
® BB 44.76.2230 (C) 140 125 72 64 G 2010 2| | 2ness |2
# BD 44.76.2230 (C) 280 250 140 125 15 4,5 G 4010 2 2NG88 | 2 DEZ12708
BF 44.76.2230 (C) 420 380 210 130 G 6010 2 2N690 |2
A BH 44.76.2230 (C) 560 500 280 250 G 8010 2 2N 692 | 2| 2¢DE 1816
® Bl 44,76.2230 (C) 840 760 425 380 G 1210 ] TR 12 |2
35 A/ typpy = 25°C 1Pt = 300 A’s
1
BY 51.78.2330 (C) 33 30 18 16 IN 2488 |2 TS 035 |2
BA 51.78.2330 (C) 67 80 36 32 IN 2498 |2 TS 136 (2
® BA 51.78.2330 (C) 140 125 72 84 IN 2508 |2 7S 235 |2
# BD 51.78.2330 (C) 280 250 140 1256 30 9 INT196 A | 2 TS 435 |2 DEZ12683
BF 51.78.2330 (C) 420 380 210 190 IN1198A | 2 TS 6356 |2
A BH 51.78.2330 (C) 560 500 280 250 AN 820 2 TS 835 | 2 | 2xDE 1867
® BL 51.78.2330 (C) 840 760 425 380 RN1220 | 2 TS1235 |2 |
35 A/ tymp = 25°C - B0A / 1 m/s — I’t = 1.250 A’s
= =
BY 52.802.5430 (C) 33 30 18 16 IN1183 |2 TI700 |2| = =
BA 52.802.5430 (C) 67 60 36 32 IN 1184 2 TJ 701 2] R =
® 8B 52.802.5430 (C) 140 125 72 64 35 12 IN1186 |2 Ti702 (2| = = |DEZ13838
¢ BD 52.802.5430 (C) 280 250 140 125 IN 1188 2 T8 |2] ==
BF 52.802.5430 (C) 420 380 210 190 IN 1190 2 TI706 | 2| 4.ess0
A BH 52.802.5430 (C) 560 500 280 250 RN 835 |2 Td708: |2 | A |
LT e nlre C [ € [ n [rikal] L ] ¢ | » [pxa] [L [ 2 [ n [Pkl
- 1 |
29 29 23 22 334,5[ B1,5 122.5] 0,295 | 1715 | 120 | 1885 0,620 {215 | 125 | 140 2 |
mim mim mim mm
DEZ 14901 DEZ 12708 DEZ 12683 DEZ 13838




HIGH POWER SINGLE PHASE Feeding voltages %
HALF-CONTROLLED BRIDGES Tensions dafimemtation o
PONTS MONOPHASES MIXTES <70v.|110 V. 220 v, |380 V.|440 v
GRANDE PUISSANCE @ ¢+ A u 4
L)
-
T|8
Recommended g 5 ek
Max Voltages voltages 2 t sin
Tensions max. Tensions Id 2= Radiateur Biru
recommandées Diodes _ Thyristors r:r::g
(A) ;
TV Vett Vd Vetf Vd .E,, e
{rms) (rma3) - " e
) ) (V) (vi | a0°c |100°c | TvPes a | TYPES |a TYPE
70 A/ tyup = 25°C - 85A / 1 m/s — It = 2500 A’s
BY 57.802.3530 a3 a0 18 16 AU 800 2 Ti700 |2 g %
BA 57.802.35630 67 £0 36 32 RU 801 2 T |2
® BB 57.802.3530 140 125 72 64 80 20 | RUBD2 2 Ti702 |2 DEZ 13556
# BD 57.802.3530 280 250 140 125 | RU 804 2 Ti704 |2
BF 57.802.3530 420 380 210 190 RU 806 2 TI706 | 2| 2xP150
A BH §7.802,3530 560 500 280 250 | RU 808 2 Toq08. |2
|
100 A / tymp = 25°C-120A / 1 m/s — 1*t = 7.000 A’s
® 88 601.81.3630 140 125 72 64 Ku 1002 |2 ™ 1230 |2 %E
& 8D 601.81.3630 280 250 140 125 KU 1004 | 2 TK 140 (2| =
BF 601.81.3630 420 380 210 190 85 25 KU 1006 | 2 TK 160 | 2| Fem | peziasez
A BH 601.81.3630 560 500 280 250 KU 1008 | 2 TK 180 |2
® BL 601.81.3630 840 760 425 380 Ku1012 |2 TK1120 | 2| 4xP80
4 BN 601.81.3630 990 880 500 450 Ku1014 |2 TK 1140 | 2
140 A / typp = 25°C —170A / 1 m/s — 1*t = 10.000 A’s
® BB 601.83.3430 140 125 72 | 64 KU 1002 | 2 TK1402 (2| = g
® BD 601.83.3430 280 250 140 125 KU 1004 | 2 TK 1404 | 2 %—..?
BF 601.83.3430 420 380 210 190 | s | 35 KU 1006 | 2 TK 1406 | 2 w: | DEZ13868
4 BH 501.83.3430 560 500 280 250 KU 1008 | 2 TK 1408 | 2
® BL 601.83.3430 840 760 425 380 KU1012 | 2 TK 1412 | 2| 4xF 150
4 BN 601.83.3430 990 890 500 450 KU 1014 | 2 TK 1414 | 2
1

L i h PiKa)
320 150 | 228 8
mm

DEZ 13556

L ] ]h P(Kg)
20 (423 | 80 | o
mm

DEZ 13562

k ¢ h | PIKg)
320 423 160 13
mm

DEZ 13568




oy
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E HIGH POWER SINGLE PHASE ] Feeding voltages “o
HALF-CONTROLLED BRIDGES = o Tensions d'alimentation
PONTS MONOPHASES MIXTES <70V.1110V,{220 V.|380 V. [440 v.[B15 V,
GRANDE PUISSANCE [ el 8l il aladls
X
b=
Recommended E
Max Voltages voltages 2 Heat sink
Tensions max. Tensions Ig iz Radiateur )
recommandées Diodes & Thyristors D':“"“’
TYPES v (A) ElE o
Vats Vd Vet d S1E
{rms) {rms} o —
v) v) V) (3 a0°c | 100°C TYPES a TYPES |a TYPE
200 A / typp = 26°C ~ 280A / 1 m/s = It = 50.000 A’s
=
® B8 62.84.3730 (C) 140 125 72 64 TA3002 R 2077 220 | 2] 3E
® BD 62.84.3730 (C) 280 250 140 125 TA3004 R 2|77 240 | 2| wi—
BF 62.84.3730 (C) 420 380 210 190 TA3006 R 2|TT 260 | 2| 3E
A BH 62.84.3730 (C) 560 500 280 250 170 50 TA3008 R 2{7T 280 |2| %= DEZ13574
= BL 62.84.3730 (C) 840 760 425 380 TA3012 R 2l TT 2120 | 2
4 8NB62.84.3730 (C) 990 890 500 450 TA3014 R 2| TT 2140 | 2| 4x TNF150
* BO62,84.3730 (C) 1130 | 1016 570 510 TA3016 R 2/ TT 2160 |2
320 A/ tymp = 25°C — 380A /1 m/s — It = 80,000 A’s
® BB 62.85.3830 (C) 140 125 72 684 TA3002 R 2|y 320 |2 %,_%
4 BD 62.85.3830 (C) 280 250 140 125 TA3004 R 2|7T 340 |2
8F 62.86.3830 (C) 420 380 210 190 TA3006 R 2|17 80 |2| =
4 BH 62.85,3830 (C) 560 500 280 250 280 85 TA3008 R 2|77 380 |2 5’[’ DEZ13580
® BL 62.85.3830 (C) 840 760 425 380 TA3012 R 2| 7T 3120 |2
& BN 62.85.3830 (C) 990 890 500 450 TA3014 R 2| 7T 3140 |2 | 4x R 150
* BO 62.85.3830 (C) 1130 | 1015 570 510 TA3016 R 2| 7T 3160 |2
410 A/ tyyp = 25°C — 490A / 1 m/s — 't = 200.000 A’s
® BB 602.800.3930 (C) 140 125 72 64 8 5002 R 2|18 420 |2 k ,'!’K
4 BD 602.800.3920 (C) 280 250 140 125 B 5004 R 2| T8 440 |2
BF 602.800.3930 (C) 420 380 210 190 8 50086 R 2| TE 460 |2 !m =
A BH 602.800.3930 (C) 560 500 280 250 350 105 B 5008 R 2|78 480 |2 | 51 DEZ13586
® BL 602.800.3930 (C) 840 760 425 380 BEOIZR 2| 7B 4120 |2
& BN 602.800.3930 (C) 390 890 500 450 8 5014 R 2| TB 4140 |2 | 4x R 300
% BO 602.800.3930 (C) 1130 | 1015 570 510 B 5016 R 2| 7B 4160 |2

I

L L h | P(Kg)
486 | 490 | 180 12
mm

DEZ 13574

L ¢ h | PIKg)
538 | 628 | 150 | 27
mim

DEZ 13580

L L h P(Kg!
538 1652 300 | 300
mm

DEZ 13586




MEDIUM POWER THREE - PHASE

Feeding voltages

HALF-CONTROLLED BRIDGES l Tensions d'slimentation 9
PONTS TRIPHASES MIXTES —D— <70V. 110 V.|220 v.|380 V.
MOYENNE PUISSANCE L P * a P
h-]
Recommended ? g
Max Voltages voltages é Heat sink
Tensions max. Tersions Id e Radiateur Drawt
recommandées Dicdes | _|a| Thyristors ’;l‘:‘:n"'
A
T PR N I ]
{rms) {rms) ” - ==
(%) ) ) ivi | 40°c |100°C | TYPES a TYPES |a TYPE
25 A" | tynp = 25°C Pt = 265 A’s
| | '
GY 44.76.2260 (C) 33 45 18 24 G 510 3 TR 06 |3
GA 44.76.2260 (C) 67 20 36 48 G 1010 3 TR 1 |3
® GB 44.76.2260 (C) 140 190 72 96 G 2010 3 TR 2 |3
# GD 44.76.2260 (C) 280 380 140 190 21 6 G 4010 3 TR 4 |3 DEZ13871
GF 44.76.2260 (C} 420 570 210 280 G 6010 3 TR & .
A GH 44,76.2260 (C) 560 760 280 380 G 8010 3 TR 8 |3 2xDE 1817
= GL 44.76.2260 (C) 840 | 1140 475 570 G 1210 g TR 12 |3
, l
50 A% / tymp = 25°C  1*t = 300 A’s
GY 51.78.2360 (C) 33 45 18 24 IN 248B 3 TS 035 3
GA 51.78.2360 (C) 67 90 36 48 IN 249B | 3 TS 135 |3
® GB 51.78.2360 (C) 140 140 72 98 IN 250B | 3 TS 235 |3
# GD 51.78.2360 (C) 280 380 140 190 42 12 IN 1196 A | 3 TS5 435 |3 DEZ13869
GF 51.78.2360 (C) 420 570 210 280 IN 1919BA | 3 TS 635 3
A GH 51.78.2360 (C) 560 760 280 380 RN 820 3 TS 835 |3 2xDE 1868
® GL 51.78.2360 (C) 840 | 1140 | 425 570 AN 1220 3 751235 |3
S (5] IS |
50 A/ tymp = 25°C - 70A / 1 m/s — I't = 1250 A®s
1 | 1
l | 2 E
GY 52.802.5460 (C) 33 45 18 24 IN 1183 |3 00 (3] S =
GA 52.802,5480 (C) 67 90 36 48 IN 1184 |3 TJ701 |3 =l =
® GB 52.802.5460 (C) 140 190 72 96 | 40 18 | IN 1186 |3 TJ702 3| = = | DEZ13334
# GD 52.802.5480 (C) 280 380 140 190 IN 1188 |3 TJ 704 ‘3
GF 52.802.5460 (C) 420 570 210 280 IN 1190 |3 TI706 | 3| 6xCBBO
A GH 52.802.5460 (C) 560 760 280 380 AN 835 3 TJ708 |3
[ | | I

Y7 Far 25 A and 50 A stacks, the thyristors are mounted in the negative arms of the bridge.
i l_es Thyristors des montages 25 et 60 A sont montés dans |es bras négatifs,

L 2 h PiKg}
186 80 2 0,40
mm

DEZ 13871

L ] h | PlKg)
250 120 165 0,97
miIm

DEZ 13869

DEZ 13834

[ h | P(Kg)
308 | 125 140 | 3
mm




P
.IT
HIGH POWER THREE PHASE ! "F. Feeding voltages “
HALF-CONTROLLED BRIDGES } | Tensions d'alimentation
PONTS TRIPHASES MIXTES [ | _3‘1‘ . <70V.[110 V.[220 v, |380 V. | 440V.
GRANDE PUISSANCE x> ' * ° @ A ] &
28
Recommended § 5
Max Voltages voltages Z13 Heat sink
Tensions max. Tensions Id 2= Radiateur
recomrmantées Diodes « 3 Thyristars Dr:‘grn
(A) g
{rms) lrms) 5 " —
vl ) (A% v) 40°Cc | W00 C TYPES a TYPES |a TYPE
100 A / typp = 25°C - 120A / 1 m/s — 1°t = 3.000 A’s
| |
T
GY 57.802.3560 (C) a3 a5 18 | 24 RU g0 3| |T400 [3] = =
GA 57.802.3560 (C} 67 90 36 a8 RU 801 |3 i 3| = E
® GB 57.802.3560 (C) 140 180 72 a8 8s 25 RU 802 3| | Ty02 |3| @moRs | DEZ13559
¢ GD 57.802.3560 (C) 280 380 140 190 RU 804 3 TI704 |3
GF 57.802.3560 (C) 420 570 210 280 AU 80§ 3 T1706 |3| 3x%P150
A& GH 57.802.3580 (C) 660 760 280 380 AU 808 3 Tl708 |3
| |
150 A / t3q, = 25°C— 180A / 1 m/s - I*t = 9.000 As
| I
s 2
® GE 601.81.3660 (C) 140 180 72 9% Ku 1002 |3 TR |3 ==
¢ GD 601.81.3660 (C) 280 380 140 190 KU 1004 | 3 TK 140 (3| = =
GF 601.81.3660 (C) 420 570 210 280 | 125 35 KU 1006 | 3 TK 160 |3 | Faor DEZ 13565
A GH 601.81.3660 (C) 560 760 280 380 KU 1008 | 3 TK 180 |3
® GL 601.81.3660 (C) 840 | 1140 425 570 Kuimz2 |3 TK 1120 (3| 6xP80
& GN §01.81.3660 (C) 980 | 1330 500 670 Ku1to14 | 3| | Tk 1190 |2
200 A / typp = 25°C — 240A / 1 m/s — I't = 12.000 A’s
| | | ‘ LT
® GB 601.83.3480 (C) 140 190 72 98 KU 1002 |3 TK 1402 (3| = =
4 GD 601.83.3460 (C] 280 380 140 190 KU 1004 |3 TK 1404 | 3| = £
GF 601.83.3460 (C) 420 570 210 280 170 8 | Kuiwoe | 3| TK 1406 | 3 e DEZ13571
A GH 601.83.3460 (C) 560 760 230 380 Ku1oo8 | 3 TK 1408 |3
= GL §01.83.3460 (C) 840 | 1140 425 570 Ku1012 |3 TK 1412 [ 3| 6xP150
& GN 601.83.3460 (C) 980 | 1330 500 670 KU 1014 |3 TK 1414 |3 |
| l
|

L £ h | PiKag)
436 | 150 | 228 | 10
mim

DEZ 13559

| ¢ ] ho | PiKe)!
436 | 423 | 80 12|
mm

DEZ 13565

L U n | PiKg)|
438 | 423 | 150 | 18_1
Ll

DEZ 13571




HIGH POWER THREE PHASE

Feeding voltages “

E

HALF-CONTROLLED BRIDGES | I l ‘ Tensions d'alimentation
PONTS TRIPHASES MIXTES —Dh—PF 4 <70v.[110 V.|220 v, |380 V.|440 v.{B15 V.
GRANDE PUISSANCE . | | 5 o * A = & *
', R Y
Recommended [E g
Max Voltages valtages | S 2 Hea; sink
Tensions max. Tensions Id 2= Radiateur .
recommandées Diodes : i Thyristors Dr:r:;‘ﬂg
(A}
b Vet Vd Vet Va = 2
{rms) {rms) - . 2
(v v v (A3 40°C 100" C TYPES a TYPES (o] TYPE
280 A/ tymy = 26°C ~ 360A / 1 m/s — I*t = 75.000 A’s
‘ | e -
® GB 62.84.3760 (C) 140 | 180 72 9% TA3002 R alr am |3|FE TE
¢ GD62.84.3760 [C) 280 380 § 140 190 TA3004 R 37T 2490 | 3| 9 =4
GF 62.84.3760 (C) 420 670 | 210 280 TA3006 A a| 1T 260 | 3| I =&
A GH 52.84.3750 (C) 580 760 | 220 380 240 80 | TA3008 R 3| 7T 280 | 3| 3 3 | DEZ13B77
B GL 62.84.3760 (C) 840 1140 426 570 TA3012R 3| TV 120 |3
8 GN 62.84.3760 (C) 980 | 1330 | s00 670 TA3014 R 3| TT 2140 | 3| 6xTNF150
* GO 62.84.3760 (C) 1130 | 1520 | 570 765 TA3016 R 3| TT 2160 | 3
450 A / tyyp = 25°C — 540A / 1 m/s - It = 100.000 A’s
13
® GB 62.86.3860 (C) 140 180 72 96 TA3002 A 3| 7T 320 |3 7=
9 GD 62.85.3860 (C) 280 380 140 180 TA3004 R 3|TT 340 |3
GF 52.85.3850 (C) 120 570 | 210 280 TA3006 R 3| 1T 380 |3 WN&EE
A GH £2.85.3860 (C) 580 760 | 280 380 380 120 | TA3008 R 3| TT 3% |3 DEZ13583
® GL 62.85.3860 (C) 240 1140 426 570 TA3012R 3| TTr 3120 | 3
& GN 62.85.3860 (C) g80 | 1330 | s00 670 TA3014 R 3| TT 3140 | 3| 6xR 150
* (0 62.85.3860 (C) 1130 | 1520 | s70 765 TA3016 R 3| TT 3180 | 3
600 A / typ = 25°C — 720A / 1 m/s — I*t = 250000 A’s
® GB 602.800.3960 (C) 140 180 72 96 B 5002 R 3| T8 420 3 ﬁ.__,;g
# GD 602.800.3960 (C) 280 380 | 140 190 85004 A 3| TE 490 |3
GF 602.800.3960 (C) 420 670 210 280 B 5006 R 3| 7B 460 3 ‘HW’]E
A GH 602.800.3960 (C 560 780 | 280 380 510 150 | B 5008 A 3| 78 480 |3 DEZ13589
® G| 602.800.3960 (C} 840 | 1140 | 425 570 B 5012 R 3| TB4120 | 3
& GN 602.800.3960 (C) 980 | 1330 | 500 670 B 6014 R 3| TB4140 | 3| 6xR300
* GO 602.800.3960 (C) 1130 1520 570 765 BSBO16ER 3| TB 41680 3

632 [ 490 | 150 1?]

[ L ¢ | n [rike
Pm 628 | 150 | 40
mm

DEZ 13583

L

e | n Trxa

740 "sez|:mo 70

DEZ 13589

|



For the selection of a rectifier
stack, some general criteria
should be considered :

Selection of the stack

This choice depends first on
the kind of supply, single-
phase or three-phase current,
and second on the
acceptable amount of ripple.

Selection or the current
rating

For this choice, not only
normal operating conditions
should be considered, but
also possible overload
operation, and maximum
room temperature at the
location where the rectifier
shall be used.

Rated bridge current is
specified for 25°C (77°F).
For temperatures above
25°C, the current shall be
reduced proportionally to the
increase of temperature, down
to zero for 125°C (257°F).

Selection of the voltage
rating

The rectifier bridge should
withstand not only the
reverse voltage corresponding
to the nominal working
voltage, but any surge voltage
liable to occure on the diodes.
In the following pages, the
fourth column specifies the
maximum acceptable AC
voltages, without considering
any kind of overvoltage. If
overvoltages are liable to
occure on the diodes, it is
advisable to apply a safety
factor of approximately 2.
Recommended operating
voltages are given in columns
6and7.

Rectifier stacks with
controlled avalanche diodes

Assemblies with such diodes
are specially recommended
when overvoltage is liable to
occure, and more specially
when the rectifier feeds a
capacitive or an inductive
load (such as a motor field
winding)

Protection against commutation
transients

In three-phase, {and more
generally in all multiphase
systems) a condenser should
be provided in parallel with
the diodes, to suppress the
commutation surges. Such
condensers shall be
systematically provided on
power rectifiers, when the
identification symbol is
followed by the letter «Cy.

Compound sets (i.e. half
controlled bridges) are
normally supplied with an

RC - network connected across
the semi-conductors (letter
«C» after the coded symbol)

Fuse protection :

Rectifier bridges of this
catalogue are supplied without
fuses. Owing to the mecanical
lay-out of packaged

rectifiers, fuses can only be
inserted in the AC supply
connections. This protection
can be supplied separately,
upon request.

For individual series
protection of the diodes,
please consult the
manufacturer.

RECOMMANDATIONS FOR USE
RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Pour la détermination d'un
montage redresseur il y a lieu
de respecter un certain nombre
de critéres généraux :

Choix du montage

Ce choix est principalement
imposé par la nature du
réseau d'alimentation :
monophasé ou triphasé et, en
second lieu, par le taux
d'ondulation résiduel désiré.

Choix de l'intensité nominale
Dans ce choix, il y a lieu de
tenir compte non seulement
du régime normal de
fonctionnement du pont, mais
aussi du régime de surcharge et
de la température maximum
ambiante du local ol sera
installé le redresseur.

La valeur nominale de
I'intensité du pont est donnée
a 25°C. Pour une température
supérieure 8 25°C et Inférieure
3 125°C, le débit du pont doit
diminuer suivant une loi
linéaire jusqu’a 125°C.

Choix de la tension

Le pont redresseur doit pouvoir
tenir non seulement la tension
inverse, mais aussj toutes |es
surtensions gui peuvent se
présenter aux bornes des
diodes. Dans les pages
suivantes, la quatriéme
colonne indique |a valeur
maximum des tensions
alternatives admissibles sans
tenir compte de la présence
de surtensions d'aucune sorte.
Au cas ol des surtensions
pourraient se présenter aux
bornes des diodes, il est
recommandé de prévoir un
ceefficient de sécurité en
tension de "ordre de 2. Les
tensions d'emploi
recommandées sont indiquées
dans les colonnes 6 et 7.

Montages avec diodes a
avalanche controlée

Les maontages avec ces diodes
sont particuliérement
recommandés lorsque la
présence de surtensions est
a craindre , et plus
particuliérement lorsque le
montage doit débiter sur un
circuit capacitif ou inductif
{circuit d'excitation d'un
moteur par exemple}.

Protection contre les
surtensions de commutation :

Dans les montages triphasés
(polyphasés en général) il y a
lieu de prévoir un condensateur
aux bornes des diodes pour
absorber les surtensions de
commutation. Ces
condensateurs seront montés
systématiquement sur les
redresseurs de puissance
lorsque le symbole de
codification sera sujvi de la
lettre «Cy.

Les montages mixtes sont
normalement prévus avec 1
circuit RC aux bornes des
sami-conducteurs (lettre «C»
aprés la codification).

Protection par
cartouches fusibles :

Les ponts redresseurs du
présent catalogue sont livrés
sans cartouches fusibles. La
conception mécanique des
redresseurs ne permet |'emploi
de cartouches qu’'en série avec
les phases d'alimentation. Sur
demande, il est possible de
fournir séparément cette
protection.

Pour la protection en série
avec les diodes, il y a lieu de
nous consulter.
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HEAD OFFICE :
Commercial services : France and abroad,
Technical Information : 122, Rue Nollet - 75017 PARIS Telephone : 627-87-29 Telex number : 28580
FACTORIES :
ALENCON : Rue Charles Gide - 61000 ALENCON Telephone: 26-40-55 Telex number : 77783
— Production an development of wire diodes
— Construction of rectifier groups
— Mounting of very;high voltage groups
— Diode bridges, mixed diode and thyristor bridges
TOURS : Rue Marie et Pierre Curie - 37100 TOURS
— Medium power rectifiers

VILLEJUIF : 30, Avenue de la République - 94800 VILLEJUIF Telephone :677-31-71 Telex number 26743
— Research and development services
— Applications services
— Central quality services
— Production of power devices
— Production of thyristors and triacs
— Special devices

SIEGE SOCIAL :
Services Commerciaux - France et Etranger
Renseignements techniques : 122, Rue Nollet - 75017 PARIS Téléphone ; 627-87-29 Télex : 28580
USINES :
ALENCON : Rue Charles Gide - 61000 ALENCON Téléphone : 26-40-565 Télex : 77783
— Production et développement des diodes & fil
— Construction des groupes redresseurs
— Montage des ensembles trés haute tension
— Ponts de diodes, ponts mixtes diodes et thyristors
TOURS : Rue Marie et Pierre Curie - 37000 TOURS
— Redresseurs de moyenne puissance
VILLEJUIF : 30, Avenue de [a République - 94800 VILLEJUIF Télephone :677-31-71 Télex : 26743
— Services d'étude et développement
— Service applications
— Service*Central de la Qualité
— Production des dispositifs de’puissance
— Production des thyristors et triacs
— Dispositifs spéciaux.
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